COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Publication 748-2
Premigre édition — First edition
1985

© CEI 1985

Droits de reproduction réserves — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni utilisge sous quelque forme  No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means,
que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanigue, y compris la photocopie electronic or mechanical, inciuding photocopying and microfilm, without permission in
et les microfilms, sans Iaccord écrit de I'éditeur. writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé
Geneve, Suisse

Prix
Price

fr.s. 250.—


https://iecnorm.com/api/?name=97055120e8a2d88b9b78eb56c74c1493

—_—2 - 748-2 © CEI 1985

SOMMAIRE

Pages
PREAMBULE . . . oottt ittt it e ettt et et e e e e e e e e e e 10
PREFACE ..ttt ittt et ettt et e e e e e e e 10
Index des références CIOISEES .. ... .. ittt i e it i e e e 12
Aticles CHAPITRE I: GENERALITES
1. Note dINtrodUCHION .. ... ..ttt ettt et e e e s 16
2. Domaine d’appliCatION. . . . ..ottt ittt e e e e e e 16
CHAPITRE II: TERMINOLOGIE ET SYMBOLES LITTE
1.|Terminologie pour les circuits intégrés combinatoires et séquentiels 18
1.1 Termes EEMNETAUX ... .ottt ettt ie it eie e eie e Nee e s ) . 18
1.2 Termes relatifs a la fonction ............. .. ... ... i NG\ NG oNA 20
1.3 Types de CIrCuits . ... oov i e e N s RV S 26
1.4 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques ..... NN NS 30
2 0Exemples .. ... e L OSION N e 34
3.|Terminologie pour les mémoires & circuit intégré N NG e 62
3.1 Termes ENETAUX ... ......niriiiieunnnnnnnoinns. NG NG Y e 62
3.2 Termes généraux relatifs a la fonctlon et a Porganisation du S 1e1e1 - A S 64
33 Types de mémoires . .........ovvvenveininernnacaleen /i miNr e b 66
3.4 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractrls'qe ...... 70
3.5 Formes d’onde typiques pour les i échituredecture~a ‘{ondtionnerent statique ..........0...... 72
4.|Terminologie pour les microprocesseurs\g circiit Mgégré. \. . .« .7 ). oo e 78
5.|Terminologie pour les dispositifs a transfex{ de charge ... M- NG/t b 78
6.|Symboles htteraux pour circuits combmat' ...... 86
7. oires . . 86
1.|Identificatiop 8t _deseription d¥ CRCUIL. N7 N v v D oot b 112
1.1 Désig L T A S 112
1.2 Technoldgle /N N A+ o T N e o) vt e et ittt ettt it 112
1.3 Identificatié ROTHER . M N N N e 112
2 Spécificatio ...... 112
2.1 Schéma\synOoRHAME G M N - - D e oottt e b 112
...... 114
...... 114
3 Valeurs NImitgs . O e N o M e b 114
...... 116
...... 116
...... 116
34 Aptltu 8 & SUPPOTLEr UN COUTE-CITCUIL .. ..ottt ittt it eie i b 116
4.|Conditions de fofictionnement recommandées (dans la gamme des températures de fonctionnement spécjfiée) . . 116
5.| Caractéristiques électriques statiques pour les circuits intégrés bipolaires ................. . ... oo, 118
5.1 Caractéristiques essentielles en tension des signaux digitauX...............c.overieiineinreenannneunn.s 118
5.2 Tension d’écrétage d'entrée (Sil y a LiEU) .. .. oottt e e 120
5.3 Caractéristiques essentielles des courants d’entrée et de sortie ............ ... it 120
5.4 Conditions appliquées pour le Pire Cas............uiiuiuiii ittt et e 126
6. Caractéristiques électriques statiques et quasi statiques pour les circuits intégrés MOS ....................... 126
6.1 Caractéristiques essentielles en tension des signaux digitaux............ ... ..., 126
6.2 Caractéristiques essentielles des COUTANES . ... ... ..ttt et e et i 128
7. Caractéristiques €lectriques dyNamiqUes . . ... ...ttt ittt ittt e et e 128
7.1 Introduction ......... ...ttt e 130
7.2 Temps caractérisant la réponse d™un CiTCUIt . . ... ... onnn i e e 130
7.3 Exigences sur les entrées pour assurer un fonctionnement séquentiel COrrect .............oooennnnnn.. 132
7.4 Impédances dentrée et de SOTHIE ... ... ..ttt ittt et 136
8. Puissance totale ou courants fournis par les alimentations ................uuineietineiiiinnaeeennnanan. 140

9. Courant total extrait des alimentations (fonctionnement dynamique) ..............c..oiiiiiiiinennrnnnennnn 140


https://iecnorm.com/api/?name=97055120e8a2d88b9b78eb56c74c1493

748-2 © 1EC 1985

CONTENTS

Page
FOREWORD & o ot e ittt ettt e et e et et e e e et e et e e e e e e e e e 11
PREFACE . ot ittt ettt e e et e et e e e e e e e e e e e e 11
Cro8s TEIeTENCE IMAEX o\ ittt ettt et e et e e e e 13
Clause CHAPTER I: GENERAL
L B T8 T D Tvi e o 2 e - R P R 17
T - R 17

~N N

. Exampleq
. Terminolpgy for integrated circuit memories

. Terminolpgy for integrated circuit microprocesso
. Terminolpgy for charge-transfer devices
. Letter sy
. Letter sy|

CHAPTER II: TERMINOLOGY AND LETTER SYMBOLS

. Terminolpgy for combinatorial and sequential integrated circuits......................

1.1 Genral terms
1.2 Termps related to functions
1.3 Typgs of circuits
1.4 Termps related to ratings and characteristics..........................

3.1 Gerneral terms
3.2 Gengeral terms relating to memory function and organization .
3.3 Typ¢s of memories
3.4 Terips related to ratings and characteristics.............
3.5 Typical waveforms for static read/write memOris

mbols for combinatorial and sequential cigeutts

1. Circuit i 113
1.1 Des 113
1.2 Technology 113
1.3 Package identificatiof 113

2. Functionfil specificatigss ) 113
2.1 Blogk diagram 113
2.2 Fu 115
2.3 Compplex 115

3. Ratings 115
31 Co 117
3.2 Nor-co 117
3.3 Tenjperatur 117
3.4 Capnbility-of. s 117

4. Recommendéd operating™eOnditions (within the specified operating temperature range) ...................... 117

5. Static elgctrical characteristics for bipolar integrated circuits.............. ...t 119
5.1 Essenfial characteristics of the digifal voltage signals. ... ............... .. ccooovmoemrornnooenroens 119
5.2 Input clamping voltage (Where appropriate). ... ... ..ottt tttiiie et itiiaa i in e 121
5.3 Essential characteristics for input and output Currents .................c.ivuiiiniirininrnnnenneannnans 121
5.4 Applied conditions fOr WOTST CASE .. ...\ttt tt it ittt ettt et ettt ottt 127

6. Static and quasi-static electrical characteristics for MOS integrated circuits .............coovieiiiiinnn.... 127
6.1 Essential characteristics of the digital voltage signals................... v iiiiiiiiiniaiainnnnnnnnn. 127
6.2 Essential characteristics fOI CUTTENES . ... ... ...ttt ittt c e 129

7. Dynamic electrical CharaCteriStiCs .. ... ... ...ttt ottt it ettt ettt i 129
0 B 041 o e 13 T 1o o 131
7.2 Times characterizing the response of the CIFCUIL. ... ... ..ottt e e i 131
7.3 Requirements at the inputs to ensure correct sequential operation ..............couiieriiiennnernnn. 133
7.4 Input and OULPUL IMPEAANCES . . . .o\ i ittt it ettt ittt ittt ittt et e e e e e e 137

8. Total power or currents provided from the supplies ...... ... ... ... . . i i 141

9. Total current drawn from the power supplies (dynamic Operation) ..............c.overrerrrerrnneennennnnnns 141


https://iecnorm.com/api/?name=97055120e8a2d88b9b78eb56c74c1493

11.

— 4 — 748-2 © CEI 1985

Articles
10. Informations sur les impulsions de commande (il y a lieu) ......... ...,
11, Résistance diSOIEMENt . . .. ..ottt e
12. Valeurs limites, caractéristiques mécaniques et autres données . ...............c.vvviirnnneenunnno .
13. Informations SUPPIEMENRLAITES. . . .. ..ottt ettt e e e e e e e e
13.1 Facteur de charge de SOTLIE. . ...ttt e e e e
13.2 Marges de protection contre les perturbations............c.ccouiiriiiiin i,
13.3 Interconnexions de circuits intégrés digitauX ............uuurrorirunent i
14. Précautions de manipulation . ... ... ... ...ttt ettt
ANNEXE A LA SECTION UN — Spécification des caractéristiques........... ... .. DI

SECTION DEUX — MEMOIRES A CIRCUIT INTEGRE

A. Mémoires a lecture-écriture a fonctionnement statique et a fonctionnement dynamique et mémoires 4 lecture seule

1. Identification et description du CIFCUIt. .. ... ... oottt e e
2. Spécifications fonctionnelles . . . ...ttt e e

2.1 Schéma SYNOPLQUE v v v v vvee ettt e e e
2.2 Description fonctionnelle ............ i
SValeurs Himites ... ... o

. |Caractéristiques électriques statiques pour les mémoires bipolaires
. |Caractéristiques électriques statiques pour les mémoires MOS ..........
. |Caractéristiques électriques dynamiques ....................... e
7.1 Temps caractérisant la réponse du circuit ..................,
7.2 Exigences sur les entrées pour assurer un fonctionnement séqfi
7.3 Capacités d'entrée et de sortie .......... ...,
8. PUISsance ou courant fournl par chaque alxmentatlon (cas d

\IO\KJ\:QW

10. [Valeurs limites, caractéristiques mécaniques et autres dos

11.2 Marges de protection contre les pe
11.3 Interconnexions de circuits similaires

12. |Précautions de manipulatiogn ...........

programmable par l'utilisateur

1. [Identification et degdiptiom\du clrcui_. .. .3 E N TN
2. |Spécifications fonCHOMMGIIES . N - -« o A - -+ + s N o T e ettt et e e e e e
2.1 Schémasynoptique . ...\, N_ ... b IR SO
2.2 Identi & oo Nk N e e e e e e e e
2.3 Descriptigs R AN\ N e
3.|Valeurs limites « N e RN N e e e

5.3/ EXIZENCES X OIS . « ¢ v et ittt e e e
6. |Mode” d’effacement (si applicable). . ... ... oo e

6.1 Mcmoires eitacables eleciiquement -~ - v oo s v

6.2 Mémoires effagables par Gltraviolet . ... ... it
7. Nombre de cycles de programmation-effacement ........ ... ... i i
8. Informations concernant la rétention des données ............ ... ittt
9. Puissance ou courant fourni par chaque alimentation {cas du fonctionnement statique)...............
10. Puissance ou courant fourni par chaque alimentation (cas du fonctionnement dynamique) ............
11. Valeurs limites et caractéristiques mécaniques et autres données ................cci v erennennn.
12. Informations SUPPIEMENTAIreS. - . v« vttt e ettt et e ettt et e e e
13. Précautions de manipulation .. ... ... ... ittt e

SECTION TROIS — MICROPROCESSEURS A CIRCUIT INTEGRE

1. Identification et description du CIFCUIL. ... ..ottt i i e e e
1.4 Compatibiliteé €lectriqUe . .. ... o\ e

144
144
144
144
144
146
146
146
146
146
150
158
158
158
158
158
158
158
158
160
160
160

160
160
160
160
162
162
162

162
162
164
164
166
166
166
166
168
168
170
170
170
170
172
172
172
172

174
174


https://iecnorm.com/api/?name=97055120e8a2d88b9b78eb56c74c1493

748-2 © TIEC 1985 — 5 —

Clause

10.
1.
12.
13.

14.

Command pulse information (Where appropriate) ........ ...t iiuiiitttteriiiiertineeerteeennaaaaaanns
INSULAtION TESISTATICE . . .\ it vt ittt ittt ettt et et e e ettt e e et e
Mechanical ratings, characteristics and other data....... ... ... .. ...
Supplementary infOrmation . ... ... ... ... e e
13.1 Output loading capability. ... ... ... it i e
13.2 NOISE MATZIIS . . oot o vttt e et et e e e e et ettt e e
13.3 Interconnections of digital integrated Circuits .............. it i
Handling PreCaULIONS. . . .« oo vttt ittt ettt e e

APPENDIX TO SECTION ONE — Specification of characteristics. .......... ..ottt

~ N LA W

10.
1.

. Handling| precautions...........

. Circuit identification and deg
. Functiongl specifications . . . .

. Ratings (
. Read mogle ........{..)

. Programi]

. Number of programming/erasing cycles
. Data retention information
. Power or current drawn from each supply (static operation) .................iiiiiiininentniineennnnnn..
. Power or current drawn from each supply (dynamic operation) ........... ... ... i i
. Mechanical ratings, characteristics and other data
. Supplementary information
. Handling precautions

. Circuit identification and description

SECTION Two — INTEGRATED CIRCUIT MEMORIES

A. — Static and dynamic read/write memories and read-only memories

. Circuit identification and desCription ... ... . ... oottt i

. Functiongtspeciflcations

2.1 Block diagram ... ... ii i e s
2.2 Fundtional description . ... ..........ouiiuinin i

. Ratings (limiting values). . ...ttt
. Recommended operating conditions (within the specified operating temperature range)
. Static elegtrical characteristics for bipolar memories................covviii..,

. Static elegtrical characteristics for MOS memories ................. ... 000D .
. Dynamic [electrical charaCteristics .. ... ......ounreiinernrenneenaninninniperNoeeeen

7.1 Timgs characterizing the response of the circuit..................... NG\
7.2 Reqyirements at the inputs to ensure correct sequential operation ...... W_ .- NQg. . N O ) A
7.3 Inpuft and output capacitances ..............ccoeiiiienneennfai NNV N\ N

. Power or|current drawn from each supply (static operation) .......[..., NN
. Power or|current drawn from each supply (dynamic operation) ... \....L..L.. SN .. 0N/ i

Mechanichl ratings, characteristics and other data
Supplemeptary information ...................
11.1 Outgut loading capability................° )
11.2 Noise marging .........c.ouuriiineeeneiaNenen

11.3 Intefconnections of similar units ............ R N
11.4 Typq of output circuit .......... ...l o)
11.5 Intefconnections to other types of circuits ...\ ...

Y/ memories

2.1 Block diagram .
2.2 lden
2.3 Fun

4,1 Recqg

4.2 Statj
4.3 Dynppii
44 Tim

5.1 Programming
5.2 Rec

5.3 TimnglPEqUITEIMIEIILS .. . o o ottt t et ettt e e e et e e e e e e e e

. Erasing rhode”(if applicable) .. ... ...... ... ... ... . ... .....

6.1 Electrically erasable Memories .. ... ... i i
6.2 Ultraviolet erasable memories

SECTION THREE — INTEGRATED CIRCUIT MICROPROCESSORS

1.4 Electrical compatibility

Page
141
141
141
143
143
143
143
143

143

145
145
145
145
145
147
147
147
147
147
151
159
159
159
159
159
159
159
159
161
161
161

161
161
161
161
163
163
163
163

163
165
165
167
167
167
167
169
169
171
171
171
171
173
173
173
173

175
175


https://iecnorm.com/api/?name=97055120e8a2d88b9b78eb56c74c1493

— 6 — 748-2 © CEI 1985

Articles Pages
2. Spécifications fONCtIONNEIIES . . ... e 174
2.1 Schéma SYNOPLIQUE . . ...ttt ettt ettt et et e e e e e e e e e 174
2.2 Description fonctionmelle ... ... .. .. e 176
2.3 Jeux dInStIUCLIONS . . . oo\ttt ettt et e e e e e 176
2.4 Configuration de PINStruction .. ... oottt i i e e e 178
2.5 Signaux d’entrée et de SOTtIE .. ... ... ittt e 178
3o Valeurs HIMEEES .. oo e 180
3.1 Valeurs limites ElectriqUes . ... ...ttt e e e 180
3.2 TEMPETALUIES .« ..ottt vttt ettt et e e e ettt et ettt e e e e e e e e e e 180
3.3 Dissipation de PUISSAICE .. ...t vvt vttt ettt e e e e et e e e 180
4. Conditions de fonctionnement recommandées (dans la gamme des températures de fonctionnement spécifiée) .. 180
4.1 Tension(s) d’alimentation . ... ... ...ttt e e e . 180
4.2 Entrées dhorloge . . ..o i e e 182
4.3 Tensions d'entrée (a4 I'exclusion des entrées d’horloge). .......... ... i i 182
4.4 Courants de SOTLIC. . ... ..\ttt ittt e e e e e 182
4.5 FEléments extérieurs (s'il yalieu) .........oooooeoineeee e eeeieiene.., e 182
4.6 Temps de préparation et de maintien . ...........c.ccoriiiiiiiieeeeeennnee.n 182
4.7 Diagrammes des temps (chronogrammes) pour les séquences de commande .. 182
5| Caractéristiques €leCtriqQUeSs . . ...ttt e . . 182
5.1 Caractéristiques StatiqUeSs .. ... ov vt ntr it i ce e et N .. 182
5.2 Caractéristiques dynamiques . ............oouiunnnneininnnneeeiiieee NN NG AN e 186
6] Valeurs limites, caractéristiques mécaniques et autres données TONG N\ N\ RV DI 188
7| Informations supplémentaires..................... EETUTUPDI DI VR, ) AV I 188
7.1 Facteur de charge de sortie................... ... ... ... 2 U\ NG O N T W AP 188
7.2 Marges de protection contre les perturbations NG N e 188
7.3 Données d’application...............coiviiinnvnn.. T 3N NG e e 188
7.4 Autres informations ........... e B NS I 190
8| Précautions de manipulation 190
i} Exigences générales ................. e % U : 192
2! Exigences spécifiques.. /N ...... AN 192
e 192
192
194
194
198
200
202
204
206
S:n'r!nu FROIS I\l

1. Courant total fourni par les alimentations (fonctionnement dynamique) m R 212
2. Puissance fournie & travers la ligne d’horloge E .................................................... 214
3. Impédances d’entrée et de sortie m R @ ......................................................... 220
3.1 Mesure de courant: capacités d’entrée et de sortie pour un fonctionnement en grands signaux m ..... 220

3.2 Mesure de tension: capacités dentrée et de sortie équivalentes, résistances d’entree et de sortie
équivalentes E ............................................................................. 224
4. Temps caractérisant le CITCUIL ... ... ... uuu e 232

4.1 Temps de propagation , .............................................................. 232


https://iecnorm.com/api/?name=97055120e8a2d88b9b78eb56c74c1493

748-2 © TIEC 1985 — 7 —

Clause .

2. Functional specifications . ... .. ... ... ...ttt s
2.1 Block QIAIAIM . ..o e e e e
2.2 Functional deSCription . ... ... ...iiiitn et it e e e e e
2.3 INSEIUCLION SEL . ..ttt ettt ittt et e e e et e e e
2.4 Configuration of INSLIUCHIONS . ... ...ttt e et e et e et e e
2.5 Input and outpUL SINALS . . .. ...t e e e

3. Ratings (limiting VAIUES) . . ... oottt e
3.1 Electrical limiting VAIUES ... ...ttt e
3.2 TEMPEIALUISS . .. oottt ettt e ettt et et e s e et e e e e e e e e e e e e e e e e
3.3 Power disSIPation ... ... ... e e

4. Recommended operating conditions (within the specified operating temperature range) ......................
4.1 Power supply VOILAGE(S) . .. .ottt e
4.2 ClOCK IIPULS . . vttt ettt e e e e e e e e e
4.3 Input voltages (excluding clock inputs)........ P
4.4 OULPUL CUTTEIS . . .\ ottt ittt ettt et e e e e et e e e et e e e et
4.5 Extgrmarefememstwhereappropriate)

4.6 Set-pp and hold LImMes .. ... i it i
4.7 Tinjing diagrams for control SEqUENCes. . ... ........uutettuininneeniiianaaaaan.
5. Electrica] charaCteristics ... ... ... ... ...ttt

5.1

7.1
7.2
7.3
7.4

2.1
2.2
23

Statfic characteristics ... ... ... .
5.2 Dygamic characteristics . ... ..........oiiiiiiiin it

. Mechanifal ratings, characteristics and other data

. Supplempntary information .............. . . .. i

Oufput loading capability........... ... ... i i

Nolil
Apy
Oth

. Handling

. Basic re
. Spetific

Get
Spe
Spe

. Applicat

. High-lev
. High-lev

. Short-cir

€ MATGITIS . oottt ettt et e e e e Y
lication data .......... ot e

er information
precautions. .......... e

4. Power sy atigconditions |41} ... ...
5. (Input) thresheld\voltages apd hysteresis voltage [48] ... ... ... ...
SECTION THREE — DYNAMIC MEASUREMENTS

1. Total current drawn from the power supplies under dynamic conditions m .............................
2. Power supplied through the clock line 2]
3. Input and output impedances E, |E| ............................................................
3.1 Current measurement: input and output capacitances for large-signal operation EI ..................
3.2 Voltage measurement: equivalent input and output capacitanges, equivalent input and output
resistances @ ...............................................................................

4. Times characterizing the CIrCUIL ... ... .. .. e e

4.1

Propagation times , ..................................................................

Page
175
175
177
177
179
179
181
181
181
181
181
181
183
183
183
183
183
183
183
183
187
189
189
189
189
189
191
191

193
193
193
193
195
195

199
201
203
205

207

213
215
221

221

225
233

233


https://iecnorm.com/api/?name=97055120e8a2d88b9b78eb56c74c1493

— 8 — 748-2 © CEI 1985

Articles Pages
4.2 Temps de délai et de transition E ) [a ..................................................... 240
43 Temps d’établissement et temps de maintien EI ........................................... 246
44 Temps de résolution  [36] . ... 252
4.5 Temps d’autorisation et d’inhibition en sortie (pour les sorties «trois états») 49) ..................... 256
4.6 Temps spécifiques aux mémoires @I A P e e 260

5. Fréquence de commutation d’un circuit séquentiel |10} ... .. ... e 270
CHAPITRE V: RECEPTION ET FIABILITE
SECTION UN — ESSAIS D’ENDURANCE ELECTRIQUE
1. |Exigences SENErales ...ttt Al s 276
2. [Exigences spécifiques 276
TABLEAU 16 ..ottt i ettt et e et i e 278

A



https://iecnorm.com/api/?name=97055120e8a2d88b9b78eb56c74c1493

748-2 ©

Clause

4.2 Delay and transition times E, E

4.3 Set-up time

IEC 1985

4.4 Resolution time

4.5 Output enable and disable times (for three-state outputs)

and hold time [®] .......... S

4.6 Specific times for memories o B4

5. Switching frequency of a sequential circuit

1. General
2. Specific

TABLE 11 ..

CHAPTER V: ACCEPTANCE AND RELIABILITY

requirements
requirements

N\

SECTION ONE — ELECTRICAL ENDURANCE TESTS

&

Page
241

247

253

257

261

271

277
271

279


https://iecnorm.com/api/?name=97055120e8a2d88b9b78eb56c74c1493

— 10 — 748-2 © CEI 1985

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Circuits integres

Deuxiéme partie: Circuits integrés digitaux

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions te¢hni é r des Comités
H'Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questign i a plus grande

2) {Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréees e te tés nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEI expri naux adoptent
Hans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la a\ mesure~Qu Aes conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de )4 > doit, dans la

| a présente norme a €té préparée par le [s.

.a Publication 748-2 consit cation 748.

En plus des normes genérale
complétent les normes Pur les

te publication

cations 147 et

148 kes les parties
co Deux Mois, il
na

orées dans la
Puf

ais mécaniques et climatiques, figurant dans les Publications 147-5 e} 147-5A, sont
incé de la CEL
3 jour en révisant et en élargissant son texte parallélement a la poursuite des travaux du

Corthité d tenir compte des progrés effectués dans le domaine des circuits intégrés.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Integrated circuits

Part 2: Digital integrated circuits

FOREWORD

1) The formgl decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technigh
the Natignal Committees having a special interest therein are represented, expres
internatiogal consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They havg the form of recommendations for international use and they are accepted by t

that sense

3) In order {fo promote international unification, the IEC expresses the wish—that™a ationa
the text ¢f the IEC recommendation for their national rules in g6 far as\natigpal~condjtiony will permit.
divergencqd between the IEC recommendation and the corresponding national yules”should,

clearly indicated in the latter.

onductor Devices.

as far as possibl

This standard has been prepared by IEC Technica ittee
Publicatioh 748-2 constitutes the sé a. general dard on\integrated circuits, Publication 748.

In additign to the general stp
complete the| standards on digita

The meetjng of Techdical i ) feld ta Lopdon in September 1982, approved
Publications | 147 and M e Vi iented arrangement. Since all the constituent parts had

previously approved by vofes
necessary.

idh all

ation

n of
been

dule or Two Months’ Procedure, a new vote was not dgemed

Material Publications 147 and 148, is included in Publication 747-1 apd in
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Circuits intégres

Deuxiéme partie: Circuits integres digitaux

CHAPITRE I: GENERALITES

1. . Note d’introduction

La présente publication doit &tre utilisée avec les Publigations ™7-1~pt 748-1 qui
donnent les informations de base sur:

— la terminologie;
— les symboles littéraux;

— les valeurs limites et les caractéristiques . €s,

—~ les méthodes de mesure;
— la réception et la fiabili
1. Domaine d’application

bus-catégories
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1.

2.

SEMICONDUCTOR DEVICES
Integrated circuits

Part 2: Digital integrated circuits

CHAPTER I: GENERAL

Introductory note

As| a rule, it will be necessary to use Publications 747-1 and 748
presept publication.

In |Publications 747-1 and 748-1, the user will find all basic ififar

— terfninology;

letger symbols;
— esspntial ratings and characteristics;
— mepsuring methods;

— acdeptance and reliability.

Scope

The present publiga
devicgs:

- Co mbinator

— Intpgrated circui

— Int

ollowing categories or sub-categories

the

of
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CHAPITRE II: TERMINOLOGIE ET SYMBOLES LITTERAUX

1. Terminologie pour les circuits intégrés combinatoires et séquentiels

1.1

Termes généraux

Note explicative

Une variable est une représentation physique de l'information. Une variable digitale est
le comportement ou la variation temporelle d’une grandeur physique avec un nombre fini
de gammes de valeurs, non enchevétrées. Une variable digitale peut étre utilisée pour la
transmission d’informations. Pour tenir compte de 'usage courant, on a choisi ci-dessous
des définitions simplifiées. Pour ce qui est des circuits digitaux, cela ne produira en

111

112

1.3

L1}

général ni ambiguité, ni confusion.

Variable digitale

Variation temporelle d’'une grandeur physique qui posséed i fde gammes
disjointes de valeurs et qui est utilisée pour i traitement
d’informations.

Notes 1. — La grandeur physique peut étre une tension, usm b
2. — Pour simplifier, chaque gamme de valeurs geut étre ¢ Q , par exemple

la valeur nominale.
Variable binaire
Variable digitale qui n’a q

Note. — Pour simplifier, chacune des
nominale.

mple la valeur

Gamme des val

niveau H».

entrée  peut

~s0it directement;

1.1.6

- soit indirectement, en changeant Ies conditions pour lesquelles Ie circuit réagit aux
signaux appliqués aux autres entrées.

Sortie «trois-états»

Sortie d’un circuit binaire qui est une source a impédance relativement basse ou un
élément qui absorbe le courant aux niveaux haut et bas et qui, en outre, dans des
conditions appropriées d’entrée, présente un état 4 haute impédance voisin d’un circuit
ouvert.

Note. — Dans les tables de fonctionnement et dans les matrices (séquentielles) de fonctionnement, on utilise
I'abréviation Z pour l'état & haute impédance.
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CHAPTER II: TERMINOLOGY AND LETTER SYMBOLS

1. Terminology for combinatorial and sequential integrated circuits

1.1

General terms

Explanatory note

A signal is a physical representation of information. A digital signal is the
time-dependent behaviour or variation of a physical quantity with a finite number of
non-overlapping ranges of values. A digital signal can be used for transmission of
information or for information processing. Taking into account common practice,
simplfted—definittons—have—been—echosen—beloy Refers i checnits—this—will

generally produce no ambiguity or misunderstanding. ) )

Digital signal

The variation with time of a physical of
non- of
information.

Notes

ue.

Binary signal

A
Note.

Low range (of a binary signal

The range of least
Note. |— This ran

High range (Q

Th
Note.

Inp

A Jterimi tion
(output pattérn
— either/directly;

— or indirectly by modifying the ways in which the circuit reacts to signals at other
terminals.

Three-state output

An output of a binary circuit that is a relatively low-impedance source or sink at the
high and low levels and, in addition, under appropriate input conditions, provides a
high-impedance state approaching an open-circuit.

Note. — In function tables and function (sequential) matrices, the abbreviation Z should be used for the high-
impedance state.
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1.2 Termes relatifs a la fonction

1.2.1 Configuration d’entrée (d’'un circuit binaire)

Combinaison des niveaux L et H aux différentes entrées du circuit a un instant donné.

1.2.2  Configuration de sortie (d’un circuit binaire)
Combinaison des niveaux L et H aux différentes sorties du circuit 4 un instant donné.

Note. — Lorsque aucune ambiguité ne peut en découler, une configuration de sortie peut étre représentée par le
niveau (exprimé par L ou H) de la variable & une sortic du circuit déterminée (la sortie de référence).

1.2.3 Table de fonctionnement

Représentation des relations nécessaires ou possibles entre lfs valeyurs¢des variables

En général:

- chaque colonne indique les valeurs des variablé i une sortie

du circuit digital;

- chaque ligne indique la combinaison deg valey i digitales auk entrées et
les valeurs correspondantes des signapX\digi i

e, elle doit

Tuence, elle

s digitales
e qui, pour
les valeurs

nécessaire car

Higitales.

onfrguration; ou changement de configuration, d’entrée qui peut:

~ provoquer la modification de configuration de sortie, soit directement, soit [eu égard a
un état de préparation préalablement existant;

— ou placer le circuit dans un état de préparation;
- ou effacer ou modifier un état de préparation déja existant.
Notes 1. — La répétition, ou la réitération, d’'une excitation donnée ne produit pas forcément le méme effet.
2. — Dans certains cas, une excitation peut aussi maintenir une configuration de sortie qu'elle pourrait
avoir produite. .

1.2.6 Niveau actif (d'une variable digitale d’entrée d’'un circuit séquentiel)

Niveau d’une variable digitale d’entrée susceptible de provoquer une excitation.
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1.2 Terms related to functions

1.2.1 Input configuration (input pattern) (of a binary circuit)

A combination of the L-levels and H-levels at the input terminals at a given instant.

1.2.2  Output configuration (output pattern) (of a binary circuit)
A combination of the L-levels and H-levels at the output terminals at a given instant.
Note. — When there is no possibility of ambiguity, the output configuration (output pattern) may be represented

by the level (expressed as L-level or H-level) of the signal at a stated output terminal of the circuit (the
reference output terminal).

1.2.3 Function table

igital
igital

fical

A Fepresentation of the necessary or possible relations between the
signals at the inputs and the outputs of a digital circuit, these
signals being indicated either by using electrical values directly or
signifficance of the symbols (e.g., L and H for binary circuits),

Generally:

— evgry column indicates the values of the digital signa of
thq digital circuit;

— evgry line indicates the combination of values o digi i and
thd resulting values of the digital sip;

— whenever the value of the digital be
indicated by a question mark;

- wh be
indicated by the symbd

1.2.4  Trus

A |representation ital

variables and gifal variables, by means of a table which,|for

each | possible ina ¢ values of the independent variables, gives [the

appry

Note. table” and “truth table” is fundamentally necessary, because the $ame

eral different logic operations, according to the arbitrary choice of| the
e digital variables to the values of the digital electrical quantities.

1.2.5 Exc

that tan;

— cause the circuit to change its output configuration (output pattern), either directly, or
in conjunction with an already existing state of preparedness;

— or put the circuit in a state of preparedness;
— or either cancel or modify an already existing state of preparedness.
Notes 1. — The repetition, or reiteration, of a given excitation will not necessarily produce the same effect.
2. — In some cases, an excitation can also maintain an output configuration (output pattern) which it
could have produced.

1.2.6  Active level (of a digital input signal to a sequential circuit)

A level of a digital input signal which can produce excitation.
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1.2.7  Transition active (d’une variable digitale d’entrée d'un circuit séquentiel)

Transition d’un niveau d’une variable digitale vers un autre niveau, susceptible de
produire une excitation.

Note. — Une transition active peut étre aussi sujette & des limitations provenant de la pente du signal.

1.2.8  Configuration de sortie stable (d'un circuit séquentiel)

Configuration de sortie que conserve un circuit aprés que Dexcitation qui I’a produite,
ou toute excitation qui pourrait l’avoir maintenue, ait été remplacée par une
configuration d’entrée qui ne soit pas une excitation,

ou bien:

configuration de sortie que prend un circuit en I’absence de toute excitation.

édirables tels que

produite, ou
tonfiguration

capacitif, temps

—_—

ut dépendre de
re.

irables tels que

—_—

pour chaque
, ecte, la (les)
fgukation(s)\ de sortie qui résulte(nt) de la transition d’une configurafion d’entrée
1 e autre configuration d’entrée.

Note. Sil 4 a lieu, on pourra compléter une matrice (séquentielle) de fonctionnement par des|données ou par

des détails supplémentaires relatifs aux conditions de temps (par exemple, temps de trasition pour les
wim obtenir la

nouvelle configuration de sortie désirée).

1.2.12  Entrée de préparation

Entrée sur laquelle I’application d'une variable digitale peut modifier la fagon dont le
circuit réagit aux variables appliquées aux autres entrées, mais sans entrainer directement
un changement de la configuration de sortie du circuit.

1.2.13  Entrée d’autorisation

Entrée qui, lorsqu’elle est active, permet a4 une ou plusieurs opérations spécifiques de
débuter.
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1.2.7 Active transition (of a digital input signal to a sequential circuit)

A transition from one level of a digital input signal to another level, which can
produce excitation.

Note.

— An active transition may also be subject to limitations arising from the slope of the signal.

1.2.8 Stable output configuration (output pattern) (of a sequential circuit)

An output configuration (output pattern), in which the circuit will remain after the
excitation that produced it, or any other that could have maintained it, has been
replaced by an input configuration (input pattern) which is not an excitation,

or:

an output configuration (output pattern) which the circuit takes up in the absence of

excit@tion.

Note.

1.2.9 Psel:do-stable output configuration (output pattern) (of a seque

A
that
inpu

Note.

1.2.10 M|

Notes

1.2.11  Fy

A
inpu

— Any short persistence of the output configuration (output pattern) due tg
capacitance, storage and propagation times, etc., is ignored.

output configuration (output pattern) which does
produced it, or other excitations that have maiptai

trangiti

be r

Note.

— Where approppfate, a function (sequential) matrix may be completed by additional data or d

goncerning tifne conditions (e.g., transition times for the input levels, delay time, duration of the
configuration to produce a desired new output configuration).

h

Ln

d

th

1.2.12  Preparatory input terminal

as

tion

an

as

nly,

of
by

as

each

can

etails
input

An input terminal through which an applied digital signal can modify the manner in
which the circuit reacts to signals at other input terminals, without directly causing a
change of the output configuration (output pattern) of the circuit.

1.2.13  Enable input

An input that when active permits one or more specific operations to be commenced.
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Notes 1. — Un signal d’autorisation peut:
a) soit permettre un ou plusieurs fonctionnements tant que le signal est maintenu a un niveau
spécifié;
b) soit activer un verrou permettant au fonctionnements de continuer méme aprés cessation du signal
d’autorisation.
2. — «Autorisation» est un terme générique. On peut le préciser grice a des qualificatifs convenables selon
les cas.

1.2.14 Entrée d’autorisation boitier
Entrée d’autorisation qui, lorsqu’elle est inactive, maintient le circuit intégré dans un
état de repos 4 puissance réduite.
1.2.15 Entrée de sélection boitier

Entrée d’autorisation qui, lorsqu’elle est inactive, interdit toute entrée ou sortie
d’informations vers ou a partir du circuit intégré.

1.2.16 Entrée d’autorisation pour la sortie

Entrée d’autorisation qui, lorsqu’elle est inactive, mations du
circuit intégré.

Note. — Lorsqu’il n’y a pas autorisation, les sorties peuvent & 2 a 2 a létat haute

1.2.17 Entrée d’autorisation d’écriture

Entrée qui, lorsqu’elle es les stocker

dans la mémoire.

1.2.18  Entrée d'inhibition

Entrée qui, opérations

spécifiques.

Notes 1. ils soulignent

qu’elle aurait
bition permet

1.2

1.2 onctionnement par transition

. .

Entrée Gt est—aetive (\.«auo\.« 3837 \,Au;tatiuu) dans—un—seul—des—sens—de—transition ou
entrée qui cause une excitation seulement si la vitesse de variation d’un niveau a un
autre est suffisamment grande.

1.2.21 Positionnement d un état spécifié
(1) (ISO) Faire prendre a un compteur I’état correspondant 4 un nombre spécifié.

(2) (ISO) Mettre un dispositif de stockage dans un état spécifié, généralement différent
de celui qui correspond a zéro.

Note. — A distinguer de «restauration».
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Notes 1. — An “enable” signal may either:
a) permit one or more operations to be performed while the signal is maintained at a specified level,
or
b) operate a latch that will allow an operation to continue even after the “enable” signal has been
removed.
2. — “Enable” is a generic term. It may be qualified by suitable descriptive adjectives as required.

1.2.14  Chip-enable input

An enable input that when inactive causes the integrated circuit to be in a
reduced-power stand-by mode.

1.2.15  Chip-select input

An[enable input that when inaclive prevents both input and output /of dara to pnd
from|the integrated circuit.

1.2.16  Oufput enable input

An| enable input that when inactive prevents the output ted

circuit.

Note. — When not enabled, the outputs will assume a low level, /3 BVE \ ng/ (high-impeddnce)
state, depending on the design of the particular circuit.

1.2.17 Wrfte-enable input

An| input that when active permits\dataNoN\h ereéd emory for storage.

ore specific operations from bging

eqableNinpuyt “disab
inactive;” a~didable

Jes or prevents the operations that it would permit if agtive.
input permits the operation(s) to be performed that it would

1.2.19 Le

An
activg lev

¢s to be active (to cause excitation) as long as it remains at| an

1.220 T rTnsition-opera éd input

An input that is active (causes excitation) only on one of the two directions of
transition or an input that causes excitation only if the rate of change from one level to
another is sufficiently large.

1.2.21  Set

(1) (ISO) To cause a counter to take the state corresponding to a specified number.

(2) (ISO) To place a storage device into a specified state, usually other than that
denoting zero.

Note. — Contrast with “reset”.
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1.2.22  Restauration a l'état initial
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(1) (ISO) Faire prendre a un compteur I’état correspondant a un nombre initial spécifié.

(2) (ISO) Remettre un dispositif de stockage dans état initial

nécessairement dans celui qui correspond a zéro.

un

Note. — A distinguer de «positionnement».

1.3  Types de circuits

1.3.1

Circuit digital

prescrit,

pas

Circuit qui est congu pour fonctionner avec des variables digitales tant en entrée(s)

qu’en sortie(s).

1.3

3.3 Circuit (digital) combinatoire

3.4  Circuit (digital) séquentiel

Qard, etc.).
3.5 Circuitcombi

Notes 1. — 11 est sous-entendu, dans cette définition, que lalimentation contipy
sortie.
2. — Dans certains circuits digitaux, par exemple les circuits astables

.2 Circuit binaire

du circuit.

Circuit digital pour lequel
pour chaque combinaison d

Circuit digital
d’entrée qui co

Note. — Ces cpmbi

re qui n’a quune borne de sortie et dans lequel
qui n’apparait qu’une fois dans la table de foncti

P’état de la variable de sortie {(qui n’apparait qu'une seule fois dan

Suivant la relation entre les états L et H des variables et les valeurs binaires 0 et |
Boole, on peut réaliser les opérations logiques suivantes au moyen de quatre circuit

élémentaires: ET, OU, NON-ET, NON-OU.
2. — On peut réaliser des circuits combinatoires non élémentaires & l'aide de circuits
élémentaires ou a l'aide de circuits combinatoires élémentaires et d’inverseurs.

1.3.6  Circuit bistable

entrée, ni une

pas exister.

es variables
sortie.

Emoire interne,

I’état de la
nnement si,
I’état L.

la table de
combinatoires

de l'algébre de
combinatoires

combinatoires

Circuit séquentiel qui a deux, et seulement deux, configurations de sortie stables.

Notes 1. — Cette grande classe peut é&tre subdivisée en sous-classes, eu égard au nombre et

aux types de

configurations de sortie méta-stable ou pseudo-stable du circuit et au nombre d’excitations appropriées

nécessaires pour changer de configuration de sortie stable.
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1.2.22 Reset
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(1) (ISO) To cause a counter to take the state corresponding to a specified initial

number.

(2) (ISO) To restore a storage device to a prescribed initial state, not necessarily that

denoting zero.

Note. — Contrast with “set”.

1.3  Types of circuits

1.3.1 Digital circuit

A circuit which is designed to operate by means of digital signals at the input(s) and

at th¢ outpui(s).
Notes |. — In this definition, it is understood that “inputs” and “outputs” exclude static
. — In some digital circuits, e. g. certain types of astable circuits, the input(s)
1.3.2  Bindry circuit
A igital circuit designed to operate with binary signal
Note. |— The pairs of ranges of values of the binary signals may b€
1.3.3  Combinatorial (digital) circuit
A |digital circuit in which there ital
signa
1.3.4 Sequential (digital) circuit
A (igital circuit in w, at
the ipputs for which t ital
signals at the outputs
Note. |— These copabinatio hory,
delay, e
1.3.5 Elen
A in
which th and
only |i all
in th
Notes the
According™o the assignment of the signal values L and H to the binary values 0 and 1 of Boglean
algebra, the following logic operations can be realized by means of the four types of elemeptary
combinatorial circuits: AND, OR, NAND, NOR.
2. — Non-elementary combinatorial circuits can be formed by combining elementary combinatorial circuits

or by combining elementary combinatorial circuits with inverters.

1.3.6  Bistable circuit

A sequential circuit which has two, and only two, stable output configurations (output

patterns).

Notes 1. — This broad classification can be divided into sub-classes according to the numbers and kinds of
pseudo-stable and meta-stable output configurations (output patterns) available and the number of
applications of appropriate excitations required to change from one stable output configuration

(output pattern) to the other.
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2. — Une configuration stable de sortie d’un circuit bistable peut étre exprimée par le niveau L ou le
niveau H a la borne de sortie prise comme référence.
3. — Le terme «circuit bistable» est utilisé comme terme générique pour couvrir toute la gamme des

circuits séquentiels ayant deux, et seulement deux, configurations de sorties stables.

Il peut étre utilis¢ seul pour n’importe quelle classe de circuits bistables, quand il n’en résulte ni
ambiguité ni confusion. En particulier, le terme abrégé «circuit bistable» est souvent utilis¢ pour les
circuits bistables nécessitant une seule excitation.

1.3.6.1 Circuit bistable a déclenchement par transition

Circuit bistable ayant une ou plusieurs entrées a fonctionnement par transition.

1.3.6.2 Circuit bistable a déclenchement par impulsions

Circuit bistable nécessitant la présence d’un signal & une entrée de préparation avant
une premiére transition d’un signal 3 une entrée de déclenchement, et son maintien aprés
une deuxiéme transition se produisant 4 la méme entrée de ddclenchement,|et qui est
susceptible de provoquer le changement d’état des sorties.

Note. — Cette définition n’exclut pas la possibilité que les temps minima de maintien

puissent étre négatifs.

1.316.3  Circuit bistable a verrouillage de sortie

Circuit bistable nécessitant la présence des préparatign avant et
aprés la transition du signal a l'entrée d qui ne provofue pas le
changement d’état des sorties.

1.3{7 Circuit monostable

plus général du terme. Le sens dqui est donné
suppose qu’en plus de la configuration stable il existe au

2. — En géné & ircui Suyyvent avolr’une ou plusieurs configurations de sortie éta-stable ou

i

(7

8 Circui

Circuit 3 i utiliser pour augmenter le nombre des entrées jouant le

r lequel, a
de sortie.

10_, Association maitre-esclave

Association de deux circuits bistables, de sorte que I'un d’entre eux, appelé «esclave»,
reproduise la configuration de sortie de l'autre circuit, appelé «maitre». Le transfert de
I'information du maitre a ’esclave s’effectue grace a un signal approprié.

1.3.11 Registre

Association de circuits bistables grice & laquelle une information peut étre enregistrée,
conservée et restituée.

Note. — Le registre peut faire partie d'une autre mémoire et a une capacité spécifiée.
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2. — A stable output configuration (output pattern) of a bistable circuit can be expressed by the L-level or
the H-level of the reference output terminal.
3. — The term “bistable circuit” is used as a generic term to cover the whole range of sequential circuits

with two, and only two, stable output configurations.

It may be used by itself for any kind or class of bistable circuits, when such use does not result in
ambiguity or misunderstanding. In particular, the abbreviated term “bistable circuit” is often used for
the single excitation bistable circuits.

1.3.6.1 Edge-triggered (transition-operated) bistable circuit

A bistable circuit having one or more transition-operated inputs.

1.3.6.2  Pulse-triggered bistable circuit

A bistable circuit requiring that a signal at a preparatory input be set up with respect
to a| first transition of a signal at a triggering input and be held with respectip a
seconjd transition occurring at the same triggering input and possibly [£alsipg\the,Qutputs
to clange state.

Note. |— This definition does not preclude the possibilities that minimum be
negative.
1.3.6.3 Data-lock-out bistable circuit
A |bistable circuit requiring that the signals at A its be set up jand
held |with respect to that transition of the triggering-i igd t_does not cause|the
outpyts to change state.
1.3.7 Monostable circuit
A [sequential circuit which has only configuration (output pattern)
Notes |I. — The definition abeVd_is giyeain \ . In present usage, the term “monostable
circuit” 1 & tput configuration (output pattern) in addition
to the stable gutput
2. — In general, more meta-stable and/or pseudo-stable oftput
configurationg
1.3.8 Exppnder circ@

An
influ : i without modifying the function of the associated cirquit.

1.3.9  Bing

Blta y as only one input terminal and one output terminal, and in
whic i L (H) at the input produces a signal value H (L) at the output.

1.3.10 Masterislave arrangement

An arrangement of two bistable circuits such that one of them, called the ‘slave”,
reproduces the output configuration of the other circuit, called the “master”. The transfer

of information from the master to the slave is produced by means of an appropriate
signal. '

1.3.11  Register

An arrangement of bistable circuits by means of which information may be accepted,
stored, and retrieved.

Note. — The register may form part of another memory and is of a specified capacity.
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1.3.12  Registre a décalage

Registre qui, grace a un signal de commande approprié, peut transférer I'information
d’un circuit bistable au suivant, la séquence étant préservée.

1.3.13  Compteur

Circuit séquentiel organisé pour enregistrer des nombres et qui permet de les
augmenter ou de les diminuer d’une constante définie, y compris I'unité.

1.3.14 Décodeur digital (a circuit intégré)

Arrangement d’é¢léments logiques (ou I’équivalent) qui choisit une ou plusieurs voies de
sortie selon la combinaison des signaux présents a lentrée.

2 14 A 1 o Ll
1.. 'y g NTCSTUUTIOZIYUC— Prograrminauic

Circuit intégré consistant en un réseau d’opérateurs ifs) logiques

connexions
s fonctions

Note. — Le réseau logique programmable comporte en général y [ commandant

1.4  Termes relatifs aux valeurs limites et aux cayactéyi
1.4.1 Tension de seuil (d’entrée)

Niveau de tension d’ent
d’état logique.

de changer

flifférence entre

T+ VIT—

= Viee—Virn-

positive Vir,, Vip

Facteur qui indique le rapport du courant d’entrée d’une borne d’entrée [spécifiée au
courant d’entrée d’un circuit particulier qui est choisi comme charge de référence.

Note. — On choisit de préférence la charge de référence de telle fagon que le facteur de charge d’entrée soit un
nombre entier.

1.43 Capacité de charge de sortie (d’un circuit digital bipolaire)

Facteur qui indique le rapport du courant maximal de sortie d’'une borne de sortie
spécifiée d’un circuit digital au courant d’entrée d’un circuit particulier qui est choisi
comme charge de référence.

Note. — On choisit de préférence la charge de référence de telle facon que la capacité de charge de sortie soit
un nombre entier.
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1.3.12  Shift register

A register that, by means of an appropriate control signal, can transfer information

between consecutive bistable circuits with the sequence being preserved.

1.3.13  Counter

A sequential circuit for storing numbers that permits such numbers to be incremented

or decremented by a defined constant, including unity.

1.3.14 Digital decoder (integrated circuit)

An arrangement of logic elements (or the equivalent) that selects one or more output

channels according to the combination of input signals present.

1.3.15 Prpgrammable logic array (PLA)

with|a fixed interconnection pattern in which connections can be\ mad
manyfacture to perform specific logic functions.

Note.|— The PLA is typically a large set of AND gates driving several OR

1.4 Termgs related to ratings and characteristics

1.4.1  (Input) threshold voltage

The input voltage level that, when “srossdd, e es ‘am\Qutput to change its logic st

Note.

1.4.1.1 P
The input threshold\vo wine ¢ is rising.
Note.
1412 N
- THE i ; oltage when the input voltage is falling.
ub-cldlse 1.4.1.

Note. |— See™Note/to

1.4.2  Input doading fastor (of a bipolar digital circuit)

¢ difference between the positive-goin

1its)

Mfter

ate.

t and

A Tactor which indicates the ratio of the input current of a specified input terminal of a
digital circuit to the input current of a particular circuit which is chosen as a reference load.

Note. — The reference load should preferably be chosen in such a way that the input loading factor becomes an

integer.

1.4.3  OQOutput loading capability (of a bipolar digital circuit)

A factor which indicates the ratio of the maximum output current of a specified
output terminal of a digital circuit to the input current of a particular circuit which is

chosen as a reference load.

Note. — The reference load should preferably be chosen in such a way that the output loading capability

becomes an integer.
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144 Temps de préparation (temps d'établissement)

Intervalle de temps entre l’application d’un signal qui est maintenu & une borne
d’entrée spécifiée et une transition active ultérieure spécifiée se produisant a une autre
borne d’entrée.

Notes 1. — On mesure le temps d’établissement entre les instants ou les grandeurs des deux signaux atteignent
des valeurs spécifiées situées dans la zone de transition entre deux niveaux de signal.
2, — Le temps d’établissement est le temps qui s’écoule entre l'application des deux signaux; il peut étre

insuffisant pour obtenir le résultat escompté. On spécifie une valeur minimale qui est le temps le
plus court pour lequel un fonctionnement correct du circuit digital est garanti.

3. — Le temps d’établissement peut avoir une valeur négative; dans ce cas, la limite minimale définit
I'intervaile le plus long (entre la transition active et l'application de l'autre signal) pour lequel un
fonctionnement correct du circuit digital est garanti.

—

4.5 Temps de maintien

Intervalle de temps pendant lequel un signal est maintenu a one borné\d’entrée spécifiée

atteignent des

t ix; il peut étre
insuffisant pour obtenir le resultat escompté. O esifi % ini ilest le temps le

3. — Le temps de maintien peut avoir une vat€ur e 'dA : imi pinimale définit
i icati pour lequel un

—_—

4.6 Temps de résolution

Intervalle de temps entre I'impulsion

d’entrée suivante appliquée
Notes 1. — On mes trée atteint des

msuffisant pour
est le temps le

haut)
dispositif est

r les essais, par

ale a lentrée et la
ite inférieure de la gamme des valeurs du niveau haut & l'entrée est généralement| utilisée comme
weau de référence spécifié.

vaut)

Intervalle de temps entre des points de référence spécifiés sur le flanc de I'impulsion
de sortie, lorsque la sortie évolue vers le niveau bas (haut) et qu’un signal d’entrée
spécifié est appliqué a travers un réseau spécifié, la sortie étant chargée par un autre
réseau specifié.

1.49 Temps dautorisation

Intervalle de temps entre un point spécifié sur la transition du signal d’autorisation et
un point spécifié sur la forme d’onde de sortie qui représente le début du
fonctionnement prévu.
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1.44 Set-up time

The time interval between application of a signal that is maintained at a specified
input terminal and a specified subsequent active transition at another input terminal.

Notes 1. — The set-up time is measured between the instants at which the magnitudes of the two signals pass
through specified values within the transition of the signal levels.
2. — The set-up time is the actual time between two signals and may be insufficient to accomplish the

intended result. A minimum value is specified that is the shortest interval for which correct
operation of the digital circuit is guaranteed.

3. — The set-up time may have a negative value, in which case the minimum limit defines the longest
interval (between the active transition and the application of the other signal) for which interval
correct operation of the digital circuit is guaranteed.

1.4.5 Holdtime

Thq time interval during which a signal is retained at a specified ter

an aclive transition occurs at another specified input terminal.

Notes J. — The hold time is measured between the instants at which the maghi: bass

through specified values within the transition of the signal levels.

2 — The hold time is the actual time between two signals and
intended result. A minimum value is specified that is
operation of the digital circuit is guaranteed.

— The hold time may have a negative value, in whic

the
rect

Best
rval

1.4.6 Reso
Thg of
the n
Notes ignal
that
hich
1.47 High
Thd reference points on the input and on the output
pulsed ) the low-(high-)level and when the device is driyen
and 1 of stated types.
Notes 1. &l the driving and the loading circuits may be replaced for test purposes| by
i A\ate works which must be specified.
3 & >bftween the upper limit of the input low range and the lower limit of the irfput

148 H'll ] a0 1 I 1/ 1 I ¢ Lesertaed } STPY e o
T lgll LCVEL U TUWTRICYEL [HUWTICVYELD TU THGNTICYeL ) T nstiturt irmc

The time interval between specified reference points on the edge of the output pulse
when the output is going to the low-(high-)level and when a specified input signal is
applied through a specified network and the output is loaded by another specified
network.

1.4.9 Enable time

The time interval from a specified point on the transition of the enabling signal to a
specified point on an output waveform that represents the commencement of the intended
operation.
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Intervalle de temps entre un point spécifi¢ sur la transition du signal d’inhibition et un
point spécifi¢ sur la forme d’onde de sortie qui représente la fin du fonctionnement

concerneé.

1.4.11 Temps d’autorisation en sortie (pour une sortie «trois états»)

Intervalle de temps entre les points de référence spécifiés sur les formes d’onde des
tensions d’entrée et de sortie, lorsque la sortie «trois états» change d’un état a haute

impédance 4 'un des niveaux actifs (haut ou bas) définis.

1.4.12  Temps d'inhibition en sortie (pour une sortie «trois états»)

actifs (haut ou bas) définis a I’état 3 haute impédance.

4.13 Durée (largeur) d’une impulsion

—

Intervalle de temps séparant des points de
I'impulsion.

[y

4.14 Temps de validation

Intervalle de temps pendant lequel
signal d’entrée doit étre valide.

wWbinatoires élémentaires

[\

1.1 Types de circuits combinatoires élémentaires et leur table de fonctionnement

d’onde des
des niveaux

5 flancs de

e_est valide ou durapt lequel un

a suite d’un
et intervalle,

brme d’onde
u de sortie)

a) Circuit ET (état L), OU (état H)

Entrées Sortie
A B C oo Q
LLL.... L. i L
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1.4.10 Disable time

— 35 —

The time interval from a specified point on the transition of the disabling signal to a
specified point on an output waveform that represents the cessation of the affected
operation.

1.4.11 Output enable time (of a three-state output)

The time interval between the specified reference points on the input and output
voltage waveforms, with the three-state output changing from a high-impedance (off) state
to either of the defined active levels (high or low).

1.4.12  Qutput disable time (of a three-state output)

The

voltag
levels

time interval between the specified reference points on the input a
e waveforms, with the three-state output changing from either
(high or low) to a high-impedance (off) state.

1.4.13  Pukse duration (width)

Th¢

pulse

time interval between the specified reference poi

waveform.

1.4.14  Valid time

The¢ time interval during which 3

signa

must be valid.

1.4.15 Oupput data-valid time

Th
of in
intery

14.16 Eq
Th

a diai
circuft.

2. Examp

2.1 Elemgqntary combin

orial circuits

outlput

live

the

the

of
ary

2.1.1 Types of elementary combinatorial circuits and their junction tables

a) L-AND, H-OR circuit

Inputs Output
ABC ..o Q
LLL Lo L
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b) Circuit NON-ET (état L) NON-OU (état H)

(pour

Entrées Sortie
A B C e Q
LLL.... L. H
Toutes combinaisons avec H....................... L
¢) Circuit ET (état H), OU (état L)
Entrées Sortie
A B C oo /\( Q
N
HHH

E\\

SN

C

Entréss

d) Circuit NON-ET (@Q U (é/ t L)
/X

Sortie

Q

L

AV
outegcombinajsons\qvee LQ ...............

O/

) Inverseur binaire

Entrée Sortie
L H
H L

deux relations possibles entre les états L et H des variables et

Palasabs

d’opérations logiques au moyen de circuits combinatoires élémentairds

les valeurs

hinairec—0 at
DS U—et

1 _de do—R. 1o
ST ATEVUTV UL ITUUIT)

Circuit Relations
L=1 L0
Type Nom H20 Hal
a ET (état L), OU (état H) ET ou
b NON-ET (état L), NON-OU (état H) NON-ET NON-0OU
c OU (état L), ET (état H) ou ET
d NON-OU (état L), NON-ET (état H) NON-OU NON-ET
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b) L-NAND, H-NOR circuit

Inputs Output
ABC oo Q
LLL Lo H
All combinations with H ......................... L
¢) H-AND, L-OR circuit
Inputs Output

N

&\

All combinations with L

\

d) H-NAND, L-zyc{m

npu(s (\\ Opul
ABC .. >\\\ ..... x/ Q

y\\\\( N
B

9,

e)

inary inverter

}{put Output
e
L H
H L

2.1.2 Realization of

operations by means of elementary combinatorial circuits

(f0~ fivo—_nassible nteof the cional valuac T and IT to tha hinory vyaliiac () on
two—possible—assignments—ofthesignal values and Hto—thebinary values 0—an
of Boolean algebra)
Circuit Assignment
L=1 L=0
T N
ype ame H20 Hz1
a L-AND, H-OR AND OR
b L-NAND, H-NOR NAND NOR
c L-OR, H-AND OR AND
d L-NOR, H-NAND NOR NAND
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2.2 Principe de caractérisation des circuits bistables et des circuits séquentiels afférents, montré
par des exemples et employant la désignation littérale
Avant-propos |

Deux modes de représentation des matrices (séquentielles) de fonctionnement sont
indiqués.
2.2.1 Préambule
2.2.1.1 Si le signal appliqué a une borne d’entrée est actif:

- lorsqu’il occupe le niveau H,

— ou lors de la transition du niveau L vers le niveau H,

la_lettre qni rpprs'rcpnfp cette _entrée est écrite_sans barre

Exemples: R, S, J...

Si le signal appliqué & une borne d’entrée est actif:

— lorsqu’il occupe le niveau L (c’est-a-dire LORSQU’ EAU H),

— ou lors de la transition du niveau H vers J& hivea i.a-dite LORS DE LA
TRANSITION QUI N’EST PAS DU NIVE

la régle qui

D*; Q est la

bistable, les

i L ou leur

et Q* sont
désignant le

de Q* sont

Exemples: RS(H), RS(L), RS(HL), RS(LH).

Si ce n’est pas exigé, les parenthéses et les lettres a I'intérieur peuvent étre omises.

22.1.4 Tous les autres types de bascules RS, R;Sg, JK, JK;, etc., peuvent étre décrits d’une
maniére analogue aux exemples qui suivent.

2.2.2  Circuits

2.2.2.1 Circuit RS (L)

Circuit dont les deux entrées R et S sont des entrées a fonctionnement en niveau.
L'une quelconque des entrées ne peut étre active que pour le niveau H seulement.
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2.2 Principle of characterizing bistable circuits and related sequential digital circuits, shown
by examples using letter designations
Foreword

Two different ways of presenting the (sequential) function matrices are quoted.

2.2.1 Preamble
2.2.1.1 1If the signal applied to the input terminal concerned is:
— active when it is at the H-level,

- or active during the transition from the L-level to the H-level,

then the letter which represents the input is used without a bar.

Exandples: R, S, I...

If the signal applied to the input terminal concerned is:
- active when it is at the L-level (i.e. NOT AT THE H-LEVED

— or |active during the transition from the H-level to the ovel e NG
THE TRANSITION FROM THE L-LEVEL TO T}

then the letter which represents the input is used
Examples: R, S, J...

In |cases of level/transition-operated
indicqtions, priority is given to the trs

ary

2.2.1.2 The output terminals
refergnce-output terminah

he

-

22.1.3 N(erally, i ble

circuit, the le

Th uratigh (output pattern) is stated by the letters H o L
or cambination§ thereof, : id brackets following the letters RS, when it occurs

If, |i ¢ e e tput configuration (output pattern), the levels at Q and |Q*
are 2 y thg/letters H and L are used, the first letter designating [the
level |4

If, |i eqpseudy-stable output configuration (output pattern), the levels at Q and |Q*
are the same, O one letter is used to designate these levels.

Examples: RS(H), RS(1), RS(H1), RS(.H)

If not required, the brackets and letters between them can be omitted.

2.2.1.4 All other types of RS, RsSg, JK, J;K; circuits, etc., can be described in a manner
analogous to the examples that follow.

2.2.2  Circuits
2.2.2.1 RS (L) circuit

A circuit having two level-operated input terminals R and S. Either input signal can
be active in the H-level only.
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La configuration d’entrée (R, S) = (L, H) conduit a la configuration de sortie (Q, Q*)
= (H, L). Le retour au niveau L de I’entrée S est sans effet.

La configuration d’entrée (R, S) = (H, L) conduit a la configuration de sortie (Q, Q*)
= (L, H). Le retour au niveau L de I'entrée R est sans effet.

La configuration d’entrée (R, S) = (H, H) conduit a la configuration de sortie
pseudostable (Q, Q*) = (L, L).. Le retour simultané des deux entrées du niveau H vers
le niveau L conduit 4 une configuration de sortie stable imprévisible. ‘

Note. — Pour des raisons techniques, dans certains cas, la configuration d’entrée (R, S) = (H, H) peut étre =
interdite.
Matrices (séquentielles) de fonctionnement: %

L
@@32 H | L 'T H L
©,

5|74

FIGURE 1

2.2

Circuit dont les deux entrées R, S sont des entrées a fonctionnement en niveau. L’une
quelconque des entrées ne peut étre active que pour le niveau L seulement.

La configuration d’entrée (R, S) = (H, L) conduit a la configuration de sortie (Q, Q%
= (H, L). Le retour au niveau H de I’entrée S est sans effet.

La configuration d’entrée (R, S) = (L, H) conduit a la configuration de sortie (Q, Q¥)
= (L, H). Le retour au niveau H de I’entrée R est sans effet:
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The input configuration (input pattern) (R,S) = (L,H) produces the output
configuration (output pattern) (Q, Q*) = (H, L). The return of the input signal at the S
terminal to the L-level produces no action.

The input configuration (input pattern) (R,S) = (H,L) produces the output
configuration (output pattern) (Q, Q*) = (L, H). The return of the input signal at the R
terminal to the L-level produces no action.

The input configuration (input pattern) (R, S) = (H, H) produces the pseudo-stable
output configuration (output pattern) (Q, Q*) = (L, L). The simultaneous return of both
input signals from the H-level to the L-level produces a non-foreseeable stable output
configuration (output pattern).

Note_—

technical reasons.

Funlction (sequential) matrices:

V4
U
—o
T

@@32 H L
@

Tirling diagram:

075174

FiGURE 1

2222 RS (H) circuit

A circuit having two level-operated input terminals R and S. Either input signal can
be active in the L-level only.

The input configuration (input pattern) (R, S) = (H, L) produces the output
configuration (output pattern) (Q, Q*) = (H, L). The return of the input signal at the S
terminal to the H-level produces no action.

The input configuration (input pattern) (R, S) = (L, H) produces the output
configuration (output pattern) (Q, Q*) = (L, H). The return of the input signal at the R
terminal to the H-level produces no action.
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(L, L) conduit a la configuration de sortie
pseudo-stable (Q, Q*) = (H, H). Le retour simultané des deux entrées du niveau L vers
le niveau H conduit 4 une configuration de sortie stable imprévisible.

Note. — Pour des raisons techniques, dans certains cas la configuration dentrée (R, §) = (L, L) peut étre

interdite.

Matrices (séquentielles) de fonctionnement:

R L H R H
3 L H L Qr S H L Q Q*
3| 2 @ @ L (\ Ho| L
3 @ @ 1 H L H
OIERERE H k ? {/a H | K
il
Diagramme des temps:
F LI
) L]
a .
?
o e— N N
|
076114
FIGURE 2
I est a fonctionnement par transition.
niveau L au niveau H de la variable, appliquée sur cetle entrée,

gment de la configuration de sortie.

tlelullale
2l L | H
s | v |
G)|a|ln]|t
1@ L | H

L HI{ Q]| Q
L | H
?
H | L
?
b L
x%r”
Zi e
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The input configuration (input pattern) (R, S) = (L, L) produces the pseudo-stable
output configuration (output pattern) (Q, Q*) = (H, H). The simultaneous return of both
input signals from the L-level to the H-level produces a non-foreseeable stable output
configuration (output pattern).

Note. — In some cases, the input configuration (input pattern) (R, S) = (L, L) may not be permitted due to
technical reasons. :

Function (sequential) matrices:

o

-
T

o]
i
T

Q-n

[
-
T
—
(@]
(%]
-
X

@)

Q*

Timipng diagram:

R

wl

b

076/74

2223 T circuit
A
Whe 3, Sig ied Yo the input terminal changes from the L-level to the H-lpvel,
1t p
T:r of thg input signal from the H-level to the L-level produces no action.

Fundtion” (sequential) matrices:

L B L I B T{L|H]| a]o

M| 2| ]|~ SEE

@4HL _ gTHL
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Diagramme des temps:

— | E
” [— | R

FIGURE 3

077]74

2224 Circuit T

Circuit dont I’entrée T est du type a fonctionnement par transition.

,

I | e 1L - I 4 1 . G | e hY
) W v paaaasc Ul aiveau 11 au aivead ) W7 ULv Id vallaUis, ap llq 4 a L

provoque le changement de la configuration de sortie.

ette  entrée,

Le retour de la variable d’entrée du niveau L vers le niv

Matrices (séquentielles) de fonctionnement:

-l
—
I
o
Q

4@HL ' H|L
@1L

Diagramme dex tem

T
~—
-
T

%

[ 1 [ 1
[ - L

FiGURE 4

078174

2.2 (définition générale)

Circuit—dont—tentrée—T—est—du—type 4 fonctionmmement par tramsition et Tentrée G du
type a fonctionnement en niveau.

Tant que I'entrée G est portée au niveau H, le circuit fonctionne comme un circuit T.

Tant que l'entrée G est portée au niveau L, la variable d’entrée T n’a plus aucune
action sur la configuration de sortie.

La configuration de sortie atteinte aprés une transition simultanée des variables aux
deux entrées est imprévisible lorsque la variable appliquée a l'entrée T passe du niveau L
au niveau H, quelle que soit la transition a I’entrée G.
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Timing diagram:

1 rurryue
o —I 1
L

o*

| [
I I

FIGURE 3

077174

2224 T circuit

A circuit having one input terminal, T, which is transition-operated.

Wllen the signal applied to the input terminal T changes from t
L-lev

Th

Func

i
-

H ala L

the

Tl I+ SN

3 H L
®

4@HL '
1

Timing diagram:

N
| N

078174
FIGURE 4

2.2.2.5 Ggneral T, circuit

A circuit having one transition-operated input terminal, T, and one level-operated input

terminal, G.

While the G input signal has the H-level, the circuit functions like a T circuit.

While the G input signal has the L-level, the T input signal has no effect on the

output configuration (output pattern).

The simultaneous change of both input signals produces a non-foreseeable output
configuration (output pattern) if the T input signal changes from the L-level to the
H-level and the G input signal changes, either from the L-level to the H-level, or from

the H-level to the L-level.
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G L H G L H
T L H L Q | ar T L H L Q Q*
@ 3l 2120 | H 7 L | n
112 4 @ L |H ? L | H
OOl XN NN | I
6 (M@ s lw | . H| L

T i
s |2 |3|G|H|L ) WL
@4 | s|lH L X H | L

D\

Diagramme des temps:

; 1 \ [
STy
] i
FIGURE 5

o7p|74

!
Q =—ud..... P -—! ......
Q. ! ?
.—._i ..... e _ﬂl ......
T o ———

FIGURE 6

080/74
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Function (sequential) matrices:

Q*

3e~
BCICE

®

//>;\

//,

E AL e
<</

Timing diagram:

A\
o'Q x\il) \ 1
079{74
FIGURE 5

o e o e —"— — —

080/74

FIGURE 6
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Matrices (séquentielles) de fonctionnement du circuit Tg (cas ou T est retardé par rapport a G):

G L H | L/H G L H | L/H

T H L Q| a T H L Q| Q

@LH %LH

2 |3
@O 1 || L |+ e
01O

4 {l v | % X tHH [t
@ H| L J’\\*(\
/H

H
q
Matrices (séquentielles) de fonctionnement du circuit T, u @dé par rapport a T):
L/H G GN L (L H
T L H L Q Q*
Q ZHOE

o~ 100 1-

2.2.2

deux entrées J et K sont du type a fonctionnement par transition et

Forsque la variable appliquée 4 la borne d’entrée J passe du niveau L au hiveau H,
elle conduit a la configuration de sortie (Q, Q*) = (H, L). Le retour de la variable
d’entrée sur la borne J vers le niveau L est sans effet.

Lorsque la variable appliquée a la borne d’entrée K passe du niveau L au niveau H,
elle conduit & la configuration de sortic (Q, Q*) = (L, H). Le retour de la variable
d’entrée sur la borne K vers le niveau L est sans effet.

Le passage simultané des variables appliquées sur les deux entrées du niveau L au
niveau H provoque le changement de la configuration de sortie.

Le retour de la variable appliquée sur 'une ou l'autre ou sur les deux entrées vers le
niveau L est sans effet.
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Function (sequential) matrices of the T circuit with T delayed with respect to G:

G | L|H]|LUH G} LJ|H]|LH

T H | L]l aQ]|ao T H | LJ|]Qa] QO

2 [ | | v 2 INE

Q@] |- |+ 3K
L o1 H | L

It e

32@HL 1.< H~JOL

Fung

5 | L JuH]| H <{\L/HH
N
/{ a | a
L | H
L | H
H| L
H| L

I‘l ile :l. applied 0 ne 24 inp erminag hanges om he e\e a the
H-level, it produces the output configuration (output pattern) (Q, Q*) = (H, L). The
return of the input signal at the J terminal to the L-level produces no action.

When the signal applied to the J input terminal changes from the L-level to the
H-level, it produces the output configuration (output pattern) (Q, Q*) = (L, H). The
return of the input signal at the K terminal to the L-level produces no action.

The simultaneous change of both input signals from the L-level to the H-level
produces change-over of the output configuration (output pattern).

The return of either, or both, input signals to the L-level produces no action.
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Matrices (séquentielles) de fonctionnement:

K L H K L H

J L H L]l oo JlL H L |l a e
OIEREROIENE %L H
HOOIER ERE l % e fw
4 4@@}1 L 1 H| L
W@ 2] 1] n]L ! HL

Diagramme des temps:

T

081/74

sitions de H

dont I'entrée D et I'entrée G sont du type a fonctionnement en niveau.

Aussi longtemps que lentrée G est portée au niveau H, la sortie de [référence Q
OCCUPE & MENTE Tveau que | emntrée D

Au moment de la transition du niveau H vers le niveau L de l’entrée G, la
configuration de sortie est maintenue.

Aussi longtemps que le niveau L est maintenu en G, la variable d’entrée appliquée sur
D est sans effet.

La transition simultanée des variables appliquées sur les deux entrées conduit a une
configuration de sortie imprévisible, si la variable appliquée sur G passe du niveau H au
niveau L et la variable appliquée sur D passe soit du niveau L au niveau H, soit du
niveau H au niveau L.
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Function (sequential) matrices:

K L H K L H

Jl H L |l alca J | H L]l a |
@ 4| 3 @ L |H L | H
HOIOIEN N ! %g o |
4 | 4 @ @ HIL H L
Wil 2 {1l ult A L

Timing diagram:

081]74

2227 (T

De

but where the input signals are active during [the
chang

2228 D,

A ¢gircuit<hdving tyo level-operated input terminals D and G.

Whilethe G input signal has the H-level, the level at the reference output terminal Q
is the same as the Ievel of the D input signal.

When the G input signal changes from the H-level to the L-level, the output
configuration (output pattern) is maintained.

While the G input signal has the L-level, the D input signal has no effect.

The simultaneous change of both input signals produces a non-foreseeable output
configuration (output pattern) if the G input signal changes from the H-level to the

L-level and the D input signal changes either from the L-level to the H-level, or from
the H-level to the L-level.
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Matrices (séquentielles) de fonctionnement (ces matrices ne s’appliquent que dans le cas ou
D est retardé par rapport 4 G):

D |LH| H L (O RO D |L/H| H L a |ar

@2®LH ' L | H
@@1HL R

Diagramme des temps:

082174

2229 Circuit Dg
Circuit dont le eau.

be le méme

hiveau L au
H, soit du

Matrices (séquentielles) de fonctionnement (ces matrices ne s’appliquent que dans le cas ou
D est retardé par rapport @ GJ:

(o]l
-
I
ol
-
T

D L H|LH]|| Q Q* D L H|LUHY CQ Q*
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Function (sequential) matrices (these matrices apply only for the case where D is delayed
with respect to G):

D {LH| H L a | Q D |UH] H L Q | Q

®
@@1HL %1HL

Timing diagram:

082]74

2.2.2.9 D circuit

A ¢gircuit having two 9

While the G inpuf dgng el,~the fevel at the reference output terminal Q

is thel same as ;e 1
When the it

from the L-level to the H-level, the output
configuration (outp 2

While the G Sap H-level, the D input signal has no effect.

Thg gaus” change of both input signals produces a non-foreseeable output
configurati gttern) if the G input signal changes from the L-level to [the
H-lev € D\input signal changes either from the L-level to the H-level, or friom

the H

Function (sequential) matrices (these matrices apply only for the case where D is delayed
with respect to G):

ol
-
T
2]
-
T

D L H | LH]| Q Qr D L H|LHI| C Q*

L | H T%LH
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Diagramme des temps:

p— T LI LI LML |
a—1 LT L1

Q*

083174
FIGURE 9

202.2.10 Circuit D;

Circuit dont I’entrée D est du type a fonctionnement en x

T du type a
fonctionnement par transition.

Une transition, sur I’entrée T, du niveau L vers

sortie Q de
référence 4 prendre le méme niveau que Uentrée D

Une transition sur entrée T du niveau

nduit 4 |maintenir la
configuration de sortie.

Aussi longtemps que Ventrée T est mai g ou au niveau I

, la variable
appliquée sur D est sans effe

nt que dans

*

D L H [ L/H Q Q*

N
/\>

H Q
O
@k | BE
@ H
H

Diagramme des temps:

SO I B D S B I I O S
S e I e O Mo

— |
o —

084/74

FIGURE 10
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Timing diagram:

N O A o I I e
08374
FiGURE 9

22210 - circuit

A [circuit having one level-operated input terminal, D, and one tpans
terminal, T.

Thie change of the T input signal from the L-level to the H-levg
refergnce output terminal Q a level which is the same as/fheNgw¥el %

When the T input signal changes from the
configuration (output pattern) is maintained.

While the T input signal has either the L-lg
no effect.

Function (sequential) matrices (the folle
delayed with respect to T):

T L H[\ \/\
U

Q >o D | L|H|uH
@%\ H '
N

©

// - @\N//\-g

&
H
1N)L |

igput

the

nal.

tput

has

where ID is
a | o
L H
L H
H L
H L

Timing diagram: .

o LI LM e

S e I e B ipliglin

o L —
S | | L

FiGUre 10

08474
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22211 Circuit Ds

Circuit dont Ientrée D est du type a fonctionnement en niveau et I'entrée T du type a
fonctionnement par transition.

Une transition, sur l'entrée T, du niveau H vers le niveau L améne la sortic de
référence Q a prendre le méme niveau que l'entrée D.

Une transition, sur ’entrée T, du niveau L vers le niveau H conduit au maintien de la
configuration de sortie.

Aussi longtemps que ’entrée T est maintenue au niveau L ou au niveau H, la variable
appliquée sur D est sans effet.

Matrices (séquentielles) de fonctionnement (les matrices suivantes s’appliquent dans le cas

2.2

212 JCirci

ou D est retardé par Tapport @ 1);

oy
D)
L

D |[LUH{H| LIl a]|a L/\K

N

X
@1LH | LT 4
@@4”%@1 |1
Ly

o85/74
FiGURE 11

R8s (L)

Circuit—domnt—tes—trois—entréesR;—S—et—G—sontdutype & forctonmmenment —en niveau et
pour lesquelles le niveau actif est le niveau H.

Aussi longtemps que l'entrée G est maintenue au niveau H, le circuit fonctionne
comme un circuit RS (L).

La transition du niveau H vers le niveau L, sur l’entrée G, conduit & maintenir la
configuration de sortie pour autant qu’elle ne soit pas pseudo-stable.

Si la configuration de sortie est pseudo-stable, c’est-a-dire si (Q, Q*) = (L, L), le
passage de la variable appliquée sur G du niveau H vers le niveau L conduit 4 une
configuration de sortie imprévisible.
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2.2.2.11  Dx circuit

A circuit having one level-operated input terminal, D, and one transition-operated input
terminal, T.

The change of the T input signal from the H-level to the L-level produces at the
reference output terminal Q a level which is the same as the level of the D input signal.

When the T input signal changes from the L-level to the H-level, the output
configuration (output pattern) is maintained.

While the T input signal has either the H-level or the L-level, the D input signal has
no effect.

is

ed with respect to T):

) N
3@ 1 |j |
@@4HL &@
13 [ H L \:\i IR
A

Timing diagram:

085174
FiGURE 11

2.2.2.12  RsS&/(L) circuit

A circuit having three level-operated input terminals R, S and G for which H is the
active level.

While the G input signal has the H-level, the circuit functions as a RS (L) circuit.

When the G input signal changes from the H-level to the L-level, the output
configuration (output pattern) is maintained, provided that it is not pseudo-stable.

When the output configuration (output pattern) is pseudo-stable, i.e. (Q, Q*) = (L, L),
the change of the G input signal from the H-level to the L-level produces a
non-foreseeable output configuration (output pattern).
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Aussi longtemps que le niveau L est maintenu sur I’entrée G, la variable appliquée sur
R et S est sans effet.

Matrices (séquentielles) de fonctionnement:

FIGURE 12
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While the G input signal has the L-level, the R and S input signals have no effect.

Function (sequential) matrices:

G L H
R L " H L
S L H L H L Q Q*

//:f\x

)18\ L H
[~
? L H
-
4 ? H L
R
? L L
Timi
— /A ] ]
R L] LJ 1 1 | | i) {
s I 1 | -
- ] Ll L

086174
FIGURE 12
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2.2.2.13  Circuits RSz (L), R;S; (H) et R5S5 (H)

Descriptions analogues 4 la précedente (2.2.2.12).

2.2.2.14  Circuit J K;

Circuit dont les entrées J et K sont du type a fonctionnement en niveau et I'entrée T
du type a fonctionnement par transition.

Lorsque la variable appliquée sur ’entrée T passe du niveau L vers le niveau H, les
niveaux appliqués sur les entrées J et K conduisent aux configurations de sortie

suivantes:
Pour la configuration d’entrée (J, K) = (L, H),
trconfiguratiomr de—sortie (Q, QY ——tE1H)-

Pour la configuration d’entrée (J, K) = (H, L),
la configuration de sortie (Q, Q*) = (H, L).

Pour la configuration d’entrée (J, K) = (H, H),
changement de la configuration de sortie.

Pour la configuration d’entrée (J, K) = (L, L),
pas de changement de la configuratiop/de Sortie:

ans effet. Si
les variables

cas ou J et

H
Hil Q Qr
§L H
L H
H L
H L
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2.2.2.13 RzSz (L), R;S; (H) and RsSs (H) circuits

Descriptions analogous to 2.2.2.12.

2.2.2.14  J.K; circuit

A circuit having two level-operated input terminals, J and K, and one
transition-operated input terminal, T.

When the T input signal changes from the L-level to the H-level, an output
configuration (output pattern) corresponding to the levels of the J and K input signals is
produced as follows:

1ranat ttarn) X {1

F o tenat Ao LIt g na 1 I H)
or e Hput—Congutration—hRput—paatin)— 51} = 1);

he output configuration (output pattern) (Q, Q*) = (L, H).

For the input configuration (input pattern) (J, K) = (H, L),
he output configuration (output pattern) (Q, Q*) = (H, L),

For the input configuration (input pattern) (J, K) = (H, H),
Change of the output configuration (output pattern).

For the input configuration (input pattern) (J, K) =

THe return for the T input signal - hen
the T input signal has either the H > ; d ard K input signals have
no effect.

Function (sequential) matrices (the followi ice and
K age delayed with res :

.
K L N \/>
2\

ol {\X v (oo J L H L {unll a {|or
1 2 ~® U L H TJ L H
\1\\ 1 paflL|H ! l L | [H
el 7 1 2l
vl VaraN HUNE BUNEE Von Y | PP KoK I L
w\y\, \;O + = [ ] ] v +
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Diagramme des temps:

087174

FIGURE 13

Note. — Les définitions pour les autres classes de circuits J;K; sont encorg

212.2.15  Circuits JiK5, L K; et JiKs
Descriptions analogues a la précédente (2.2

212216 Circuit RS (H) JiKr

Matrices (séquentielles) de

RS JK T
—N— n —A A
s| L |H H H H
R L H]|L R HiL H
T x [N O T X L
AN H> L\\)\> J X H L || x
K| EANA] DN X[ o | e K X | n Ji] x]e]e
ENDODEEE Bk
3 N4 N1 {1 ]a|lL]nH RBE
<@\4\1 ox ]2 2]2]|[n|H HH
3 1 |wls]s|j@|@|[n]L HL
sl 1l4|l®@|@|alt{n]L HL
055179 05679

3. Terminologie pour les mémoires a circuit intégre
3.1 Termes généraux

3.1.1 Cellule-mémoire

Plus petite subdivision d’une mémoire dans laquelle un élément d’information a été ou
peut étre introduit, dans laquelle il est ou peut étre conservé, et de laquelle il peut étre
extrait.
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Timing diagram:

0871724

FiGURE 13

Note. + Definitions for the other classes of J;K; circuits are still under consideration

2.22.15 JK5 J.K; and J=Kj circuits

Dedcriptions analogous to 2.2.2.14.

222.16 R[S (H) JKr circuit

Function (sequential) matrices:

I S S § LI S
s{fL |H Ny L |H H
R H N h LlH|L H
T X [n L T X H L
J x ¢ B P L dx J X H L | x
k| x NN k| x L] n o] x]elp
4 @Q\g OlQ®| L+ L|[|H
4 1 T@Q\@\ 1 1\5 L|H AL
NN SR ACE H ||
et sfe|@|H ]| L H (L
4_{<1 4@@4 1 {H|L HI|L
055179 056/79

3. Terminology for integrated circuit memories
3.1 General terms

3.1.1 Memory cell (or memory element)

The smallest subdivision of a memory into which a unit of data has been or can be
entered, in which it is or can be stored, and from which it can be retrieved.
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3.1.2 Mémoire a circuit intégré

Circuit intégré constitué par un assemblage de cellules-mémoire et comprenant
généralement des circuits associés: sélecteur d’adresse, amplificateurs, etc.

3.1.3 Zone de stockage de linformation

Subdivision d’'une mémoire comprenant une ou plusieurs cellules-mémoire, qui est la
plus petite partie sélectionnable de la mémoire.

Note. — Le contenu d’une zone de stockage de l'information s’appelle généralement «mot».

3.1.4 Adresse

signaux électriques appropriés appliqués aux entrées poy
stockage.

301.5 Lecture destructive

stockée dans|la zone de
stockage lue.

3.6 Page (bloc)

ce de 2"

ne par une

3.2.1.2 Organisation mot par mot

Disposition dans laquelle les zones de stockage sont constituées chacune par un
nombre défini de cellules-mémoire qui forment un mot.

3.2.1.3 Organisation page par page (bloc par bloc)
Disposition dans laquelle les zones de stockage forment une page (un bloc).

Note. — Les zones de stockage d’une page (ou dun bloc) peuvent contenir chacune un nombre différent de
cellules-mémoire.
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3.1.2 Integrated circuit memory

An integrated circuit consisting of memory cells (elements) and usually including
associated circuits such as those for address selection, amplifiers, etc.

3.1.3 Storage zone of data

A subdivision of the memory, including one or several memory cells, that is the
smallest part of the memory that can be selected.

Note. — The content of a storage zone of data is usually called a “word™.

3.1.4 Address

A group of bits that identifies a particular storage zone of data

or:

the appropriate electrical signals applied to the inputs to access thi

3.1.5 Destructive readout

A reading process that causes the loss of stored i
has been read.

3.1.6 Block

A fontinuous range of memory addfesses.

Note. { qual to 2"
3.1.7 Erase
To
3.2 Gener n and organization
3.2.1 Orgd
3.2.1.1 Bi
An ent in which the storage zones each consist of one memory cell.

3.2.1.2 Word-oriented organization

An arrangement in which the storage zones each consist of a defined number of
memory cells that form a word.

3.2.1.3 Block-oriented organization
An arrangement in which the storage zones form a block.

Note. — The storage zones in a block may each contain a different number of memory cells.
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3.2.2.1 Présentation paralléle de linformation
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Transmission simultanée de plusieurs bits de données sur des canaux ou des lignes de

bus séparés.

3.2.2.2 Présentation série de l'information

Transmission successive de plusieurs bits de données sur un seul canal ou sur une

seule ligne de bus.

3.2.3 Mode d’adressage

3P3.T Adressage paralléle

I’adresse.

w

2.3.2 Adressage série

Sélection d’une zone de stockage par la pr
I’adresse.

w

3.8 Types de mémoire

Ménioire
fonct1

. . \
Aémotre—alecture
vreoire——treécture

e dontle canteni—de
+e—a €

Sélection d’une zone de stockage par la présentation simultané entqus| les bits de

de tous| les bits de

de plusieurs groupes de bits qui
ésentés en paralléle et les groupes

ostiné A étre lu seulement et non a étre] modifié en

bn contenue est

b lors de la

oTiIt—1C

fabrication par I'utilisation d’un masque.

oreCra—at

, .
chaque—eelule—est—déterminé lors de la

3.3.1.2 Mémoire a lecture seule d contenu programmable par l'utilisateur

Mémoire a lecture seule dont le contenu de chaque cellule peut étre modifié aprés

fabrication.

a) Mémoire a lecture seule a contenu programmable

Mémoire a lecture seule dont le contenu de chaque cellule ne peut étre modifié

qu'une fois.
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3.2.2 Presentation of information

3.2.2.1 Parallel presentation of information

The simultaneous transmission of several bits of data on separate channels or bus
lines.

3.2.2.2 Serial presentation of information

The transmission of several bits of data in succession on a single channel or bus line.

3.2.3 Mode of addressing

3.2.3.1 Pa)lallel addre&sing

The selection of a storage zone by the simultaneous presentatiQ each .bi_of\the

addregs.

3.2.3.2 Senial addressing

The selection of a storage zone by the presentatiop bit of the

address.

3.2.3.3 Muyltiplexed addressing, serial-parallel addressig

The selection of a storage zone eral groups of bits that
togethler constitute the address, the bits g i esented in parallel and the
groupp themselves being presented in (series.

3.3  Types |of memories

3.3.1 Read-only memory (R

A fnemory 1
during normal operatioq.

ended to be read only and not to be altered

A fixed-programmed read-only memory in which the data content of each cell
(element) is determined during manufacture by the use of a mask.

3.3.1.2 Field-programmable read-only memory

A read-only memory that, after being manufactured, can have the data content of each
memory cell (element) altered.

a) Programmable read-only memory (PROM)

A field-programmable read-only memory that can have the data content of each
memory cell (element) altered once only.
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b) Mémoire a lecture seule @ contenu reprogrammable

Mémoire a lecture seule dont le contenu de chaque cellule peut étre modifié plus d’une
fois.

3.3.2 Mémoire a écriture-lecture

Mémoire dont chaque cellule peut étre choisie en appliquant des signaux d’entrée
électriques appropriés et dans laquelle I'information conservée peut étre soit:

a) lue aux bornes de sortie appropriées, soit

b) modifiée en réponse a d’autres signaux électriques d’entrée appropriés.

333  Mémoire a accés aléataire

Mémoire qui permet l'accés a n’importe quel emplaceme e ses adresses quel que

soit I'ordre désiré.

Note. — Usuellement, ce terme est appliqué 4 une mémoire a écritpsg i s'appliquer a

une mémoire 4 lecture seule.

Mémoire dans laquelle P’information signaux de

commande.

de confusion.
dynamiques.

€tre omis du terme lorsqu’il n’y a pas de risque|de confusion.
de signaux de commande est normalement appeléd «opération de

ent dynamique peut utiliser des circuits d’accés ou de lectpre statiques.
pplijue/que la génération des signaux de commande s'effectue a [’extérieur ou a

t l'information contenue est détruite lorsque les tensions d’alimentations

3B.7 d acces sequentiel

Mémoire dans laquelle les zones de stockage ne peuvent étre atteintes que dans un
ordre prédéterminé.

3.3.8 Mémoire adressable par le contenu (mémoire associative)

Mémoire qui délivre I’ensemble de l'information d’une zone de stockage lorsqu’il y a
égalité de comparaison entre une partie de l'information et la donnée présentée a I'entrée
de la mémoire.

Note. — Si Iégalité de comparaison apparait dans plus d’une zone de stockage, linformation lue est
habituellement celle qui est contenue dans la zone de stockage d’adresse la plus faible.
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b) Reprogrammable read-only memory

A field-programmable read-only memory that can have the data content of each
memory cell (element) altered more than once.

3.3.2 Read/write memory

A memory in which each cell (element) may be selected by applying appropriate
electrical input signals, and in which the stored data may be either:

a) sensed at appropriate output terminals, or

b) changed in response to other appropriate electrical input signals.

3.3.3 Random-access memory (RAM)

A memory that permits access to any of its address locations in g

Note. + By common usage, this term usually denotes a “read/write” memor
“read-only” memory.

3.3.4 Statit read/write memory

A tmhemory in which the data content is retai

Notes ] — The words “read/write” may be omitte no misanderstanding may occur.
4 — A static memory may use dynamic addxessing\and¥or «sensing circaits.

3.3.5 Dyndmic read/write memgp

A memory in which : the repetitive application of congrol
signalp in order to retai

ad/write”

Notes §. — The wg ‘re.
2. — Such repetjtive a

3.3.6 Volali

3.3.7 Seridl-gecess—memory

A memory in which storage zones can only be accessed in a predetermined sequence.

3.3.8 Content addressable memory (CAM) (associative memory)

A memory that responds with all the data in a storage zone if a portion of that data
matches the data used for addressing the memory.

Note. — If a match could occur in more than one storage zone, then usually the data read out will be that
contained in the storage zone having the lowest address value.
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3.4 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques

3.4.1 Cycle
Succession d’opérations nécessaires pour réaliser une des fon;:tions de la mémoire.
En général, on peut distinguer quatre cycles possibles, a savoir:
a) Lecture.
b) Ecriture.

¢) Lecture-écriture.

d) Ecriture-lecture.

342 Temps de cycle (voir notes 1, 2 et 3)

Intervalle de temps nécessaire pour réaliser un cycle, ck
entre le début d’un cycle et la fin de ce cycle.

le de temps

a) Temps de cycle de lecture

b) Temps de cycle d’écriture

Intervalle de temps entre 1

effectuent la

D8 ; cet usage est
ication-écriture» est aussi utilisé dans un autre sens, impliquant que des

emsuite féintroduites dans la mémoire.

e début et la fin d’'un cycle, pendant lequell s’effectuent

les intervalles de temps entre deux impulsions et peuvent étre ifsuffisants pour
Daceomplissemént des opérations dans la mémoire. Dans chaque cas, on spécifie une valeur minimale
le temps le plus court pendant lequel la mémoire accomplit sa (pes) fonction(s)
dante(s) correctement.
dun cycle» doit étre considérée comme linstant & partir duquel un autre cygle peut débuter
pour un fonctionnement correct de la mémoire.
Jn cycle est toujours réalisé pour une adresse déterminée.

3.43 Temps de recouvrement d’écriture (voir note 1 au paragraphe 3.4.2)

Intervalle de temps entre la fin d’'une impulsion d’écriture et le début d’un nouveau
cycle, cet intervalle de temps étant laissé 4 la mémoire pour qu’elle recouvre aprés une
opération d’écriture et qu’elle fonctionne correctement.

3.44 Temps de recouvrement de lecture

Intervalle de temps nécessaire pour commuter la mémoire d’'un mode d’écriture & un
mode de lecture et obtenir des signaux valides des données a la sortie.
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3.4

34.1

34.2

343

Terms related to ratings and characteristics

Cycle .

A sequence of operations necessary to perform one of the functions of the memory.

In

a) R

general, four possible cycles can be identified, i.e.:

ead.

b) Write.

¢) R

ead-write.

d) Write-read.

Cycle time (see Notes 1, 2 and 3)

The time interval necessary to perform one cycle, i.e. the time

start

a). R

The time interval between the start and the end of

b) Write cycle time

of a cycle and the end of that cycle.

bad cycle time

ddta are entered, and the

Note.

d) W

o

Notes

«

— The term

pletion-of opérations within the memory. In each case, a minimum value is specified that i
st thmeNn which the memory will perform its corresponding function(s) correctly.

orrect functioning of the memory.
3N~ A cycle is always performed for a constant address.

Dthe

new

3,

cle”;
icate

the

lese tim@s\ are, the “adtual time intervals between two pulses, and may be insufficient foq the

b the

2. —The “e ” is to be understood as the earliest instant at which any subsequent cyclg can

Write recovery time (see Note 1 to Sub-clause 3.4.2)

The time interval between the termination of a write pulse and the initiation of a new
cycle, this time interval being provided for the memory to recover from a write operation

and

operate correctly.

3.44 Sense recovery time

The time interval needed to switch a memory from a write mode to a read mode, and
to obtain valid data signals at the output.
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3.4.5 Temps daccés

<

Intervalle de temps entre l’application d’une impulsion déterminée a

une entrée, les

autres entrées étant déja dans un état requis, et le moment ou il est possible d’avoir des

signaux de données valides a4 une sortie.

Le temps d’accés ne peut étre défini qu’en se référant au signal de sortie (opération

de lecture).

Note. — Exemples de différents temps d’acces:
Temps d’accés d’adresse: temps entre l'entrée d’'une adresse et la sortie des données.

Temps d’accés de validation: temps entre I'entrée de la validation et la sortie des données.

Temps d’accés de lecture: temps entre 'entrée de la lecture et la sortie des données.

En général, il y a deux valeurs pour chaque temps d’accés, suivant que la sortic va vers le niveau haut

ou vers le niveau bas.

3.4.6 Intervalle de temps de rafraichissement

sont \pas destinés a indiquer les points précis sur les formes

spéCification d’un circuit intégré particulier.

ener le niveau

e rafraichissement;
est spécifiée qui

pntrées, et qui
es niveaux de

r le systéme dans
itervalle de temps

fatique

bs de cycle»
s diagrammes
nt statique et

d’onde entre

différents temps sont mesurés. Ces points doivent étre prédisés dans la

Le dla p € al nt Ouelﬂlleﬁ—tms_su-ppleg}eﬂt-aﬁ S alin d

faciliter la compréhension, bien qu'il n’existe actuellement pas de titres formels ou de

définitions pour ces termes supplémentaires.
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3.4.5 Access time

The time interval between the application of a specific input pulse, other necessary
inputs being already present, and the availability of valid data signals at an output.

The access time can only be defined with reference to an output signal (read

operation).

Note. — Examples of various access times are:
Address access time: time between address input and data output.
Enable access time: time between enable input and data output.
Read access time: time between read input and data output.
In general, there are two values for each access time, depending on whether the output goes to the high
level or to the low level.

3.4.6 Refresh time interval

The time interval between the beginnings of successive signal to
restofle the level in a dynamic memory cell to its original level
Note. +— The refresh time interval is the actual time between two refres t to

protect the stored data. A maximum value is specified that i Tect
operation is guaranteed.
3.47 Predharge time (of a dynamic memory)

The time interval between specifigd the
interal nodes of the circuit to be che yels
prior|to the start of a new cycle.

Note. vice

h of
3.5 Typicd
Note]

Fo ven
in S hey
are f

Th ich
the I a
partid

The diagrams also include some additional terms to assist understanding thoughl no

formal titles or definitions exist for those additional terms at present.
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Adarose A

Lecture
Read (H)

Autorisation (H)

Fd dot
“1iauic [r—————

oot OO0,

410/82

Fdrmes d’onde typiques

1| = temps de cycle de lecture

2| = temps d’accés d’adresse

3| = temps d’acces de lecture

4| = temps d’accés d’autorisation acef

5| = temps de préparation adresse/lecture addresy set-up time before read
6| = temps de préparation lecture/autorisatio ead set-up time before enable
7| = temps de préparation adresse/autorisation = address set-up time before enable
8| = temps de validation en sortie aprés aflresse output valid time after address
9= temps de = output valid time after read

10| = temps de output valid time after enable
11|= temps de 11 = address hold time after enable
12| = temps de 12 = read hold time after enable

Point ® is the earliest instant at whith a subsequent
pa cycle can start.

/ The active levels for the read and erable inputs are
d’autorisation M é : indicated by the letters in parentheses (H|or L).

pa
m { input: irrelevant

z output: unknown or changihg

Fic. 14. — Cycle de lecture.
Read cycle.
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1 - 1
Adresse
Address ; ; ; 9( )6; § @( )m
2 —t= —— ] —f—— —— §—f—

Ecrit [e— 6 —» 6

criture
Fenre T R R

e—— 4l Qe —»3 r
Autorisation VAVAVAVAT 4 A VAVAVAV] Y esssss——
Enaljle Al / \
5—+10 54+
Entrée information ‘
Datalinput KXXXXX&

Formes d'onde typiques
e
i3
e
He
e
Ecriture

le 'impulsion d
He maintien adr
He maintien adr

temps
temps
temps
temps
= temps
(fin @
durée
temps
temps
temps
temps

cycle d’écritu

[ NV S

DN 0~

He maintien ent

Le point| ® corre

partir duque

Les nive
d’autorisatior]  sont
parenthéses (H ou L).

O

préparation adresse/écriture

préparation adresse/autorisation
préparation autorisation/(fin d’)écriture
préparation entrée information/

de maintien autori

Spgng, au
le cycle s peld

11/82

re
addresg-set.
set

e
& ime before write
-up”/time“before enable

‘écriture
esse/écritute
esse/autQrisatie
ationécritutg
information/écrit(ire

hable hold time after write
rée data-in hold time after write

Point ® is the earliest instant at which a subsq
cycle can start.

The active levels for the write and enable inpu
indicated by the letters in parentheses (H or L).

input: irrelevant

TR |

output: unknown or changing

quent

ks are

FG. 15, — Cycle d’ecriture.
Write cycle.
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1
Adresse
Address m( )m
2 - 9 > 11—
Lecture (H)/Read (H) \ —
Ecriture (L)/Write (L) MKXX/ |
—»—b5—1= 3
| D —|-—
o —— 6 —f—
A /
Entrée information
Data input WW
[—— 7 —> e |
S i AWAR VARV \/ vV \/ V VY
Outout AMYRAAANNND SRV NAAAR

b/82

rite

b a subsequent

enable inputs
H or L).

Forines d’onde typiques

1 + temps de cycle de lecture-écriture

2 3+ temps d’accés d’adresse address access time

3 + temps d’acces de lecture read access time

4 = temps d’accés d’autorisation enable access time

5 ¥ temps de préparation pdre = address set-up time before read

6 + temps de préparationNgcturs 6 = read set-up time before enable

7 + temps de préparati 7 = address set-up time before enable

8 + temps de préparafio &e 8 = data-in set-up time before (end of) w
(fin d’)écritpre

9 = durée de pulsion d’écrity 9 = write pulse duration

10 + temps de Waljdatjon\en sortis 10 = output valid time after read

11 £ temps de i adiésse/é 11 = address hold time after write

12 + temps de 12 = enable hold time after write

13 += temps de gn/écriture 13 = data-in hold time after write

] s proche instant a Point ® is the earliest instant at whic}
parfi cycle can start.

e s entrées de lecture-écriture The active levels for the read/write and
et par les lettres entre are indicated by the letters in parentheses
par
%m {entre' Sans conséquence M {input: irrelevant

Sorte: Hveau—HRcoRiu—ou vapriant—dun état ‘..‘.tp‘.:t: BRkROWR—OF h.’}:‘.g—i-&
Lé lautre
FiG. 16. — Cycle de lecture-écriture.

Read-write cycle.
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& 1
Address
2 F——wte— 10— {8
Lecture (H)/Read (H) 4
Ecriture (L)/Write (L)
3
AUtorisation N
eable M QOGO [
4B
</\
Entrée information
Data input
e——7 —
Sortie
Output

Formes d’onde typiques

= temps
= temps
temps
= temps
(fin d),
= durée d
temps
temps
temps
temps
= temps

BV N6 I
Il

I

(SRR - NV
Il

Le point
partir duquel

Les niveay
d’autorisation
parenthéses (

O

le cycle écriture-lecture
le préparation adresse/écriture
le préparation autorisation/écriture

Ecriture
e l'impulsion d’écrify
le maintien entrée Informatiog
e

le validatio,
le validatio

sortie: Jnivea
a\lautre

onnu ou variant d’un’ état

OO |

ta-ift set-up time before (end of) write

write pulse duration

data-in hold time after write
= sense recovery time

= output valid time after address
= output valid time after enable
= write recovery time

Point ® is the earliest instant at which a subse
cycle can start.

The active levels for the write-read and enable i
entre are indicated by the letters in parentheses (H or L)

input: irrelevant

output: unknown or changing

fuent

nputs

FiGg. 17. — Cycle d’écriture-lecture.

Write-read cycle.
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4. Terminologie pour les microprocesseurs a circuit intégre

4.1 Microprocesseur a circuit intégré
Circuit intégré capable:
— de fonctionner selon des instructions codées, et
— d’effectuer, suivant ces instructions, ’ensemble de:
a) I’acceptation des informations codées pour traitement et/ou stockage;

b) des opérations logiques et arithmétiques sur les données d’entrée, en méme temps que
sur toutes les données correspondantes stockées dans les registres internes du

1

microprocesseur a circuit intégré et/ou dans des mémoires externes;

¢) la sortie d’informations codées, et

— d’accepter et/ou de fournir des signaux commandant et/g lefonctionnement

By

ou l’état du microprocesseur a circuit intégre.

Note. — Les instructions peuvent étre introduites, construites ou m4 interne.

5] Terminologie pour les dispositifs a transfert deCharge

O

déplacement effectif de paquqts de charge
iconducteur, ou entre les interconnexions

5|1 Désignation des dispositifs

w

|l.1  Dispositif a transfert de charge

déplagant la région ou lon produit le champ électrique de

chaine (ou dispositif «Bucket Brigade») (BBD)

hdrge qui emmagasine des charges dans des régipns discrétes
1 les transfére comme des paquets par -lintermddiaire d’une

ter comme qualificatif 4 ce terme (ou a son abréviation): transistor a effet de champ a
MOS, SOS, etc., suivant la technologie utilisée pour réaliser les dispositifs de] commutation.
Cendisp6sitif fonctionne en recréant le paquet de charge a chaque position formée gar une capacité -

5143/ Dispositif a couplage de charge (CCD)

Dispositif a transfert de charge qui stocke des charges dans des puits de potentiel et
transfére la quasi-totalit¢ de ces charges comme des paquets par déplacement de la
position des puits de potentiel.

Note. — Ce dispositif fonctionne en déplagant la position du méme paquet de charge.

5.1.4 Senseur d’image a transfert de charge

Dispositif a transfert de charge dans lequel une image est convertic en paquets de
charge qui peuvent é&tre transférés et qui constituent une représentation électrique de
I'image.
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4. Terminology for integrated circuit microprocessors

4.1 Integrated circuit microprocessor
An integrated circuit capable of:
— operating on coded instructions, and
— carrying out, in accordance with the instructions, all of:
a) the acceptance of coded data for processing and/or storage;

b) arithmetic and logical operations on the input data together with any relevant data
stored in the internal registers of the microprocessor integrated circuit and/or in
external memories;

¢) the delivery of coded data, and

— accgpting and/or delivering signals controlling and/or describing eratiom\ or state

of fhe microprocessor integrated circuit.

Note. + The instructions may be fed in, built in or held in an internal memor

5. Termindlogy for charge-transfer devices
5.1 Device| names

5.1.1 Charge-transfer device (CTD)

A
chargg
the se

of
on

Note. il is

5.1.2  Buck
A ( nd
transf is charge 2 sacket_thtough a series of switching devices that interconnject

these
Notes | the

rnal
capacitance.

5.1.3 Change-coupled device (CCD)

A charge-transfer device that stores charge in potential wells and transfers this charge
almost completely as a packet by translating the position of the potential wells.

Note. — This device operates by changing the position of the same packet of charge.

5.1.4 Charge-transfer image sensor

A charge-transfer device in which an image is converted into packets of charge that
can be transferred as the electrical representation of the image.
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5.2 Termes généraux

5.2.1a) Charge de polarisation (cas des signaux analogiques)

Charge qui définit le niveau en I'absence de signal, dans le cas d’un fonctionnement
analogique, et qui est insérée dans tous les puits de potentiel (voir figures 18a et 18b).

Notes 1. — On utilise parfois le terme «fond de charge» principalement pour les dispositifs a image.
2. — On insére généralement la charge électriquement ou alors par rayonnement.
Charge

Signal présent Absence de signal

\ \

CAS
ANALOGIQUE

N\ »
N

FiG Ba

A Signal présent
Charge APsence de signa

CAS
ANALOGIQUE Charge due au signal
avec rayonpement \/\R \\

% }

=~ A Charge de poIarisatLon (fond de charge)
M\ o '
\\> 259/85
Ficure 18b

A Signal au Signal au
niveau niveau
Chyrge haut bas
AN +
-  Crere
DIGITAL \ sil:;nal - |
\ I Charge totale
> Charge
// ]’ au niveau bas

-

260/85

FIGURE 18¢

FiG. 18. — Schéma illustrant la présence ou 1’absence de charges.
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5.2  General terms

5.2.1a) Bias charge (for analogue signal applications)

A charge that defines the no-signal level in the analogue case and that is inserted into
all potential wells (see Figures 18a and 18b).

Notes 1. — The term “background charge” is sometimes used, mainly in imaging devices.
2. — The charge is usually inserted electrically, or by radiation.
A
Charge Signal present No. signal

ANALOGUE ] %
CASE //

[ Bias charye

FIGURE 18

A Signal present
Charge No signal present

Y Y

ANALOGUE
Signal charge

CASE
} Bias charge (background charge)

under radiatio< % ?
& -
\) 259/85

FIGURE 18b
A Nighssighal level
Cherge Low-signal level
' '
DIGITAL L Signal
CASE
x\ charge L Total charge
Low-level
A ]’ charge
260/85
FIGURE 18¢

FiG. 18. — Diagram illustrating nomenclature.
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5.2.1b) Charge au niveau bas (cas des signaux numeériques)

Charge qui définit le niveau bas du signal numérique; cette charge est insérée dans
tous les puits de potentiel (voir figure 18c, page 80).

Notes 1. — On a souvent utilisé le terme «zéro plein» pour décrire cette charge, mais ce terme est a
déconseiller.
2. — On insére généralement la charge électriquement ou alors par rayonnement.

5.2.2 Zéro «vide»; zéro «réel»

Condition pour laquelle il n’y a pas de charge de polarisation ou pour laquelle la
charge est au niveau bas.

5.2.3 Charge due au signal

Quantité de charge électrique représentant le signal (voir figy

5.p.4 Charge totale

Charge électrique totale stockée dans un puits une région

discréte d’un dispositif a transfert de charge en ch

5.p.5 Paquet de charge

Partie de la charge totale qui est transf

W
N
>N
S
~
X
N
2
s
3
Q
B
®
~
S~
&
o
=
S
oG
<
&

Fraction de la perte de de tous les
états d’interface ou les L le dernier

passage d’une S dif, lossqu’un paquet de charge est trapsféré d’une

région de stockag ntexapres e les charges résiduelles ont décru § zéro.

5p.7 Gril@
Electrodé,\isalké sicoducteur par une surface isolante ou par une jonction, a

, 190lée “du semiconducteur par une surface isolante ou par ung jonction, a

Grille~chevauchant la voisine

Type 3 grille de transfert dans lequel les électrodes adjacentes se chevauchent tout en

étant isolées les unes des autres.

5.2.10 Grille flottante

Electrode, isolée du semiconducteur par une surface isolante ou par une jonction, et
qui n’a pas de connexion ohmique.

Notes 1. — Le potentiel de la grille flottante dépend de la quantité de charge électrique stockée dans un puits de
potentiel situé au-dessous de la surface.
2. — On utilise en particulier les grilles flottantes dans la détection et la régénération des circuits. En

principe, une grille flottante peut aussi étre une jonction diffusée isolante, une jonction a barriére de
Schottky, etc.
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5.2.1b) Low-level charge (for digital signal applications)

5.2.2

523

524

5.2.5

5.2.6

5.2.7

52.8

5.29

A charge that defines the low level of the digital signal; this charge is inserted into all
potential wells (see Figure 18c, page 81).

Notes I. — The term “fat zero” has often been used to describe this charge, but this term is to be deprecated.

2. — The charge is usually inserted electrically, or by radiation.

Empty zero; real zero

A condition where there is no charge bias or a low-level charge.

Signal charge

A |quantity of electric charge representing the signal (see Figure 18§

Totql charge

THe total electrical charge stored in: a potential f a

buckget-brigade device) (see Figure 18).
Chqrge packet

THe portion of the total charge
position.

next

Chqrge-transfer loss (8)

TH 2 eplenishes the residual charge of all interface
states or bulk traps t 2R i gince  the\ 13 the
devi¢ge, when a charge el 1 1sfe Y hfter

thesq residual chargg

Trapsfer gat@

Aat electrode
isolated from A

Sto

A p.which voltage is applied in order to store charge, and that is isolated
from by an insulating surface or junction.

Ov¢rlapping gate

A type of transfer gate in which adjacent electrodes overlap and are insulated from
each other.

5.2.10 Floating gate

An electrode that has no ohmic connection, and that is isolated from the
semiconductor by an insulating surface or junction.

Notes 1. — The potential of the floating gate depends on the quantity of electrical charge stored in a potential
well under the surface.
2. — Floating gates are typically used in signal detection or regeneration circuits. In principle, a floating

gate may also be an isolated diffused junction, Schottky-barrier junction, etc.
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5.2.11 Région flottante

Région dopée de forte conductivite, sans connexion résistante, dans laquelle des
paquets de charge sont insérés et de laquelle ils sont extraits par des grilles de transfert
qui se chevauchent ou sont adjacentes.

Note. — On peut utiliser une diffusion flottante comme zone de lecture pour la charge de signal dans des
circuits de détection ou de régénération.

52.12 Etage de régénération de charge (d’un circuit digital)

Région d’un dispositif a transfert de charge utilisée pour rafraichir I'information
digitale stockée.

52.13 Puits de potentiel (d'un dispositif d couplage de charge)

Minimum d’énergie potentielle qui se forme dans le semicondycteun\dun dispositif a
couplage de charge par application d’une tension a la grille deAansfert, et)qu] rassemble
toutes les charges mobiles pouvant étre présentes.

52014 Capacité de déplacement d'une charge; capacité totale d'u

Quantité maximale de charge qui peut étre otentiel et

transférée sans dépassement de capacité dans dgs

5.2{15 Canal de transfert

Région d’un dispositif a t ¢ ' i e se produit ’écoulement des
charges.

5.2]16 Canal en surface

ckage a la

)

Pourcentage de la charge due au signal d’entrée qui est transféré comme uph paquet a
la sortie. .

5.3.3 Rendement de transfert de charge moyen

Racine n*™ du rendement de transfert de charge global, on n représente le nombre de
transferts.

5.3.4 Signal de saturation (pour les applications de signaux analogiques)

Courant de signal maximal ou puissance d’éclairement maximale pouvant étre transféré
avec un degré de linéarité spécifié entre les signaux d’entrée et de sortie.


https://iecnorm.com/api/?name=97055120e8a2d88b9b78eb56c74c1493

748-2 © 1EC 1985 — 85 —

5.2.11 Floating region

A doped region of high conductivity but without ohmic connection, from which charge

packets are transferred by overlapping or adjacent transfer gates.

Note. — A floating region can be used as the sense node for the charge signal in detection or regeneration

circuits.

5.2.12 Charge-regeneration stage (of a digital circuit)

A region of a charge&ransferdevice that is used to refresh stored digital information.

5.2.13  Poffential well (of a charge-coupled device)

A [potential-energy minimum that is formed in the semiconductor,
devige under control of the voltage applied to a transfer gate
mobile charges that may be present.

5.2.14 CHarge handling capacity; full-well capacity

The maximum amount of charge that can be store
withgut overflow into adjacent wells.

5.2.15 Transfer channel

5.2.16 Suyface channel

A [transfer channel at

5.2.17 Bufied chann
A [transfer chaph

5.3 Parameter terms

5.3.1 Chd

next

5.3.2  Oveyall ,charge-trofisfer efficiency (overall signal-transfer efficiency)

pled
any

rred

the

The Tracfion of the input signal charge that is transferred as a packet to the output.

5.3.3 Average charge-transfer efficiency

The n'* root of overall charge-transfer efficiency, where n is the number of transfers.

5.3.4 Saturation signal (for analogue signal applications)

The maximum input signal or illumination power that can be transferred with a

specified degree of linearity between the input and output signals.
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5.3.5a) Signal de saturation d’entrée (pour les applications de signaux digitaux)

Signal d’entrée ou puissance d’éclairement nécessaire pour remplir un puits.

5.3.5b) Signal de saturation de sortie (pour les applications de signaux digitaux)

Signal de sortie produit a partir d’un puits.

5.3.6 Signal de bruit équivalent

Signal efficace d’entrée ou puissance d’éclairement nécessaire pour doubler la puissance

de sortie par rapport a celle obtenue sans signal ou éclairement d’entrée.

5.3.7 Gamme dynamique

Gamme de fonctionnement linéaire utilisable, exprimee sous o
de saturation au signal de bruit équivalent.

5.1.8 Densité moyenne de courant de fuite (J )

Courant de fuite moyen engendré par unité de
dispositif.

Note. — Selon le type de dispositif considéré, on peut d€fi
transfert ou la surface totale comprenant de
moyenne de courant d’obscurité» et «densité

5.3.9 Pointe de courant de fuite

région de stQ

b)Voir aussi I'article 7 de ce chapitre.

€ rappo)

It du signal

active du

e du canal de
ilisés: «densité

e sa valeur

harge d’une

7. Symboles littéraux pour les parameétres dynamiques des circuits intégrés séquentiels, y compris

des memoires

7.1 Introduction

Certaines des données caractéristiques générales qui sont souhaitables dans un systéme
de symboles littéraux utilisé pour représenter les paramétres dynamiques des mémoires et
des autres circuits séquentiels sont indiqués ci-aprés en tant qu’introduction au systéme

décrit dans cet article.
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5.3.5a) Saturation input signal (for digital signal applications)

The input signal or illumination power that is required to fill a well.

5.3.5b) Saturation output signal (for digital signal applications)

The output signal that is produced from a well.

5.3.6 Noise equivalent signal

The r.m.s. input signal or illumination power level needed to increase the output
power to twice the value obtained with no input signal or illumination.

5.3.7 Dynamic range

The range of useful linear operation expressed as a ratio of the s
the noise equivalent signal.

ration \signal to

5.3.8 Avefage leakage current density (J; )

The average leakage current per unit area within the actixe atea o

Note. I— Depending on the type of device, the active area may/be defimed aX¢ither the area of the trapsfer
channel or the overall area including channel defining regions. Other\names uged are: “average fark
current density” and “average thermal generation cyrsg i

5.39 Leakage current spike
A |variation of the leakage current thha eed me specified level above its avel age

valug.
5.3.10 Charge-transfer time

The time required
regioh to the t

ion of a charge packet from one stofage

53.11 Sig

6. Letter pmbinatorial and sequential circuits
a) Sde Publisdations\747-1, Chapter V, and 748-1, Chapter V.

b) Sde also Clause€” 7 of this Chapter.

7. Letter symbols for the dynamic parameters of sequential integrated circuits, including
memories

7.1 Introduction

Some of the -general features that are desirable in a system of letter symbols to be
used to represent the dynamic parameters of memories and other sequential circuits are
given below as an introduction to the system described in this clause.
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Le systétme adopté doit pouvoir représenter les paramétres dynamiques de n’importe
quel circuit mémoire, quelle que soit sa complexité, et doit aussi convenir pour tout
autre circuit digital complexe. Il serait regrettable, par exemple, d’avoir un systéme de
symboles littéraux différent pour les mémoires et pour les microprocesseurs.

Les exigences indiquées ci-dessus conduisent, en général, pour les parametres
dynamiques, a des symboles assez longs et d’emploi incommode. Il est donc
souhaitable que les symboles puissent étre simplifiés lorsqu’il n’y a aucun risque de
confusion et qu’une telle simplification conduise a un symbole mnémonique aisément
compréhensible.

Lors du choix des lettres a utiliser pour les indices et de I'adoption en la circonstance
de majuscules ou de minuscules, il a été pratiquement impossible de choisir un
ensemble d’indices a la fois cohérent et en accord avec la pratique antérieure de la
CEL On a décide d’adopter une approche aussi cohérente gue possible, car on a

21

dj

Symboles littéraux

pour les parameétres dynamjg
mémoires; il permet aussi d’
lorsqu’il n’y a p

pensé que l'obtention de symboles littéraux applicables aux cir u1ts séquentiels présents
et futurs est une chose si complexe qu’il était nécessaire nouvelle et
logique approche du sujet.

L utilisation des lettres minuscules et des indicg article est
recommandée pour les feuilles particuliéres e similaires.
Cependant, les symboles sont fréquemment nts qui ne
peuvent pas 1mpr1mer soit des lettres mi s i yde ices. Hevra éviter

Le systéme de symboles li bs  symboles

ompris les

pprésentés par un symbole général de la forme:

tA(BCADE)F ( 1 )

type de paramétre dynamique que l'on désire repr¢senter, par
emps de cycle, temps de préparation, temps d’autorisation, etc.

e le nom du signal ou de la borne pour lequel un changement d’état ou
de hiveau (ou I'établissement d’un état ou d’un niveau) constitue ur événement
qui est supposé se produire en premier, c’est-a-dire au début del I'intervalle
de temps. Si cet événement se produit en fait en dernier, c’gst-a-dire a

Ta Tin de Tiniervalle de temps, la valeur de I'infervalle de temps est négative.

L'indice C indique le sens de la transition et/ou I’état ou le niveau final du signal

représenté par B. Lorsqu’on utilise deux lettres, ’état initial ou le niveau est
également indiqué.

L’indice D indique le nom du signal ou de la borne pour lequel un changement d’état ou

de niveau (ou I’établissement d’un état ou d’un niveau) constitue un événement
qui est supposé se produire en dernier, c’est-a-dire a la fin de lintervalle
de temps. Si cet événement se produit en fait en premier, c’est-d-dire au
début de l’intervalle de temps, la valeur de l'intervalle de temps est négative.
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7.2 Letter

7.2.1

a) The system adopted should be capable of representing the dynamic parameters of any
memory circuit, no matter how complex, and should also be suitable for any other
complex digital circuit. It would, for example, be undesirable to have a different
system of letter symbols for memories and for microprocessors.

b) The requirement above leads, in the general case, to rather long and cumbersome
symbols for the dynamic parameters. It is desirable therefore that the symbols should
be capable of simplification when no ambiguity is likely to occur and that such
simplification should lead to an easily understood mnemonic symbol.

¢) In deciding upon the letters to be used as subscripts and whether they should be
upper-case or lower-case, it is almost impossible to choose a set of subscripts that is

1 was

of

bothr—self-conststent—armd—atso—m agreenrent with—previous pxauti\,c Hr—FE—It
de¢ided to adopt a self-consistent approach, as it was thought th
obfaining satisfactory letter symbols that might be applicable

future sequential circuits was so complex that a new and coQsiste

degirable.

d) The use of lower-case letters and subscripts as given }
data sheets and similar printed documents. However,
rey i
su
fo

Thd
for th
allow
is likg

Geng

Thq

wherd:

Subsq

Subsd e name of the signal or terminal for which a change of state| or
establishment of a state or level) constitutes a signal event assu
to occur first, that is at the beginning of the time interval. If this event
; i 1 i ; he
time interval is negative.

Subscript C indicates the direction of the transition and/or the final state or level of the
signal represented by B. When two letters are used, the initial state or level
is also indicated.

Subscript D indicates the name of the signal or terminal for which a change of state or
level (or establishment of a state or level) constitutes a signal event assumed
to occur last, that is at the end of the time interval. If this event actually
occurs first, that is at the beginning of the time interval, the value of the
time interval is negative.
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L'indice E indique le sens de la transition et/ou I'état ou le niveau final du signal
représenté par D. Lorsqu’on utilise deux lettres, le niveau ou l'état initial est
également indiqué.

L'indice F indique une information supplémentaire telle que: mode de fonctionnement,
conditions d’essais, etc.

Notes 1. — Les indices A a F peuvent comporter, chacun, une ou plusieurs lettres.

2 — Les indices D et E ne sont pas utilisés pour les temps de transition.
3 — Le tiret dans le symbole (1), page 88, indique «vers»; ainsi, le symbole représente I'intervalle de

temps entre I'arrivée du signal B et celle du signal D; il est important de noter que cette convention
est valable pour tous les paramétres dynamiques, y compris les temps de maintien. Lorsqu'il n'y a
pas de risque de confusion, on peut omettre le tiret.

7.2.2 Forme abrégée

. .
& o1 descus
€—CH-ae55Us

s risque de

confusion,

ou: lyg
ou: typ
ou:
ou: fygr
ou: I,
ou: fycpr

7.2.3 Formation

Lors de
constitués,

Pay 4 ) P4 h| el ala AmApal o
Ul Pl aUILELT TV S yIHTUOTY euncral H

par exemple:

IAB-D)

— utilisé souvent pour les temps de

— on n’utilise pas de parenthéses

- utilisé souven

des indices

qui sont les plus couramment [utilisés sont
et ceux qui le sont moins par yn maximum
passible, on cherche a4 utiliser une r¢présentation
symboles littéraux plus longs pour [|des signaux
{ cela peut aider la compréhension.

ente e type de paramétre dynamique qui doit &tre indiqué par le

mboles littéraux ainsi proposés pour les mémoires sont énumérps dans les
paragraphes 7.3.1 et 732 ci-dessous

Tous les

indices A doivent étre minuscules.

7.3.1 Conditions de temps

Les symboles littéraux pour les conditions de temps des mémoires a semiconducteurs
figurent ci-dessous:

Terme

Indice

Temps de cycle c

Intervalle de temps entre deux signaux d
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Subscript E indicates the direction of the transition and/or the final state or level of the

signal represented by D. When two letters are used, the initial state or level
is also indicated.

Subscript E indicates additional information such as mode of operation, test conditions,

Notes 1. —
2
3 —

7.22 Abbl ‘.V.l.atcd J“lllllh)

etc.

Subscripts A to F may each consist of one or more letters.

Subscripts D and E are not used for transition times.

The “~” in the symbol (1), page 89, is used to indicate “to”; hence the symbol represents the time
interval from signal event B occurring to signal event D occurring, and it is important to note that
this convention is used for all dynamic parameters including hold times. When no misunderstanding
is likely to occur, the hyphen may be omitted.

The| general symbol given above may be abbreviated when no mistinderstanding | is

likely [to occur, for example:

or:  {am
or:  {un
or: [ar
or: e
or: .

or: [fgcpe - often used for unclassifig

7.2.3 Allocution of subscripts

Lasy

often used for hold times

no parentheses are used in this case

tions

— often used for pulse dur

In pllocating letter \symbgols i p hre
given [single letters where practi g c—le up
to thfee letter: ed.
Longer letter used orVspecialized signals or terminals if this ajds
understanding.

7.3  Subscr

The
symbqY;

a) thj .
b) thase that are

he

aracteristics of the device.

Thd 1 bol £ o N listed_in Subecl 75 1

and 7.3.2

below.

All subscripts A should be in lower-case.

7.3.1 Timing requirements

The letter symbols for the timing requirements of semiconductor memories are as

follows:
Term Subscript
Cycle time c

Time interval between two signal events d


https://iecnorm.com/api/?name=97055120e8a2d88b9b78eb56c74c1493

7.3

7.4

— 92 — 748-2 © CEI 1985

Terme Indice
Temps de décroissance f
Temps de maintien h
Temps de préconditionnement pc
Temps de croissance r
Temps de recouvrement rec
Intervalle de temps de rafraichissement rf
Temps de préparation su
Temps de transition t
Durée (largeur) d’impulsion w
Caractéristiques

Les symboles littéraux pour les caractéristiques dy, ique €S émoires a
semiconducteurs figurent ci-dessous:
Caractéristiques Indice
Temps d’accés

Temps d’inhibition
Temps d’autorisation
Temps de propagation
Temps de recouvrement
Temps de transition
Temps de validation

Indices B ¢

Les b
ci-desso

k de lecture.

ht indiqués

Indice

A

C

CA
Echantillonwage adresse colonnes CAS
Entrée de I'information D
Entrée/sortie de I'information DQ
Autorisation boitier E
Effacement ER
Autorisation sortie G
Programme PR
Sortie de I'information Q
Lecture R
Adresse lignes RA
Echantillonnage adresse lignes RAS
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Term

Fall time

Hold time

Precharge time

Rise time

Recovery time
Refresh time interval
Set-up time
Transition time

Pulse duration (width)

Subscript
f

h

pc

r

rec

f

su

t

w

7.3.2 Charlcteristics

The
follow

letter symbols for the dynamic
S

Charda
Acces
Disab
Enabl
Propa

cteristic
time

e time

P time
bation time
Recovery time
Transition time
Valid [time

Note. eristio

The
below,

Al

characteristics of semicond

Subscript

d\to sersg recovery time.

N

upper-case.

as

Signal Subscript
Address A
Clock C
Column addres CA
Coluqil address strdbe CAS
Data mput b
Data input/output DQ
Chip enable E
Erasure ER
Output enable G
Program PR
Data output Q
Read R
Row address RA
Row address strobe RAS
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Signal ou borne Indice
Rafraichissement RF
Lecture-écriture RW
Sélection boitier S
Ecriture (autorisation écriture) w
Notes 1. — Dans les symboles littéraux relatifs aux intervalles de temps, on ne doit’ pas utiliser de barres
au-dessus des indices, par exemple CAS.
2. — A noter que, dans le choix dautres symboles littéraux, I'indice ne doit pas se terminer par H, L, V,
X ou Z (voir paragraphe 7.5).
3. — Si l'on peut utiliser la méme borne, ou le méme signal, pour deux fonctions (par exemple:

entrée-sortie de linformation, lecture-écriture), la forme d’onde doit &tre appelée du nom des deux
fonctions, il y a lieu, mais les symboles des paramétres dynamiques ne doivent comprendre que la
partie de lindice correspondant au paramétre. (Voir par exemple l'utilisation de DQ et RW dans le
paragraphe 7.7 ci-aprés.)

1.5

Indices C et E: transition du signal

On utilise les symboles suivants pour représenter le niv u\l’étas; dun gignal:

Niveau haut
Niveau bas
Niveau stable valide (haut ou bas)
Inconnu, changeant ou indifférent
Etat haute impédance d’une sortie troj

ettres, la direction alfant de I’état
¢ par la seconde, en| utilisant les

On exprime la directio
représenté par la premiére
lettres indiquées ci-dessus.

Lorsqu’il n’y

a_pas de risque n
ainsi un symbQle abrégé pour\les in

on peut omettre la premiére lettre et avoir
et E, comme il est indiqué ci-degsous.

Indice
Complet  Abrggeé
niveau bas HL
du niveau haut LH
inconnu ou changeant a un état valide XV

Y

état’valide a4 un état inconnu ou changeant VX

<N@m XxX<zxr

7.6

tat valide 4 un niveau haut VH
état valide 4 un état 4 haute impédance VZ
Transition”’d’un état 4 haute impédance 4 un état valide VA%
Note. — Comme 1I est possible dabréger les indices C et E, et comme les indices B et D peuvent contenir un

nombre de lettres indéterminé, il est nécessaire de mettre une restriction sur les indices B et D, 4 savoir
qu’ils ne doivent pas se terminer par H, L, V, X ou Z, afin d’éviter toute confusion possible.

Indice F

S’il est nécessaire, on utilise lindice F pour représenter toute information
supplémentaire sur le paramétre, telle que: mode de fonctionnement, conditions d’essai,
etc. Les symboles littéraux pour l'indice F sont indiqués ci-dessous.

L’indice F doit étre majuscule.
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Signal or terminal Subscript
Refresh RF
Read-Write RW
Chip select S
Write (write enable) w
Notes 1. — In the letter symbols for time intervals, bars over the subscripts, for example, CAS, should not be
used.
2. — It should be noted, when further letter symbols are chosen, that the subscript should not end with

H, L, V, X or Z (see Sub-clause 7.5).

3. — If the same terminal, or signal, can be used for two functions (for example Data input-output,
Read-Write), the waveform should be labelled with the dual function, if appropriate, but the symbols
for the dynamic parameters should include only that part of the subscript relevant to the parameter.

(See use of DQ and RW in Sub-clause 7.7 below, for example.)

7.5 Subscripts C and E: transition of signal
The| following symbols are used to represent the level or state

High level H
Low lgvel L
Valid pteady-state level (either low or high) A%
Unkngwn, changing, or irrelevant level

High-impedance state of three-state owput

The| direction of transition is expressed direction being from
by the second letter, with

state represented by the first letter
letters| being as given above.

be

Why ¢ rst letter may be omitted to give pn
abbreyiated symbol fo bscri ]

All [subscripts

Subscript

Examples: Full Abbreviated
Transition HL 'L
Transifion LH H
Transifion XV v
Transi VX X
Transition T VH H
Transition vVZ Z
Transition/from high-impedance state to valid state VYA \'
Note. — Since subscripts C and E may be abbreviated, and since subscripts B and D may contain an

indeterminate number of letters, it is necessary to put the restriction on the subscripts B and D that

they should not end with H, L, V, X, or Z, so as to avoid possible confusion.

7.6 Subscript F

If necessary, subscript F is used to represent any additional qualification of the
parameter such as mode of operation, test conditions, etc. The letter symbols for

subscript F are given below.

Subscript F should be in upper-case.
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Modes de fonctionnement
Coupure du courant

Lecture par page

Ecriture par page

Lecture

Rafraichissement
Lecture-modification—écriture
Lecture—écriture

Ecriture

Exemples de symboles littéraux

748-2

Indice
PD
PGR
PGW
R

RF
RMW
RW
w

p—

) SO ] :
1rrouauciion

TABLEAU |
ples d'abréviations de symboles littéraux

comment on peut

Rossibles des symboles. On

de confusion. Il est préférable’

© CEI 1985

eut utiliser le
uentiels. Les
ent pas étre
gé particulier
e doivent pas
lle de temps

abréger les

circuits séquentiels. Le tableau I

peut utiliser

¢commande d’utiliser les symbloles littéraux

que le degré
ce n'est pas

A\

Termes

Symboles littgraux ]

\ N\ %4
emps préparation adresse lecture-selection boitier Lo AXV-SLHIR

Luiav-sHiR
Lua-sir

Temps de préparation adresse-sélection boitier L AXV-SLH)
SU a1
Taav_sh)
Luass)

Temps d’accés dadresse o
SU(AXV)
,sul/\Vi
fuay
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7.7

7.7.1

Mode of operation
Power-down
Page-mode read
Page-mode write
Read

Refresh
Read-modify-write
Read-write

Write

Examples of letter symbols

Subscript
PD

PGR
PGW

R

RF
RMW
RW

w

Introduction

The examples given below are intended to show how the systg

endppints for the measurement of any particular timg

Examples of abbreviation of letter s

ThIE examples given in Table I
parameters of sequential circuits may
abbrgviated form. Any of the abbreviate
the ghorter letter symbg 5
preferable that the grade

of sipnplification of the

:Imic
appropijiate

the
Pare

a

5 of
that
L is
ade

Letter symbols
< Wo eNaddresy set-up time before chip-select Taw(AXV_SLH)R
LuAv_SHIR
Lua-sik
Address set-up time before chip-select L Axv-SLH
Luav-sm)
Lua-s)
Address set-up time Luaxv)
LA
Lot
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7.7.2  Exemples de symboles littéraux pour les mémoires a semiconducteurs

4———-—14—1
Vin "
A W Validation
UL N
2
—+15 g—*
Wik
RW
{H = lecture, Vi
L = écriture) 3— 9—
6 |<~
Vi —
S
VL
e—7 10
4 e
Vou - '
Etat haut inacti
a at haut inacti
Vou
13
261/85
FiG. 19a. — Mémoire avec forti collecteu ert.

O

Wes avec
indices abrégés
en position Cet Formes abrégéep typiques
E, indices en po-
sition F seule-
ment si essentiel
Exigences de tepfp
1. T Axv-AVXR Tqav-axR IR
5. Lou(AXV-RLHIR Luav-RrH) Luarny Luagys Lsua)
6. Lu(RLH-SLAR TourH-sH) Lur-s)s LJr)
7. Lu(AXV-SLR)R Luav-sh) Luassys fuay
Ca
2. Laxv-QxvIR Lyav-qvy Lya)
3. LRLH-QXV)R LirH-Qv) bar)
4. TysLH-QuvIR LysH-Qv) Lus)
8.
T AVX-QVXOR Lyax-ox) ta-Q ia|
9. a
(fin ,dey lecture 1 (RHL-QVX)R hRL-QX) L twryl fvo
10.| Temps d’inhibition en sortie aprés
(fin de) selection AGigSHL-QVH)R Ldis(sL-qH) Ligs-)> Taisnys Laises)
13. Temps de transition en sortie du niveau
haut au niveau bas fionur * lioL fe,
14. Temps de transition en sortie du niveau
bas au niveau haut forr Lo Lo

* Les indices en position D et E ne sont pas utilisés pour les temps de transition, y compris les temps de croissance
et de décroissance.

F1G. 19. — Symboles litteraux pour un cycle de lecture typique d’une mémoire.
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7.7.2 Examples of letter symbols for semiconductor memories

Wik
A
W
Vin
RW
(H =read, WV
L = write) 33— 99—
6
Uy r_
S
L
%—7‘ <T
4 (e
Von < 2N
Q Inactive high Data-\alid
Vou
13
261/85
FiG. 19a — Memory with op

.

mbM
abbreyiated sub-
in posi-
C and E, Typical abbreviated forms
spbscripts in po-
sition F only
[\ when essential
pAaN
Timing reqliirements
1. Read cycle time RAXV-AVX)R IyAV-AXOR Y
5. Addres: LuMXV-RLH)R Lu(AV-RH) fua-rH)> fuA-r)> Tu(a)
6. Read s Au(RLH-SLH)R Lu(RH-SH) Lurs)s bur)
7. Addres Lsu(AXV-SLH)R Lu(Av-sH) Luas)s L)
Switching
2. Addres LaAxv-QxvIR Liav-qv) Lay
3. Read ae L(RLH-QXV)R L(RH-QV) far)
4. Chip-sdle {aSLG-QHV)R fysH-QV) Lys)
8. Output|
(previo L(AVX-QVXIR Lax-0x) ha-qys biays o)
9. Output| valid_time alte
(end of). fedd L(RHL-QVX)R Ly(RL-QX) Lr-Q); Wirys twQ)
10. Outputldigable time after
(end of) select LgisSHL-QVH)R LgissL-QH) lyiss-Q)s ldissnys  Laises)
i3. High-level to low-level output
transition time Louur tou [0
14. Low-level to high-level output :
transition time g Lion) Liny

* Subscripts in position D and E are not used for transition times, including rise and fall times.

FiG. 19. — Letter symbols for typical memory read cycle.
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1 >
Wik
ViL
Vin le—2 —» ' l— 4 —]
S
ViL
Vou v \
Qou DQ W Validation de l'information a la sortie m
Vou 7
262/85
FIGURE 20A
Vi
A §
Wi
Vin
S
Vi
Vor
QouDQ

26{3/85
Q & FIGURE 20B

Symboles avec
indices abrégés
Symboles . &
en position C et . .
complets S Formes abrégée} typiques
p E, indices en po-
ABC-DEIF sition F seule-
ment si essentiel
Exigerices de tenips
1. Temps de cycle de lecture T AXV-AVXIR T AV-AXIR e
Caractéristiques de commutation
2. Temps d’accés d’adresse L AXV_QXV)R Leav_ov) LA
3. Temps d’accés de sélection boitier LaSHL-QZVIR fisL-ovy tys)
4. Temps de validation en sortie aprés
adresse Liavx-QvxR lyax-Qx) Lyay
5. Temps d’inhibition en sortie aprés
selection LaisLH_QVZ)R laissn-Qz) - Lsists)

F1G. 20. — Mémoire a accés aléatoire a fonctionnement statique. Cycle de lecture typique.
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1 >
Yih
ViL
Vig le—2 —» le— 4 —»]
S
WL
Vou " \
Vo
2785
FIGURE 20A
Vik
: (
VIL Z\ O Al
A
YH |
S
VL
3+ \ W 5
Vou
GorDQ

A\

VOL \\)\\/
Mta—out valid
%%\kwu 20B

263/85

=5

Symbols with

abbreyiated sub-

Full symbols

Ia(BC-DEF

scripts in posi-
tion C and E,
subscripts in

position F only

when essential

Typical abbreviated forms

Timing requ

tremeris

1. Read cycle time I(AXV-AVXIR IAv-AXR I

Switching characteristics

2. Address access time L AXV_QXV)R Lyav_ov) Liay

3. Chip-select access time LysHL-QZVIR Lyst-qv) Lesy

4, Output valid time after address LAVX_QVXIR Lax_Qx) Ly

5. Output disable time after select LiisSLH-QVZ)R LiisH_qz) Liisis)
Fig. 20. — Typical static random-access memory. Read cycle.
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Cycle d’écriture
1
Un r
YL 7
o 3 - 2 >
v
. H \
RW N /
(H = lecture, ViL X
L = écriture)
Vi —
S
Wi
(Validation de l'information  V
a l'enftrée) D ou DQ
Vi 4
(Validation de l'information Vo
ala sortie) QouDQ g
You \
tion de l'infor-
ation a la sortig 264/85
Symboles avec
indices abrégés
osition . .
en pos Cet Formes abrégées typiques
E, indices en po-
sition F seule-
ment si essentiel
Exigences de teg
1. [Temps de ¢ T AXV-AVW Tav-axyw Tew
2. |Durée (largeur) LywHL-WLHW LwwL-WH) Luywys Twfwy
3. |[Temps d’autoy, L AXV-WHL)W Luav-w) Lua-wys  La)
4. Lu(DXV-WLH)W Lu(Dv-wH) Lup-wys Luoys [lsum-wiy
S.
LuSHL-WLH)W LusL-wh) Lus-wys sues)s fsus-wh)
6. LecqWLH-AVOW lrec(WH-AX) Leew-A)> Tehew)
hywLr-avw Ihwh-AX) Iw-ays Inga)
7. IywLH-DVX)W IywH-DX) Inw-p)s B
Canactéristiqures de copfmutation B
8. [Temps d’inhibition en sortie aprés sélec-
tion Ly L N Litemer—Lhs(s)

Fi6. 21. — Mémoire a accés aléatoire fonctionnement statique. Cycle d’écriture typique.



https://iecnorm.com/api/?name=97055120e8a2d88b9b78eb56c74c1493

748-2 © IEC 1985 — 103 —
Write cycle
1 >
Vin
Vi
Y S
Vik \
RW \ /
(H = read, ViL K
L = write)
—
Vin —
: ) /
Vi K.
je———— ]
(Data-in valid) Wy 9 R —» 71— A ,
DorDQ
" Y
Data-in valid
(Data-out valid)  Vou
QorDQ AN -
Vou

264/85

ubscripts in

when essential

position F only

Typical abbreviated forgns

Timing reqiiirements

. Write cycle time

. Write pglse duration

. Address[set-up time bg

. Data sef

. Chip-sel
write

. Write rqg
or
address

7. Data ho

WA W~

(=)}

Switching gharadteristics

8. Output {lisable time after select

V_AVOW Lav-axyw
L-WLHW LuwL-wH)

QAXV-WHLW Luav-wi)
Tsu(DXV-WLH)W Tu(DV-WH)
Lu(SHL-WLH)W LousL-wH)
Lreo(WLH-AVX)W Liec(WH-AX)
Iy WLH-AVIW TywHAx)
ThwLH-DVX)W IhwH-DX)
LaisSLH-QvZ)W LiissH-Qz)

th
fyewnys fwow)
Luawys Lua)

Lu-wys Lupys Isup-wh)

4

Lecew-Aps Trecow)

thw-a)s fhea)
Iw-p)> o)

Laiss-Q)5 Lais(s)

sus-wys Tsu(s)s sus-wi)

FiG. 21. — Typical static random-access memory

. Write cycle.
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- 3
Vik  — !
RAS \
ViL B \
4 - 5———— fot—2
7 e 56—
Vin 4
a
o \ /
- o 12 fo —eigl— 9
10 ! p——
Y T

[ mEoex
ViL

265/85

< Formes abrégéeq typiques
( ment si essentiel

Exigences de temps
1. [Durée (largeur) de 'im L(RAS-RASH) TuRASL)
2. [Durée (largeur) de L (RASH-RASL) Iy(RASH)
3. [intervalle de temps|entce R

CAS haut {QIRASHL-CASLH) L4RASL-CASH) IrasL casfi
4. |Intervalle ¢ 1ps ontre RA

CAS bas Iy(RASHL-CASHL) faRASL-CASL) IrasL-casf.
5. RLre

Ly(CASHL-RASLH) Li(CASL-RASH) IcastRrasf
6.
I4(CASLH-RASHL) {4(CASH-RASL) IcasHras|.
7. L4(CASHL-CASLH) Lo(CASL-CASH) LwcasL)
*
8. IycasHL) IycasLy icas)
9 t * ticas !
. {(CASLH) {(CASH) (CAS)

10. IyRASHL-CAVX) I(RASL-CAX) fhRasL-CAY In(RAS-CA)
11. Lu(RAXV-RASHL) Lu(RAV-RASL) Lura-rasL)s Lu[RA-RAS)
12. Ty(RASHL-RAVX) Ih(RASL-RAX) ThRASL-RA)S Th(RAS-RA)
13. [Temps_de prepaggtion CA-CAS bas Lucaxv-casHL) Isycav-casL) Luca-castys Tsulca-cas
14. [Fenips de maintien CA-CAS bas I(CASHL-CAVX) IhcAsL-cAX) IcasLcays Ingas-ca)

*Les indices D et E ne sont pas utilisés pour les temps de transition, y compris les temps de croissance et de
décroissance.

Fig. 22. — Mémoire 4 accés aléatoire a fonctionnement dynamique. Exigences communes au
cycle de lecture typique, au cycle d’écriture typique et au cycle de lecture—écriture
typique.
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- 3
Wi !
ws TN
ViL
4 - 5—— 2—of
7 loe—— 65—
Wik * 3
- \ /
I —4] 12 ja— —»{8|— |G
10
11 Ela) 14

A m Row Column
UL L
‘\z}hs

>I'ypical abbreviated formg

Timing requirements
1. RAS loW pulse duration (width) 1 (RASL-RASH) Ly(rASL)
2. RAS high pulse duration (width) W (RASH-RASL) LwrASH)
3. Time inferval RAS low to CAS\ hi To(RASL-CASH) IRASL-CASH
4. Time in I4RASL-CASL) TRASL-CASL
5. Time in L4cASL-RASH) lcasL-RASH
6. Time in J(CASLH-RASHL) I4(CASH-RASL) IcASH-RASL
7. CAS low LW(CASHL-CASLH) Lu(CASL-CASH) Lucast)

T~AC *
8. CAS fal IicasHLy Iycas) ficas)

ety "
9. CAS risg tecasiny® TcASH) licas)
10. CA hold IRASHL-CAVX) IhrASL-CAX) furasL-ca)s Thiras-ca)
11. RA set-y T5u(RAXV-RASHL) Iu(RAV-RASL) IuRA-RASLYS  Tsu(RA-RAS)
12. RA hold Th(RASHL-RAVX) TL(RASL-RAX) f(RASL-RA)> Th(RAS-RA)
13. CA set-| G Wu(CAXV-CASHL) Lu(CAV-CASL) Luca-castys Lsuca-cas)
14. CA hold tindesafter CAS low ThCASHL-CAVX) T CASL-CAX) IcasL-ca)s Th(cas-ca)

* Subscripts D and E are not used for transition times, including rise and fall times.

FiG. 22. — Typical dynamic random-access memory. Requirements common to read cycle,
write cycle and read-write cycle.
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1
RAS / \_
Vil
Vin
CAS /
ViL
VI H ‘ 'v,v’v'v’v\‘v\'v'v‘.v -_—
A Ligne Colonne 0”"/\’“\\
Vi QOO SO X
o
[e——2 —— 3
V|H PaN
i / \ \__
(H = lecture, WL
L < écriture) /YTS
4 —» 6 I-—
vor /\(x\// (\ i
/\ _/V Information
Q =~ valide
VoL Etat haute impédance y
e 7
266/85
AN o~
Symboles avec
complets R Formes abrégégs typiques
b Y p ) E, indices en po- g ypia
ABC-DEIF sition F seule-
ment si essentiel
AN
Exb
1. [{RASHL-RASHLIR T{RASL-RASLIR IR
2. n lechure-CAS bas Lu(RLH-CASHL)R LauRH_CASL) Lur-casLys Qur-cas)
3. re-CAS haut Ih(CASLH-RHL)R Ih(CASH-RL) IncasH-R)> ThCAS-R)
Caractéristiques commutation
4. [Temips d’acces RAS bas LARASHL-QZV)R LyrAsSL-QV) LarasLy> Tras)
5. Hremps d’“ww' Fff‘s bas - L CASHT QIR Ta(CASLQV) a(CASL)»> ta(CAS)
6. Temps de validation en sortie aprés CAS
haut o I(CASLH-QVXIR Ly(cAsH-QX) LicasH-0)s Iicas—q)s
7. Temps d’inhibition en sortie aprés CAS
haut L4is(CASLH-QVZIR Lais(casH-Qz) laisccasH-Q)5 Lais(cas)

FiG. 23. — Mémoire a accés aléatoire a fonctionnement dynamique. Cycle de lecture typique.
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Read cycle

J
|
r

Vin r
ViL
Vin
A Row W Colum
ViL
h—— ——]
Wik
AW /
(H = read, | ViL
L = write)
4
OV
a AN /]
VoL High-impedance state

Symbols with
Q abbreviated sub-
. scripts in posi-
Full\symbols . . .
p tion C and E, Typical abbreviated fornjs
C-DBF subscripts in
position F only
o when essential
Timing requ }
1. Read cyc [(RASHL-RASHLIR {o(RASL-RASL)R IR
2. Read sety Lu(RLH-CASHL)R Lu(RH-CASL) far-casLys LuR-cas)
3. Read hol Th(CASLH-RHL)R IncasH-RL) Incash-r)> Incasw
Switching cRaracteristics
4. RAS low|actess time [((RASHL-QZV)R Ty (RASL-QV) K LrasLys faras)
5. CAS low trmme *a(CASHL-QZV)R Ta(CASLQV) 7a(CASL)> ‘a(CAS)
6. Output valid time after CAS high 1/(CASLH-QVX)R Iy(CASH-QX) Lucasi-Q)s fucas-Q)s fucas)
7. Output disable time after CAS high I4is(CASLH-QVZ)R Tais(CASH-QZ) Liiscas)s listcas)

Fic. 23. — Typical dynamic random-access memory. Read cycle.
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Cycle d’écriture
- 1 -
L ——
RAS y / : \
-~ ]
Yk
o \ /
Y /(
ViL N
3
- Vi 4 '_Z"(\ \\\
R\I/;/cture, \ 6 ‘ \>
= écriture) e
Vin ‘_\(\8’_\?\’ : S e
o, SRR Pogeichuite) MR AR
g\ ~
. ISR\
Voo t halte impé ancM

267/85

Symboles
complets

Ia(BC-DEF

Symboles avec
indices abrégés
en position C et
E, indices en po-
sition F seule-
ment si essentiel

Formes abrégé

bs typiques

Exigences
Il Temps, de criture I(RASHL-RASHL)W I((RASL-RASL)W Tew
2 Temps de mainfien écriture-RAS bas Ih(RASHL-WLHW IhrASL-WH) IhrasL-w)s drasw)
3} Temps de maintien CAS bas—écriture IywuL casuinw (WL CASH) Iw_casH)s fhw-cas)
4. Temps de préparation écriture—CAS bas Lou(WHL-CASHL)W Ly wL-cAsL) touw-casLys Lsu(w-cas)
5. Temps de maintien écriture-CAS bas Th(CASHL WLH)W by(CASL-WH) facasiwys Incas-w)
6. Durée (largeur) de limpulsion d’écriture L WHL-WLHW LWL -WH) Luwiys Bwewy
7. Temps de maintien RAS bas—écriture Iy (WHL RASLH)W bo(WL-RASH) by w_RASH)S Th(W-RAS)
8. Temps de préparation entrée information—

CAS bas Lu(DXV-CASHL)W Luov.casy) Lu-cAsL)s Lsu(D-CAS)
9. Temps de maintien entrée information-

CAS bas Iy (CASHL-DVX)W IhycasL-Dx) IhcasLD); In(CAS-D)
10. Temps de maintien entrée information—

RAS bas Ih(RASHL-DVX)W byRASL-DX) th(RASL-D)) Ih(RAS-D)

FIG. 24. — Mémoire a accés aléatoire a fonctionnement dynamique. Cycle d’écriture typique.
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VH ey
ViL
- 2 >
Un
oS \ /
Vie
ViK /\(

Y 4 + |e—b5—»
AW IH 6
(H = read
L = write) | ViL
Vi s (X

Write cycle

— 109 —

SO 0000 QR

o

@

P/85

R

Full symbols

IA(BC-DE)F

Symbols with
abbreviated sub-
scripts in posi-
tion C and E,

subscripts in
position F only
when essential

Typical abbreviated formis

Timing requ{rements,

AN\

1. Write cycle tifne I(RASHL-RASHL)W I(RASL-RASL)W Lew

2. Write held{time” after RAS low Ih(RASHL-WLH)W Ih(RASL-WH) IrasL-W)5 Tn(RAS-W)
3. CAS loy_held time after write Do WHI - CASLHIW fowi casi fow casint Tyw cas)
4. Write set-up time before CAS low LuwLH-cASHLW Louwi-casL) Luw-casLys suw-cas)
S. Write hold time after CAS low ThicAsHL-wLHW IhicasL-wH) IhcasL-wys Incas-w)
6. Write pulse duration (width) LyWHL-WLHW Lo(wL-wH) Lywiys Twewy

7. RAS low hold time after write Th(WHL-RASLH)W T (WL-RASH) Inw-RasH)s Th(W_RAS)
8. Data-in set-up time before CAS low Lu(DXV-CASHL)W Lupv-cast) sup-cast)> lsu(D-cAs)
9. Data-in hold time after CAS low Ih(cASHL-DVX)W Th(CASL-DX) hcast-bys thcas-p)
10. Data-in hold time after RAS low Lo (RASHL-DVX)W IW(RASL-DX) hyraSL-D)s Ta(RAS-D)

F1G. 24. — Typical dynamic random-access memory. Write cycle.
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Cycle de lecture—écriture
1
[ / X
RAS
YL
Uik
CAS \ /
ViL
Yh V4
A
VL
2 NN
AN Y
le— 4 —» <—57‘\
. Vin
RW / \
(H = lectpre, \
L = écrifure N
- 10 S —sf 1P fe—
vor Q ﬁ
Q — O\ - { Information valide
v Etat haute impédande >
oL NS N
9) - O —» 13
—| lo—
Vin
D m
ViL
Information
<\ f\ valide 268783
N
N N
Symboles avec
ymboles mdlcgs .abreges
complets en position C et Formes abrégés typiques
p E, indices en po-
ABC-DEF sition F seule-
(\ ment si essentiel
Exi
1 enlscturesécriture L{(RASHL-RASHLIRW [(RASL-RASL)RW Lrw
2 emp! RAS bas—écriture Ly RASHL-WHLIRW L4RASL-WL) lyras-wy> TRasLpvis Irasw
3 q CAS, bas—€criture Lh(WHL-CASLH)RW IhwL-cAsH) Iyw_casHy> Thow-cas)
4 Te cpagati ecture-CAS bas Lu(RLH-CASHLIRW Lu(RH-CASL) Lur-casLy; Hur-cas)
5 de Ferx} s CAS bas—ecr%ture Ly (CASHL-WHLIRW La(cASL-wL) lacas-wys IcasLiLs foas-w
6 ntigh RAS bas—écriture Ih(WHL-RASLH)RW t(wL-RASH) byw-rasH)> Thw_rAS)
7| Durée (largeur) de I'impulsion d’écriture Ly(WHL-WLH)RW fywL-WH) Luwiys Hhw)
8| Temps de préparation entrée informa-
tion—€criture o L5u(DXV-WHL)RW Lupv-wr) Lu(n-w)
9. Temps de maintien entrée information—
écriture b(WHL-DVX)RW IhwL-DX) fhw-D)
Caractéristiques de commutation
10. Temps d’acces RAS bas Ly(RASHL-QZVIRW TRASL-QV) IyrasLy la(ras)
11. Temps dacces. CAS bas ) LA(CASHL-QZVIRW LycasLqv Lycaswys lucas)
12. Temps de validation en sortie-CAS haut Ly(CASLH-QVXRW LycASH-QX) Licasrqys bucasq; Tucas) |
13. Temps d’inhibition en sortie-CAS haut Lgis(CASLH-QVZ)RW L4is(CASH-QZ) Lais(casH-Q)> Ldis(CAS-Q) lais(CAS)
FIG. 25. — Mémoire a accés aléatoire a fonctionnement dynamique. Cycle de lecture-écriture

typique.
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Read-write cycle

:
|
)
g

‘

[

<<

=
/'

2 - 3 \

le—24 5 > AY’ \ i
_ Vi N\
RW
(H=read, / \ \
L = write) x
10 12
Vi - A — le—
Q Voo High-impedance state Y \) /\Jata' gld
St k(4-\9{>)\/ —» 13
Vin 8

a-valid
(\ /\ 268/85

Symbols with
abbreviated sub-
1-dabol scripts in
position C and Typical abbreviated formg
E, subscripts in

position F only
when essential
"

7

TA(BC_DE)

Timing requi

1. Read-wri T(RASHL-RASHLYRW IRASL-RASLIRW frw

2. 'ILme int {4 RASHL-WHLIRW T3RASL-WL) fyras-w)s TRAsL-wL> TRAS-W
3. CAS low Th(WHL-CASLH)RW Ihwi-casH) Inow_castys Inow-cas)

4. Read set T(RLH-CASHLIRW LuRA-CASL) Lyr-casLys Lur-cas)

5. ’Iﬂ? int T4(CASHL-WHLIRW LycasL-wi) lycaswys loast-wis Icasw
6. RAS low F(WHL-RASLH)RW Th(WL-RASH) tw-rASH)> Th(W-RAS)

7. Write pu Ly (WHL-WLH)RW La(WL-WH) fuwiys buw)

8. Data-in spt-up”time before write {(DXV-WHLIRW tuDY-wL) LW

9. Data-in hold time after write Th(WHL-DVXORW oewL_DX) tyw-p)
Switching characteristics

10. @ low access time L(RASHL-QZVIRW TyRASL-QV) LrasL)> larAs)

1. CAS low access time Ly(CASHL-QZVIRW Licast-qv) tucastys Lucas)

12. Output valid time after CAS high Ty(CASLH-QVX)RW 1(CASH-QX) tucast-Q)5 lwcas-Q)s Hvicas)

13, Output disable time after CAS high LiisCASLH-QVZ)RW Lais(cASH-QZ) LiisccasH-Q)> laisicas-q)s liscas)

FiG. 25. — Typical dynamic random-access memory. Read-write cycle.
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CHAPITRE III: VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
SECTION UN — GENERALITES SUR LES CIRCUITS INTEGRES DIGITAUX

Les stipulations de cette section couvrent les circuits intégrés digitaux combinatoires et
séquentiels, a la fois bipolaires et MOS, sauf spécification contraire. Elles ne s’appliquent pas
aux assemblages a couplage dynamique des circuits intégrés digitaux.

1. ddentificats tescription—du—ciremit

1.1| Désignation et type

1.2| Technologie

On doit indiquer la technologie employée pou
intégré monolithique a semiconducteurs, circuit i
hybride, microassemblage. On doit aussi jind
semiconducteur, telles que: NMOS, CMOS,

pannexemple: circuit
ince, cirduit intégré
fes technglogies du

1.3| Identification du boitier

dessin d’encombrement,| ou dessin
des bornes.

gde ou une information équivalente sur le circuit intégré digital doit

Alimentation

[

Entrée 1 Q= b Sortie

Circuit intégré digital a deux entrées

Entrée 2 O~

l

Masse 50381

FIGURE 26
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CHAPTER III: ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS

SECTION ONE — DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS, GENERAL

The provisions of this section cover combinatorial and sequential digital integrated circuits,
both bipolar and MOS circuits, unless otherwise specified. They do not include a.c. coupled
digital integrated circuits.

1. Circuit

1.1 Desig

1.2  Techn

Th
thin
This
CMO

1.3 Package identification

1.3.1 1EC

1.3.2 Prin

1.3.3 Tern

2.1

demtificati descripti

nation and type

plogy

b
L

manufacturing technology, for example, semiconductg
film integrated circuit, hybrid integrated circuit, m
statement should include details of the semicond

S, Schottky TTL or 12L.

and/or national reference number

drawing, or drawing

valent circuit information of the digital integrated cir

Supply

[

uit,
ed.
0S,

of

Cuit

Input 1 00— pb—-0 Output
Digital integrated circuit
having two inputs
Input 2 O—p
Earth 50281

FIGURE 26
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On peut distinguer les bornes suivantes:

a) Bornes d’alimentation, c’est-a-dire les bornes prévues pour étre connectées aux
alimentations.

b) Bornes d’entrée et de sortie, c’est-d-dire les bornes vers lesquelles ou a partir
desquelles les signaux circulent. Le terme «signal» comprend a la fois l'impulsion et
des formes d’ondes plus complexes.

¢) Sl y a lieu, autres bornes pouvant servir 4 commander ou a modifier les
caractéristiques du circuit.

d) Bornes non connectées.

Le schéma synoptique doit permettre d’identifier la fonction de chaque connexion
externe et, lorsqu’il n’y a pas de risque d’ambiguité, indiquer égalément\les numéros des
bornes. Si I’encapsulation comporte des parties métalliques, tout es bornes
extérieures a ces parties doit étre précisée. On doit indiquer i c tous les

Comme information supplémentaire, on peut reprodujre I ique complet
comprenant les éléments parasites importants, i ement les
valeurs des composants du circuit.

Description fonctionnelle

La fonction réalisée par le 'me d’une

table de fonctionnement.
Exemple:

Table de fonctionnement pour i alisant la
fonction ET-NON (QU-

Entrée 2 Sortie

aullie =il qullias
T T Tt

i, pour des structures complexes dans un méme boitier, les interdonnexions

éxtgéfieures permises entre les bornes, les éléments extérieurs tels que résistances de

‘N A v 41 £ e . M 1 . 1 $ h 4 . A bl d’ A
Targe—a—Comecter St a—romctromr primcemparcqur—arors—est—rempire;,gorvent—etremdiques.

Valeurs limites

En satisfaisant aux articles suivants, si des valeurs maximales et/ou minimales sont

données, le fabricant doit ‘indiquer s’il se référe a la valeur absolue ou a la valeur
algébrique de la grandeur.

Les valeurs limites doivent couvrir le fonctionnement du circuit intégré dans la gamme
des températures de fonctionnement spécifiée. Si ces valeurs limites dépendent de la
température, cette dépendance doit étre indiquée.
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The following terminals may be distinguished:

a) Supply terminals, that is, terminals intended to be connected to the power supplies.

b) Input and output terminals, that is, terminals into or out of which signals are passed.
The term “signal” includes both pulse and more complex waveforms.

¢) Where appropriate, other terminals that can be used to control or modify the
characteristics of the circuit.

d) Blank terminals.

" neq

P
ned

2.2 Fun

rm of
a flunction table.

Extample:

A function table o
NAND (NOR) functi

g the

C N Inbgt 2nput 2 Output
7

[quilie ol eullia ol
T T T

bated,”H and L refer to voltage.

23 Cor

Where’/ appropriate, for complex structures in a single encapsulation, the permjssible
exferndl interconnections of the terminals, the external elements such as load resistanices to
be connected and the principal function which may be performed thereby, should be stated.

3. Ratings (limiting values)

In satisfying the following clauses, if maximum and/or minimum values are quoted,
the manufacturer must indicate whether he refers to the absolute magnitude or to the
algebraic value of the quantity.

The ratings given must cover the operation of the integrated circuit over the specified
range of operating temperatures. Where such ratings are temperature-dependent, this
dependence should be indicated.
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3.1 Tensions et courants continus

3.1.1 Valeur(s) limite(s) de la (ou des) tension(s) aux bornes d’alimentation par rapport & un
point de référence électrique spécifié (voir note).

3.1.2 Sl y a lieu, valeur limite de la tension entre des bornes d’alimentation spécifiées (voir
note).

3.1.3 Quand plusieurs tensions d’alimentation sont nécessaires, on doit indiquer si l'ordre de
mise en service des alimentations est important; dans ce cas, la séquence doit étre
indiquee.

3.1.4 St Ie courani traversant uneé borné quelconqué nest pas sulll
valeur limite de tension, une valeur limite de courant doit étr¢/alssi_donmge-pour cette
borne (voir note).

3.1.§ S’il y a lieu, valeurs limites des conditions en contin et/ou de
sortie.
Note. — Quand on utilise plus d’une alimentation, il peut étre e\d’1 er la)combinaisoh de valeurs
limites pour ces tensions et ces courants d’alimenta
3.2 | Tensions et courants non continus
3.2.1 dépassées

bur  durée

3.2.7 lieu, des
pécifiées de pire cas.

33

3.3.1 ¢ naximale du milieu ambiant ou d’un point de| référence

3.3.2

34

a Ieu, durée maximale de court-circuit entre chacune des bornes dq sortie et
une_borné~dalimentation (ou la masse), dans des conditions de fonctionnememt de pire
cas speécifiées. T

4. Conditions de fonctionnement recommandées (dans Ia gamme des températures de
fonctionnement specifiee)

41 La gamme des valeurs de la (des) tension(s) d’alimentation. Cette gamme doit étre
indiquée par une valeur nominale et une tolérance (les écarts en plus et en moins de la
tolérance ne sont pas nécessairement les mémes et doivent étre donnés).

Les valeurs nominales et les écarts (tolérances) autorisés doivent étre pris parmi les
valeurs indiquées dans la Publication 748-1, chapitre VI, article 6.
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3.1 Continuous voltages and currents

3.1.1 Limiting value(s) of the continuous voltage(s) at the supply terminal(s) with respect to a
specified electrical reference point (see Note).

3.1.2 Where appropriate, limiting voltage between specified supply terminals (see Note).
3.1.3 When more than one voltage supply is required, a statement should be made as to

whether the sequence in which these supplies are applied is significant; if so, the
sequence should be stated.

3.14 ere the current through any terminal is not limited sufficiently by (the voltage xlating,

a Hmiting current rating for that terminal should also be given (see

3.15 ere appropriate, limiting values of the continuous co nd/or

oufput terminals.

Notp. — When more than one supply is needed, it may be negessa bingtions of ratifigs for
these supply voltages and currents.

3.2 No#-continuous voltages and currents

3.2.1 If]the values given in Sub-clauses nsient

cortditions, then the permissible exces

3.2.2 Limiting values of ifiput g time
ks 3

limiitations, under $x

33 Temperature@

3.3.1 Mlinimum and ‘m

332 Mini

3.4 Capabili

ere approprjate, the maximum duration of a short circuit between each qutput
terinial“and any supply terminal (or earth) should be given, under specified wordt-case

conditions—of—operation
nditiens—of—operation:

4. Recommended operating conditions (within the specified operating temperature range)

4.1 The range of values of supply voltage(s): in terms of a nominal value, plus and minus
given deviations (tolerances) (the plus and minus deviations (tolerances) need not be
identical and should be stated).

‘The nominal values and the permitted deviations (tolerances) are to be taken from
IEC Publication 748-1, Chapter VI, Clause 6.
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42 Les conditions de I'impulsion d’entrée, les niveaux de tension et/ou de courant, les
formes d’onde et, s’il y a lieu, les diagrammes de temps des signaux d’entrée.

43 S'il y a lieu, les conditions de polarisation de tension et/ou de courant recommandées en
continu a toutes les bornes d’entrée.

44 Sl y a lieu, les conditions de polarisation de tension et/ou de courant recommandées en
continu a toutes les bornes de sortie.

45 Sil y a lieu, les valeurs des impédances externes requises aux bornes d’entrée et de
sortie. ‘

4.6 Conditions des impulsions d’horloge(s). S’il y a lieu, de telles conditions doivent

: Ve etston;—tes rehtion ¢ impwlstons et les

5.«

tonditions
r la (les)

ximale et

5.1

5, chacun
sion sont

nécessaires.
Pour ension, deux domaines sont définis: le[] domaine
garanti permis 4 Dentrée. Toute tension a lintérieur du

domaine pe

trées engendre une tension de sortie a I'intérieur du
a l’état résultant donné par la table de fonctipnnement.
suivantes sont donc exigées:

afls de nombreux cas pratiques, on peut par simplification avoir Vyu. égale a [la valeur la
plus positive de la tension d’alimentation la plus positive (ou égale a zéro si P'on [n’utilise que
des tensions d'alimentation négatives). Une telle condition est implicite si aucune indication
n’est donnée pour Voya.

Voug: valeur la moins positive (la plus négative) du domaine garanti de la tension de
sortie pour I’état haut. :

VoLa: valeur la plus positive (la moins négative) du domaine garanti de la tension de
sortie pour I’état bas.

Vous: valeur la moins positive (la plus négative) du domaine garanti de la tension de
sortie pour I’état bas.

Note. — Dans de nombreux cas pratiques, on peut par simplification avoir Vy, égale a la valeur la plus
négative de la tension d’alimentation la plus négative (ou égale a zéro si I'on nutilise que des
tensions d’alimentation positives). Une telle condition est implicite si aucune indication n’est
donnée pour Vo,
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42 The input pulse conditions, voltage and/or current levels and waveforms and, where
appropriate, the time relations of the input signals.

4.3

4.4

4.5

4.6

5.

5.1

Where appropriate, the continuous voltage and/or current bias conditions at all input
terminals.

Where appropriate, the continuous voltage and/or current bias conditions at all output
terminals.

Where appropriate, the values of external impedances required at the input and output
terminals.

Pulse conditions of the clock(s). Where appropriate, such conditions should include

Vo

Stati¢ electrical characteristics for bipolar integrated circuits

lfage Tevels, pulse waveform condifions and time inierrelations of the puls

Kach electrical characteristic of Clause 5 should be

rtrical

wo ), as
stat
a)
b)
Ess

T ch is
spe

| wo ranges are defined: the guaranteed range at
the] range
api' range
co bltage
chg

posiive value of the most positive power supply voltage (or to zero when there aj
egative supply voltages). This condition is implied when no indication is given on Vgya

range

e most
e only

Vous: the least positive (most negative) value of the guaranteed high state voltage range
at the output.

Vora: the most positive (least negative) value of the guaranteed low state voltage range
at the output.

Vos:  the least positive (most negative) value of the guaranteed low state voltage range
at the output.
Note. — In many practical cases, a simplification can be made by setting ¥V, equal to the most

negative value of the most negative power supply voltage (or to zero when there are only

positive supply voltages). This condition is implied wher no indication is given on Vo,
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Viua:

Vine:

Viea:

Vs
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valeur la plus positive (la moins négative) du domaine permis de la tension
d’entrée pour I’état haut.

Note. — Si aucune indication n’est donnée pour la valeur de ¥y, cela suppose que Viua = Voua-

valeur la moins positive (la plus négative) du domaine permis de la tension
d’entrée pour I’état haut.

valeur la plus positive (la moins négative) du domaine -permis de la tension
d’entrée pour 1’état bas.

valeur la moins positive (la plus négative) du domaine permis de la tension
d’entrée pour I’état bas.

Note. — Si aucune indication n’est donnée pour la valeur de ¥} 5 cela suppose que Vg = Vous.

5.1.

Caractéristiques essentielles des circuits dont les entrées prégéntent
exemple, trigger de Schmitt)

Virs, Vire:  tension de seuil (d’entrée) a la transition posjfive

Virias Virea: valeur la plus positive (la moins négafi

Virens Vites: valeur la moins positive (la pl

stgrésis  (par

s tensions

dgs tensions
de seuil (d’entrée) a la transitio

Vires Ve
Vir_as Virnat dgs tensions
Vires,  Virne: d¢s tensions

Note. — Le ter

es feuilles de caractéristiques, représente la diffférence entre

les tens positive et 4 la transition négative.

= V1T+— Vrr-

= Vire—Virn

e gdractéristique doit étre spécifiée pour des circuits ayant des diodes d’écrétage a une|ou plusieurs
entrées, par exemple les TTL a écrétage d’entrée.

53

5.3.1

Caractéristiques essentielles des courants d’entrée et de sortie

Caractéristiques essentielles pour tous les circuits intégrés digitaux

A chacune des quatre tensions de sortie, on peut associer une possibilité de fournir ou
d’absorber du courant déterminée par la conception du circuit.

Il est alors nécessaire de spécifier les valeurs minimales et/ou maximales des courants
associés aux quatre tensions de sortic. Avec la convention que le courant entrant par une
borne est positif et que le courant sortant d’une borne est négatif, les courants exigés
sont les suivants:


https://iecnorm.com/api/?name=97055120e8a2d88b9b78eb56c74c1493

748-2 © TEC 1985 — 121 —

52

5.3

5.3.1

Viba

Ving:

Vita:

Vis:

Essen
circuit

I/]T-H

VIT+Aa

I/1T+B,

I/IT—,
VIT—A,

I/IT—B9

Note. -

Note.

- The term “hyster < 1 ets,_depoOtes the difference between the positive-going find

- This chara

the most positive (least negative) value of the permitted high state voltage range
at the input.
Note. — When no indication is given on V,, it is supposed that Vi, = Voya.
the least positive (most negative) value of the permitted high state voltage range
at the input.
the most positive (least negative) value of the permitted low state voltage range at
the input.
the least positive (most negative) value of the permitted low state voltage range at
the input.
Note. — When no indication is given on V. it is supposed that Vg = Viyg.
ial characteristics of circuits with inputs having hysteresis (for exatpl j1strigher
Virp:  positive-going (input) threshold voltage

Virea: the most positive (least negative) value of ng
(input) threshold voltage range.

Vires: the least positive (most negative) vald positive-going
(input) threshold voltage range.

Virn:

Virna: guaranteed negative-going

Virng: the  least guaranteed negative-going
(input) thr

the negative-going

eristic should be specified for circuits having clamping diodes attached to one or more
inputs, for example, input-clamped TTL.

Essential characteristics for input and output currents

Essential characteristics for all digital integrated circuits

Associated with each of the four output voltages is a current driving or sinking
capability determined by the design of the circuit.

It is necessary therefore to specify limit values of current associated with the four
output voltages. Taking as a convention that current flowing into a terminal is positive,
and that out of a terminal is negative, the required currents are as follows:
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Vous:

Toun-

— 122 — 748-2 © CEI 1985
valeur la moins positive (la plus négative) du courant de sortie lorsque
Voua €st présente a la sortie considérée et que sont appliquées, aux entrées,
des tensions correspondant au pire cas dans le domaine approprié Vi, a
Vius et/ou Vi, & Vg qui définissent des états d’entrée tels que la sortie
soit dans I'état haut, comme il est indiqué dans la table de
fonctionnement.

Note. — Cette valeur m'est pas nécessaire si Vou, est égale & la valeur la plus positive de la
tension d’alimentation la plus positive.

valeur la plus positive (la moins négative) du courant de sortie lorsque

Vous st présente & la sortie considérée et que sont appliquées, aux entrées,

des tensions correspondant au pire cas dans le domaine approprié Vi, a

Vs €t/ou Vya & Vg qui définissent des états d’entrée tels que la sortie

soit dans Iétat  haut, comme il est indiqué _dans la table de

Ious Vora:

Vois:

IOLA

Iy

Iy 2 HA®

fonctionnement.

valeur la moins positive (la plus négative)
VoLa €st présente a la sortie considérée et ¢
des tensions correspondant au pire cas ¢
Vius €t/ou V. a Vp qui définissent d

Aux entrées,
pri¢ Viya @
pe la sortie
ionnement.

négative de la

un certain
liquée. Aux

e lorsqu’on
trée considérée et que sont appliquées, [aux autres
s correspondant au pire cas dans le domaine approprié
I/ILA é I/ILB' '

le si Voua est
sitive, ou pour

eur la plus positive (la moins négative) du courant d’entr§e lorsqu’on
applique une tension spécifiée correspondant au pire cas dans [le domaine
Vous @ Viua @ l'entrée considérée et que sont appliquées, aux aufres entrées,
des tensions correspondant au pire cas dans le domaine apprdprié Vi, a

Lig a Voual

1L + 1L S 1L

VIHB "WV UU Fhia &4 V[LB-

Note. — La tension correspondant au pire cas est celle dans le domaine permié qui augmente
le courant d’entrée au maximum.

valeur la moins positive (la plus négative) du courant d’entrée lorsqu’on

applique une tension spécifiée correspondant au pire cas dans le domaine

Vis @ Voa A entrée considérée et que sont appliquées, aux autres entrées,

des tensions correspondant au pire cas dans le domaine approprié ¥V, a
Viup et/ou Vi a Vi

Note. — La tension correspondant au pire cas est celle dans le domaine permis qui augmente
le courant d’entrée au maximum.
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Ious at Voga:

Ioua at Voyg:

— 123 —

least positive (most negative) value of the output current’ when Vg, is
present at the output considered and when the voltages applied to the
inputs have the worst-case value within the appropriate range Vi , to Vi
and/or V,, to V¥, corresponding to the input states necessary for the
output to be in the high state as shown by the function table.

Note. — This value is not necessary if Voy, is equal to the most positive value of the most
positive power supply voltage.

most positive (least negative) value of the output current when Vg is

present at the output considered and when the voltages applied to the

inputs have the worst-case value within the appropriate range Vi, to Vs

Iog 4t Vora:

Ioia 9t Vo

In
they
curret|

Lys at

Lua af

and/or Viwto VILD (‘nrrecpnnding ta the inpnf states nec he

output to be in the high state as shown by the function

i
he

A
1HB

he

is
the

4
1HB

the

the most negative value of the most

drive a certain current when
. At the inputs, the values|of

input current when Vgl is
the voltages applied to the
the appropriate range Vy,|to

ual
CL

itive (least negative) value of the input current when a specifled
gase voltage in the range Vyu to Viua is applied to the input
considered and when the voltages applied to the other inputs have the

worst-eca
A Z AR

Lis at Vo,

a unthin tha o 10ta ronan T/ + ) 74 and ) 74 t
L% 3 YWILIIILIY LIV uyyluyllul.v lulls\z L4 IHA lav L4 IHB [4284%) Ul L4 ILA 0

I/ILB'

Note. — The worst-case voltage is that voltage within the permitted range that increases the
input current to a maximum.

least positive (most negative) value of the input current when a specified

worst-case voltage in the range V;; to V., is applied to the input

considered and when the voltages applied to the other inputs have the

worst-case value within the appropriate range Vi, to Vi and/or Vi, to

Vie-

Note. — The worst-case voltage is that voltage within the permitted range that increases the
input current to a maximum.
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I 3 Vot valeur la plus positive (la moins négative) du courant d’entrée lorsqu’on
applique V,; & lentrée considérée et que sont appliquées, aux autres
entrées, des tensions correspondant au pire cas dans le domaine approprié
Vina @ Vius et/ou Va2 Vi

Note. — Cette caractéristique n'est pas obligatoire dans tous les cas, par exemple si Vpp est
égale 4 la valeur la plus négative de la tension d’alimentation la plus négative, ou
pour les circuits ECL.

En général, pour les sorties comme pour les entrées, on doit spécifier quatre points
dans le plan courant-tension (voir figures 27 et 28). Ils peuvent étre spécifiés suivant
I'une des trois méthodes suivantes:

a) en appliquant un courant de référence spécifié et en mesurant la tension qui en résulte;

b) en appliquant une tension de référence spécifiée et en mesurant le courapt qui|en résulte;

lo ‘
OB e — V

y at haut
loLa b —-
VOHA Vo
I A

5038y
rapts de sortie associés aux tensions de sortie.
Vi
504/81
FiG. 28. — Courants d’entrée associés aux tensions d’entrée.
Note. — Dans les figures 27 et 28, les axes ne représentent pas nécessairement le zéro pour la tension ou pour

le courant.
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Lian at Vorg:

In general, for both output and input terminals, four points in the voltage-current
plane must be specified (for example, see Figures 27 and 28). The specification may be

most positive (least negative) value of the input current when Vg, is
applied to the input considered and when the voltages applied to the
other inputs have the worst-case value within the appropriate range Vi, to
Vius and/or Vs to Vi

Note. — This characteristic is not mandatory in every case, for example, when ¥, is equal to
the most negative value of the most negative power supply voltage, or for ECL

circuits.

— 125 —

written using one of the following three methods:

a) by applying a specified reference current and measuring the resulting voltage;

b) by ppplying a specified reference voltage and measuring the resulting cyrrent;

lo

/oL

loLa

A

OHB

50381

VoLs VoLa

7

iLa

T
l
I

| 4

VouB Vouna

504/81

FiGg. 28. — Input currents associated with input voltages.

Note. — In Figures 27 and 28, the axes do not necessarily represent zero voltage or current.
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¢) en appliquant une tension de référence spécifiée a travers une résistance de charge
spécifiée et en mesurant soit la tension, soit le courant a la borne de sortie.

Note. — La méthode ¢) ne peut étre adoptée que si le Qircuit est spécifié pour attaquer une charge définie.
5.3.2 Caractéristiques supplémentaires pour les circuits intégrés digitaux ayant des sorties «trois
états»
A T'étude.
5.4 Conditions appliquées pour le pire cas

Les conditions limites pour les caractéristiques d’entrée et de sortie
garanties dans les conditions électriques de pire cas:

a) dans la gamme des températures de fonctionnement spécifiée, ou

doivent étre

de pire cas. Les conditions de pire cas sont en
points.

par la mesure, 4 savoir
et/ou V. d Vi

C @
électrigue

Mpératures de fonctionnement spécifiée, ou

de 25°C, et aux températures de fonctionnement

nécessaires.

maximale et

s conditions
chacun des

ne dans une

c;

5 directement

\

Viua & Vius

10S

s conditions
pour la (les)

maximale et

Les caractéristiques de tension s’expriment sous forme de quatre domajnes,
” , ifie ] frrrites—F : oo N— |
b

€ tension sont

chacun

Pour chaque état de la variable tension, deux domaines sont définis: le domaine

\ Y 1

garanti & la sortie et le domaine permis A VPentrée. Toute tension &

Iintérieur du

domaine permis appliquée aux entrées engendre une tension de sortie a lintérieur du
domaine garanti correspondant a I’état résultant donné par la table de fonctionnement.
Les caractéristiques de tension suivantes sont donc exigées:

Vona: valeur la plus positive (la moins négative) du domaine garanti de la tension de
sortie pour ’état haut.
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c) by applying a specified reference voltage through a specified load resistor and
measuring either voltage or current at the. output terminal.

Note. — Method ¢) should be adopted only when the circuit is specified for driving a defined load.

5.3.2 Additional characteristics for digital integrated circuits having three-state outputs

Under consideration.

5.4 Applied conditions for worst case

The boundaries of the input and output characteristics curves must be guaranteed in
the electrical worst case:

a) over the specified range of operating temperatures, or

b) at a temperature of 25°C, and at maximum and minimum operating

Thi$ is done by stating the values of the foregoing sfecified
worst-case conditions. The worst-case conditions in general dte_di

These conditions, which are allowed to vary indep ithi ge,
and which determine the electrical worst case are:

a) supply voltages within the specified

b) conditions to be applied to an inpu by
th% measurement, that is, a voltage (1B
and/or V4 to V.
6. Static and quasi-static ¢lectrics
Eac i: S cal
worst- 1N i as
stated
a) ovq gperating temperatures, or
b) at g Rpe ; °C, and at maximum and minimum operating temperatures.
6.1 Essent ics of the digital voltage signals
The S is

specified by two limits. Thus, eight values of voltage are needed.

For each state of the voltage variable, two ranges are defined: the guaranteed range at
the output and the permitted range at the input. Any voltage within the permitted range
applied to the inputs causes the output voltage to remain within the guaranteed range

corresponding to the resulting state shown by the function table. The following voltage
characteristics are therefore required:

Voua: the most positive (least negati\}e) value of the guaranteed high state voltage range
at the output.
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Vons:

Vora:

Vois:
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Note. — Dans de nombreux cas pratiques, on peut par simplification avoir Vy,, égale a la valeur la
plus positive de la tension d’alimentation la plus positive (ou égale 4 zéro si I'on n’utilise que
des tensions d’alimentation négatives). Une telle condition est implicite si aucune indication
n’est donnée pour la valeur de Vyya.

valeur la moins positive (la plus négative) du domaine garanti de la tension de

sortie pour I’état haut.

valeur la plus positive (Ia moins négative) du domaine garanti de la tension de
sortie pour I’état bas.

valeur la moins positive (la plus négative) du domaine garanti de la tension de
sortie pour I’état bas.

Note. — Dans de nombreux cas pratiques, on peut par simplification avoir Vg égale a la valeur la plus

et

6.2

6.2.

6.2

Vina:

Vius:

negative de a O d O a plu g Ve ou ¢gd

0% 1'0 tilise que des

tensions d’alimentation positives). Une telle condition est dication n’est

donnée pour Vs

valeur la plus positive (la moins négative) du d
d’entrée pour I’état haut.

Ja tension

valeur la moins positive (la plus négati aine. pérmi la tension
d’entrée pour I’état haut.

valeur la plus positive (la moj la tension

la tension

statiques spécifiées.

étre indiqués correspondent 4 ceux |obtenus en
Voua, Voug sur la borne ou le courant |est mesuré.

ourahts suivants doivent étre indiqueés: Ioyg & Voua, Tona @ Vousr fos 2 [Vora Tora @

6.2.3 Courant de fuite de sortie (s’il y a lieu)

Valeur maximale, dans des conditions spécifiées.

7. Caractéristiques électriques dynamiques

Chaque caractéristique électrique du paragraphe 7.2 doit étre indiquée dans des
conditions électriques spécifiées de pire cas, dans la gamme recommandée des tensions
d’alimentation indiquées dans le paragraphe 4.1.
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Note. — In many practical cases, a simplification can be made by setting Vo4 equal to the most positive value

Vous:

Vora:

Vos:

Vina:

Ving:

Via:

I/ILB

6.2 Essenti

6.2.1 Stati
Maj

input c
imum valué,

{0t At Vo p.

of the most positive power supply voltage (or to zero when there are only negative supply voltages).
This condition is implied when no indication is given on Voya.

the least positive (most negative) value of the guaranteed high state voltage range
at the output.

the most positive (least negative) value of the guaranteed low state voltage range
at the output.

the least positive (most negative) value of the guaranteed low state voltage range
at the output.

Note. — In many practical cases, a simplification can be made by setting V. equal to the most

od V vall O O CEd Ve DOWC Upply VOIldag Q O Cro Wil RJC dIC ]ly
positive supply voltages). This condition is implied when no indication is gi

at the input.

the most positive (least negative) value o
the input.

at

at

uld be stated correspond to those obtained in applying
ouss Voras Vois to the terminal at which the current|is

curtents should therefore be stated: Inys at Vopa, Towa at Vous, Iows|at

6.2.3  Output leakage current (where appropriate)

Maximum value, under specified conditions.

7. Dynamic electrical characteristics

Each electrical characteristic of Sub-clause 7.2 should be stated under specified

electrical worst-case conditions with respect to the recommended range of supply voltages
as stated in Sub-clause 4.1.
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Les valeurs minimales et/ou maximales ou, si celles-ci ne peuvent faire

© CEI 1985

I’objet d’un

accord entre le fabricant et 'utilisateur, des valeurs typiques doivent étre données:

a) dans la gamme de températures de fonctionnement spécifiée (par exempl
de courbe) ou,

b) 3 la température de 25°C, et aux températures de fonctionnement
minimale.

La condition b) ne doit &tre utilisée que si la valeur de la caractéristique
cas dans toute la gamme de températures peut se déduire des valeurs
températures spécifiées.

e sous forme

maximale et

pour le pire
données aux

Dans tous les cas, on doit indiquer les valeurs minimales et/ou maximales applicables

a 25°C.

Introduction

b) la valeur du temps de transition p
exemple 10 ns (voir paragraphe 7.2,

des
typiques

Ces temps de commufation gurnir
performance du circuit inté
Cependant, afin d’avoir dg

méthodes de mesure, utilisant d

dans

.2

Temps de propagation

informat

es~caractéristiquy
na ¢lemeits de circuits passifs, doivent étre utilisées.

ar les temps
ijours exigeés,

¢ propagation, et

e faible, par

ions sur la
un systéme.
des

bences sur le
X mais, pour
pour certains

valeur d’un

sont donnés

Les temps de propagation suivants doivent étre indiqués dans des conditions spécifiées

(voir note 1 du paragraphe 7.2.2):

temps de propagation, la sortie allant vers le niveau bas;
valeurs maximale et minimale;

a) top:

b) twy: temps de propagation, la sortie allant vers le niveau haut;

valeurs maximale et minimale.

S’il existe plusieurs chemins différents d’information

séparément les temps pour chaque chemin.

logique, on

doit

spécifier
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7.1

7.2

7.2.1

Limit values, or if these are not mutually acceptable to manufacturer and user, typical
values should be stated either: '

a) over the specified range of operating temperatures (for example, as a curve), or

b) at a temperature of 25°C, and at the maximum and the minimum operating
temperatures.

Alternative b) should be used only if the worst-case value of the characteristic over the
whole temperature range can be deduced from the values given at the specified
temperatures.

In all cases, limit values applicable at 25 °C should be stated.

Introduction

Switching times of digital integrated circuits are characterized
transiﬂion times. Propagation times are always required, but t
transi

a) thel value of the transition time relative to the prgpagation

b) the| value of the transition time relative to ap.agbitna for example, 10ns
(se¢ Sub-clause 7.2.2).

These switching times are intended
integrated circuit in typical system applications
measurements and standard specifications,

methods N\g
pulse |characteristics and ]eads compris ng i

The switching ch 7.2 and the timing requirements |of
Sub-clause 7.3 i ,, for sequential circuits, it may be necessary
to spgcify mo eNdf the times listed (for example, for differgnt
propagation paths dti particular circuit, it may be necessary to spedify
more fthan one yalye 3 ime” with reference to different specified voltage levdls.

the performance of the
in the interests of expact
casurement using defined driving

The < to define the switching times are given in Sub-clause 3.1.

Times

Propagafion fimes

The following propagation times should be stated under specified conditions (see Note 1
of Sub-clause 7.2.2):

a) t,; : propagation time with output going to low level;
maximum and minimum values;

b) t, 4: propagation time with output going to high level;
maximum and minimum values.

If there are several different logic information paths, separate times should be specified
for each path.
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On doit donner les informations suivantes en valeurs typiques:

— variation des temps de propagation avec le courant de charge ou, s’il y a lieu, avec la
résistance de charge;

— variation des temps de propagation pour un courant de charge ou, s’il y a lieu, pour
une résistance de charge spécifiés, en fonction de la capacité de charge.

7.2.2 Temps de transition

Les temps de transition doivent étre indiqués dans des conditions spécifiées (voir
note 1), comme suit:

a) si la valeur typique du temps de transition est comparable (voir note 2) ou supérieure
a la valeur typique du temps de propagation, une valeur maximale du temps de

‘. 1 - 1 Ay . 4. ;
FAIINION JdOIU 41015 CUe THUIquUeT,

b) si la valeur typique du temps de transition est inférieure eur minimale

doit étre indiquée (voir note 3).

imale doivent
tur du temps

ux directions

eur d’'impulsions
configuration et

a valeur dépasse

une ou de plusieurs sorties, ou
es les sorties dans leur état précédent, et/ou

actérisant la forme d'onde limite du signal appliqué @ une borne| d’entrée (les

——a)—Purée—pour—te—rivern—hant ttH—(vorr—figure—31; page 138)
Valeur minimale pour un signal ayant des niveaux spécifiés a I’état haut et a |’état
bas appliqué a la borne d’entrée spécifiée.

La durée du niveau bas doit étre suffisamment longue pour que le fait de diminuer sa
valeur n’affecte pas le résultat obtenu.

b) Durée pour le niveau bas (t,) (voir figure 31)
Valeur minimale pour un signal ayant des niveaux spécifiés a I’état haut et a |’état
bas appliqué a la borne d’entrée spécifiée.
La durée du niveau haut doit étre suffisamment longue pour que le fait de diminuer
sa valeur n’affecte pas le résultat obtenu.
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7.2.2

7.3

7.3.1

The following information should be given as typical data:

~ variation of .propagation times with load current or, where appropriate, load resistance;

— variation of propagation times at a specified load current or, where appropriate, load
resistance as a function of load capacitance.
Transition times

Transition times should be stated under specified conditions (see Note 1), as follows:

a) if the typical value of transition time is comparable to (see Note 2), or greater than,
the |typical value of propagation time, then a maximum value of transitjon titne shou
be ptated;

b) if the typical value of transition time is less than 10 ns, a mini
stated (see Note 3).

If HYoth conditions a) and b) are fulfilled, then both mjnimy
should| be stated. If neither condition a) nor b) is fulfilléd
time iy required.

Tragsition times, when required, should be stated (for (bgth d ion at
is, fyyl and #y,; should be stated).

Notes 1] — The specified conditions of measuréqment i nd
oscilloscope (or other appropriate meadsuring\system), 4 ; of
the output loading network.

2| — The transition time is considered the

value of propagation time.

—

n

The

— tran

Requir
Cor
- a ch

— holdj
- a ct

Time§ iug’ the limiting waveform of the applied signal to an input terminal (wjth

other inputs at specified constant levels)

-

a) Duration for the high level (1) (see Figure 31, page 139)
Minimum value for a signal having specified high state and low state levels applied to
the specified input terminal.
The duration of the low level should be sufficiently long that decreasing its value
does not affect the result obtained.

b) Duration for the low level (1) (see Figure 31)
Minimum value for a signal having specified high state and low state levels applied to
the specified input terminal.
The duration of the high level should be sufficiently long that decreasing its value
does not affect the result obtained.
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¢) Durée pour le niveau haut (1) (voir figure 31, page 138)
Valeur maximale pour un signal ayant des niveaux spécifiés a I’état haut et a Detat
bas appliqué a la borne d’entrée spécifice.
La durée du niveau bas doit étre suffisamment longue pour que le fait de diminuer sa
valeur n’affecte pas le résultat obtenu. -

d) Durée pour le niveau bas () (voir figure 31)
Valeur maximale pour un signal ayant des niveaux spécifiés a I’état haut et a Detat
bas appliqué a la borne d’entrée spécifiée.
La durée du niveau haut doit étre suffisamment longue pour que le fait de diminuer
sa valeur n’affecte pas le résultat obtenu.

e) Taux de variation, ou temps de montée/ou de descente, du signal d’entrée
Valeurs minimale et maximale pour un signal ayant des niveaux spécifiés a I’état haut
et a I’état bas appliqué a la borne d’entrée specifiee.

1.3.2 Relations de temps nécessaires entre deux signaux d’entrég

Quand l’effet d’'un changement d’état pour un signga : iné par I’état
des autres signaux d’entrée E (ou j = 2 a n, n é¢s), les temps
suivants nécessaires pour assurer un fonctio, doivent étre
indiqués pour chaque entrée E,.
Notes 1. — Le signal E, est relatif a un )trée choisie ici

arbitrairement comme ayant le n
2. — Dans le cas général,

signa

du signal E et

e de temps mesuré en référence a un niveau spécifié du
el présent avant que le signal E; soit appliqyé. Il est mesuré
signaux E; et E, comme il est indiqué sur la figpre 29, page 136.

flaintien est lintervalle de temps mesuré en référence a un niveau spécifié du
pour lequel le signal E; est présent aprés que le signal E, a été supprifpé. I1 est mesuré
iveaux spécifiés sur les signaux E et E, comme il est indiqué sur la figure 30, page 138.

de temps nécessaires entre deux signaux successifs sur une méme ertrée

a) Temps de résolution (t.,)

Valeur minimale.
Note. — Le temps de résolution est l'intervalle de temps entre la cessation d’une impulsion d’entrée et le

commencement de I'impulsion d’entrée suivante appliquée a4 la méme borne d’entrée, chacune ayant
une durée définie au paragraphe 7.3 (voir figure 31).

b) Fréquence de fonctionnement
Valeurs minimale et maximale.
Note. — La fréquence d’un signal est celle du signal qui peut étre appliqué & une borne d’entrée pour un

facteur d’utilisation spécifi¢ et pour des conditions (éventuellement séquentielles) spécifiées appliquées
aux autres bornes d’entrée.
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7.3.2

7.3.3

¢) Duration for the high level (1) (see Figure 31, page 139)

Maximum value for a signal having specified high state and low state levels applied

to the specified input terminal.

The duration of the low level should be sufficiently long that decreasing its value

does not affect the result obtained.

d) Duration for the low level (t,) (see Figure 31)

Maximum value for a signal having specified high state and low state levels applied

to the specified input terminal.

The duration of the high level should be sufficiently long that decreasing its value

does not affect the result obtained.

e) Rate of change, or rise and/or fall times, of the input signal

Miflimum and maximum values for a signal having specified high stat
levels applied to the specified input terminal.

Necessary time relations between two input signals

When the effect of a change of state of an input signal EN
of other input signals E; (where j = 2 to n, n being the
times [necessary to ensure correct sequential operation shauld

Notes . — Signal E, refers to a signal applied to any input

¥ — In the general case, several time dhter¥als h¢
signal E; may have to be stated.

a) Sel-up time (t,)
MIimum value and,

Nofes 1. — The set-up time

2 —Tl@lp ime may dhave
b) Hgld time (t,)

o
o
&
Q.
=
@
(=t
o
<
o
o
@
S

the Signg
¢vels\on the signals E and E, as indicated in Figure 30, page 139.
gay have a negative value.

Necdssary” timé~elatlons between two successive signals applied to the same input

a) Resolution time (t.)

and._low, state

the
een

gnal

E is present after the signal E, has been removed. It is measured between

Minimum value.

Note. — The resolution time is the time interval between the cessation of one input pulse and the
commencement of the next input pulse applied to the same input terminal, each having a duration

as defined in Sub-clause 7.3 (see Figure 31).
b) Operating frequency

Minimum and maximum values.

v

Note. — The frequency of a signal is that of the signal which may be applied to an input terminal for a
specified duty cycle and for specified (possibly sequential) conditions applied to the other input

terminals.
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7.4 Impédances d'entrée et de sortie

7.4.1

748-2 © CEI 1985

Capacité d’entrée pour un fonctionnement en grands signaux

Valeur(s) maximale et/ou typique, lorsque la tension (ou le courant) du signal d’entrée
change d’un état haut a4 un état bas, ou inversement, dans les conditions spécifiées

suivantes:

— conditions de charge de sortie et conditions de charge pour les autres bornes d’entrée;

— conditions de I'impulsion d’entrée (amplitude, fréquence, temps de croissance et de

décroissance, etc.);

— tension(s) d’alimentation.

e

décroissance, etc.);

— tension(s) d’alimentation

applications

yortie change
uivantes:

es de sortie:

E/‘
L, Ls
L, L,
/ \: £,
Lsy

Em— ]

tsy

() (d)

505/81
Note. — Les symboles neutres L, a L, ont été utilisés pour indiquer les niveaux.

FIG. 29. — Temps de préparation t,,.
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7.4 Input and output impedances

7.4.1 Input capacitance for large-signal operation

Maximum and/or typical value(s) with the input signal voltage (or current) changing
from a high state to a low state or the reverse, under the following specified conditions:

- output loading conditions and loading conditions on other input terminals;

- input pulse conditions (amplitude, frequency, rise and fall times, etc.);

— supply voltage(s).

742 Outpgut capacitance for large-signal operation (limited to high <{outp i nce
applications, such as wired-OR configuration)

Ma
chang
condi

- inp

- inp

~ suf]

L, L,

/ E, E,

(c) (d

505/81

Note. — Neutral symbols L, to L, have been used to indicate levels.

FiG. 29. — Set-up time ¢,
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£
E, E,
L L,
L, L
3
£
(a) (b)

506/81

S~

t: u\\
| p—— P
fres
507/81

tI'CS *

FiG. 31..— Temps de résolution
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£
E, £,
Ls L,
L, .
3
& th
(a) (b)
— i
} L‘
L, L,
L,
E, } E,
th L.. E/ — <
VT
S06/81

o indicate levels.

s07/51

Fic. 31. — Resolution time ¢,
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7.4.3 Résistance d’entrée pour un fonctionnement en grands signaux (pour des circuits non

7.4.

10.

1.

12.

\

saturés et limitée a des applications & vitesse élevée)

Valeur(s) minimale et/ou typique, lorsque la tension (ou le courant) du signal d’entrée
change d’un état haut & un état bas, ou inversement, dans les conditions spécifiées

suivantes:

- conditions de charge de sortie et conditions de charge pour les autres bornes d’entrée;

- conditions de I'impulsion d’entrée (amplitude, fréquence, temps de croissance et de

décroissance, etc.);
— tension(s) d’alimentation.

saturés et limitée & des applications a vitesse élevée)

Valeur(s) minimale et/ou typique, lorsque la tension (ou

décroissance, etc.);

~ tension(s) d’alimentation.

COU
alimentatio

frtequence de répétition des impulsions pour
formations ci-dessus doivent aussi étre données pour
slles jouent le role d’alimentations pulsées.

Inforinations/Sur les impulsions de commande* (s’il y a lieu)

jrcuits non

tie change

iPantes:

de sortie;

nce et de

ation (des
un facteur

typiques a deux fréquences de répétition dfimpulsions
jndiqué pour des conditions spécifiées de fondtionnement

les entrées

(" Terme a Fetude.)

Reésistance d’isolement

S’il y a lieu, valeur minimale pour une tension spécifiée. La méthode de mesure doit

étre spécifiée.

Valeurs limites, caracteristiques mécaniques et autres données

Voir l'article 7, chapitre VI, de la Publication 747-1.
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7.43 Input resistance for large-signal operation (for non-saturated circuits and limited to
high-speed applications) ‘

Minimum and/or typical value(s) with the voltage (or current) at the input terminal
changing from a high state to a low state or the reverse, under the following specified
conditions:

- output loading conditions and loading conditions on other input terminals;

— input pulse conditions (amplitude, frequency, rise and fall times, etc.);

— supply voltage(s).

744 Outp to
hightspee

Migimum and/or typical value(s) with the voltage (or current) nal

changing from a high state to a low state or the reverse, under d
conditions:

— inppit loading conditions and loading conditions on othe

- inppit pulse conditions (amplitude, frequency, rise an

— supply voltage(s).

8. Total ppwer or currents provided from the\supplie

9. Total clirrent drawn frofx
es)

Cutve(s) sh
versu§ the puls o ied
pulse | repetition fre ACi Is es€) should be given under specified recommended
operali i

Wh|
as pu

ng

10. Command* pulse inférmation (where appropriate)

(* Term under consideration.)

11. Insulation resistance

Where appropriate, minimum value at a specified voltage. The measuring method must
be specified.

12. Mechanical ratings, characteristics and other data

See Clause 7, Chapter VI, of Publication 747-1.
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13. Informations supplementaires

13.1 Facteur de charge de sortie

Nombre maximal de charges spécifiées qui peuvent étre connectées a chaque sortie.

Cette information peut &tre donnée pour plusieurs types de charges.

13.2 Marges de protection contre les perturbations

\

Dans un systéme composé uniquement d’ensembles semblables & celui a étudier, les
différentes marges de protection contre les perturbations résultent directement des huit
valeurs de tensions précédemment spécifiées. Il y a quatre sortes de marges de protection

contre les perturbations, définies ainsi:

133  Interconnexions de circuits intégrés digitaux

Des exemples de fonctionnements digits
semblables doivent étre indiqués.

14] Précautions de manipulation

tensions
Publication

champs électromagnétiques

S

ANNEXE A LA SECTION UN

Spécification des caractéristiques

do

¢eleve

X tensions
e protection
/, et M.

bs  eléments

Des précautians a Ee i prises pour protéger le dispositiff contre les

5 (voir la

pion d’un circuit en général, en accord avec ce qui précéde, est

¢électriques

de| pi s spécifiées compte tenu de la gamme recommandée des tensions d’alimentation,

comnme il est indiqué au paragraphe 4.1 de la section un, et

a) dans Ta gamme de températures de fonctionnement spécifiée, ou

b) a une température de 25 °C, et aux températures de fonctionnement maximale et minimale.

Sortie Valeur de référence du courant Valeur (mesurée) de la tension
I V. note 1 ci-aprés

Etat haut { oHa ona ( prés)
Loy Vous
1, V.

Etat bas { oLB \ OLA .
Ioia Vous (note 2 ci-aprés)
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13. Supplementary information

13.1 Output loading capability
The maximum number of specified loads that can be driven from each output. This
information may be given for more than one type of load.
13.2 Noise margins

In a system composed solely of units similar to the one under consideration, the noise
margins result directly from the eight values of voltages previously specified. There are
four noise margins defined as:

M1 = VIHA - VOHA M3 = VILA - VOLA
Mz = VOHB - V;HB M4 = VOLB - VlLB

There
correspond to the smaller of values of M, and M,.

In ]nany practical systems, the “outer” noise margins M, and
0

13.3  Interdonnections of digital integrated circuits

Examples of logic operations which may be
should be stated.

erconn¥cting similar units

14. Handling precautions

App
voltage

An exam

as
follows.
The folldwing <electrical\ characteristics should be stated under specified electrical worst-case

conditions pwith\réspec
4.1 of Sectipn. One, and

6 the recommended range of supply voltages as given in Sub-ClalllSC

a) over the specified range of operating temperatures, or

b) at a temperature of 25°C, and at maximum and minimum operating temperatures.

QOutput Reference value of current Limit (measured) value of voltage
. I Voua {Note 1 below
High state OHB OHA \ )
Toua Vous
Ins Vora

Low state
Ioa Vous (Note 2 below)
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Entrée Valeur de référence de la tension Valeur (mesurée) du courant
Vona I (note 1 ci-aprés)
Etat haut { ° I
Vons HA
V. I
Etat bas { oA - .
Vois I 4 (note 2 ci-apres)
Notes 1. — Ces deux valeurs ne sont pas nécessaires si Voya est égale a la valeur la plus positive de la tension
d’alimentation la plus positive.
2. — Ces deux valeurs ne sont pas nécessaires si Vy.p est égale & la valeur la plus négative de la tension

d’alimentation la plus négative.

namique

et mémoires a lecture seule

1. | Identification et description du circuit

Les stipulations de I'article 1 de la sectio

2. | Specifications fonctionnelles

2.1l Schéma synoptique
e qui suit:

fication des
décodage

par le circuit doivent étre spécifices et les informations

bta\de bits d’information pouvant étre stockés dans le circuit-mémpire;

d) fonction(s) engendrée(s) a chaque borne, indication de chaque signal de cdmmande et
séquences d’instructions nécessaires (voir aussi le paragraphe 7.2.1 de cette section);

e) pour les mémoires a fonctionnement dynamique, mode de rafraichissement.

3. Valeurs limites

L’article 3 de la section un s’applique, ainsi que ce qui suit:

a) en 3.2.1: .. les valeurs des dépassements permis, leur durée et le facteur dutilisation
doivent é&tre indiqués;
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Input Reference value of voltage Limit (measured) value of current
. |4 I;s (Note 1 below
High state { OHA s ( )
Vous Liya
Ve Ly
Low state oLA
Vois I, , (Note 2 below)
Notes 1. — This pair of values is not necessary if Vo, is equal to the most positive value of the most positive
power supply voltage.
2. — This pair of values is not necessary if V. is equal to the most negative value of the most negative

power supply voltage.

SECTION TWO — INTEGRATED CIRCUIT MEMORIES

A. — Static and dynamic read/write memories and read-only mepfoiies

1. Circuit |identification and description

The provisions of Clause 1 of Section One apply.

2. Functional specifications

2.1 Block (diagram

Thg , together with the following:
Thg block diagram should be suffici ifad tg” enable the individual functional
units [within the memd ple deécode, chip enable, “buffer” output

circuifs, etc.) to be ige

2.2 Functi

The
inforn

circuit should be specified and the followfing

a) thg tota numbek o bits\of Anformation capable of being stored in the memory circpit;
b) the ; bits pex word capable of being stored in the memory circuit;

¢) thg

e) for dynamic memories, the method of refreshing.

3. Ratings (limiting values)

Clause 3 of Section One applies, together with the following:

a) in 3.2.1: ... then the permissible excess values, their duration and the duty cycle should
be stated;
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b) ajouter deux nouveaux paragraphes, 3.5 et 3.6, comme suit:

3.5 Dissipation de puissance (s’il y a lieu)
Valeur maximale de la dissipation de puissance en continu.
3.6 Temps de transition & lentrée (s’il y a lieu), pour les mémoires a fonctionnement
dynamique

Valeurs minimales.

4. Conditions de fonctionnement recommandées (dans la gamme des températures de
fonctionnement spécifiee)

L’article 4 de la section un s’applique, ainsi que ce qui suit

Si le dispositif exige un préconditionnement quelcopque séquence  de
tensions, des cycles fictifs ou une séquence de signau g iofinement soit
valide, ce préconditionnement doit étre défini.

5. Caracteristiques électriques statiques pour les m¢

L’article 5 de la section un s’applique

6.| Caracteristiques électriques statiques pou

du paragraphe 7.1 doit étre indiquég dans des
de pire cas, dans la gamme recommandée |de tensions
paragraphe 4.1 de la section un.

S
conditions A

€t/ou maximales, comme exigé par le paragraphe| 7.1, ou, si
faire 'objet d’'un accord entre le fabricant et Vutilisateur, des valeurs

pamme des températures de fonctionnement spécifiée (par exemple sous forme

b4 la Yempérature de 25°C, et aux températures de fonctionnement 1naxima1e et

it ol
i arcs

La condition b) ne doit étre utilisée que si la valeur de la caractéristique pour le pire
cas dans toute la gamme de températures peut se déduire des valeurs données aux
températures spécifiées.

Dans tous les cas, on doit indiquer les valeurs minimales et/ou maximales applicables
a25°C. '
7.1 Temps caractérisant la réponse du circuit

Les temps suivants doivent étre indiqués dans des conditions spécifiées:
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b) two new Sub-clauses, 3.5 and 3.6, should be added, as given below:

3.5 Power dissipation (where appropriate)

Maximum value of continuous power dissipation.

3.6 Input transition times (where appropriate), for dynamic memories

Minimum values.

4. Recommended operating conditions (within the specified operating temperature range)

Clayse 4 of Section One applies, together with:

If t‘Te device requires any pre-conditioning such as voltage sequg
or signal sequencing before a valid operation, this pre-conditionj

5. Static electrical characteristics for bipolar memories

Clayse 5 of Section One applies.

6. Static electrical characteristics for MOS mex

Clayse 6 of Section Ong applies.

7. Dynamiq electrical charjcteristie

Each electri@hacteri ic o
electri¢al worst-case Conditic i

as statl
Lim|

manuf]

alues should be stated either:

a) ove : fied range of operating temperatures (for example, as a curve), or

-clause 7.1 or, if these are not mutually acceptable

aise 7.1 should be stated under specified
2t to the recommended range of supply voltage

s)

to

b) at |a{temperature of 25°C, and at the maximum and the minimum operati|ng

temperatures.

Alternative b) should be used only if the worst-case value of the characteristic over the
whole temperature range can be deduced from the values given at the specified

temperatures.

In all cases, limit values applicable at 25 °C should be stated.

7.1 Times characterizing the response of the circuit

The following times should be stated under specified conditions:
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7.1.1  Temps d’accés (voir notes 1 et 2)
a) Temps d’accés de lecture.

b) Temps d’accés de chaque signal d’autorisation et de sélection spécifié pour la mémoire
(voir note 3).

¢) Temps d’accés d’adresse (non applicable tant que linformation d’adresse n’est pas
prise en compte, c’est-a-dire qu’elle est enregistrée dans la mémoire).

On doit indiquer des valeurs maximales pour chacun de ces temps d’acces.

Notes 1. — On doit indiquer des conditions de mesure spécifiées de fagon a s’assurer que tous les signaux de
commande sont appliqués suffisamment tot pour que les temps d’accés spécifiés n'en soient pas
affectés.

2. — Les conditions de référence pour les mesures de temps d’accés doivent comprendre les valeurs
maximales autorisées de temps de préparation.
3 — LOTSqU ON Specitie UNE SeqUence fiXe de Sig voir paragraphe

7.2.1) et que le dernier de ces signaux détermine toujours le temp: a alors besoin

7|1.2  Temps de recouvrement de lecture (pour les mémoires 3 i nent)

Note. — Si les fonctions de lecture et d’écriture sont effectuéesNq 'd’ue borne unique, le emps d’accés de
i i il Wy avalors besoin fe spécifier que
I'un de ces temps.

711.3  Temps d’inhibition en sortie

Temps d’inhibition en sortie pxs M ir<de ) sation et de
sélection.

Valeurs maximales.

Note. — Le temps\ d’inhipjtion en\soctie\est’ l'intepfalle de temps qui sépare la fin d'un| signal spécifié
d’autgrisatiomou de seélection,\deSinstant ¢u Pinformation cesse d’étre disponible en sortie.

ps/de transition dans des conditions spécifiées (yoir note 5),

ue du temps de transition est comparable (voir note 6) qu supérieure
¢ du temps de propagation, on doit indiquer une valeur maximale

c) si les conditions a) et b) sont remplies simultanément, on doit alors jndiquer des
valeurs minimale et maximale.

Les temps de transition, lorsqu’on les exige, doivent étre indiqués pour les deux sens
de la transition (C’est-d-dire qu’on indiquera #y, et # ).

Notes 4. — En général, on doit donner les valeurs de ces temps qui s'appliquent pour chacune ou pour les deux
directions de transition du signal de sortie. Dans certains cas (par exemple pour les mémoires MOS),
dans la mesure ou il est reconnu que seule une direction de transition est significative (par exemple
tension de sortie changeant vers la tension d’alimentation), cette valeur seule peut étre indiquée.

5. — Les conditions de mesure spécifiées doivent comprendre les caractéristiques de l'impulsion d’entrée et
de Toscilloscope (ou de tout autre instrument de mesure approprié¢), la configuration et la valeur des
composants du réseau de charge de sortie.
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7.1.1 Access times (see Notes 1 and 2)
a) Read access time.

b) Access time from each enable and select signal specified for the memory (see Note 3).

c¢) Address access time (not applicable where the address information is not accepted
until it is clocked into the memory).

Maximum values should be stated for each of these access times.

Notes 1. — Specified measurement conditions should be given in order to ensure that all control signals are
applied early enough so that they do not affect the specified access times.

2. — The reference canditions for the measurements of acce

permissible values of set-up times.

last of the signals in this sequence need be stated.

7.1.2  Sense|recovery time (for read/write memories only)
Maximum value.

Note. —|If both “read” and “write” functions are controlled by a/ingle ter ¢ad access time” amd

|“sense recovery time” will be the same, and only one of these (ti

7.1.3  Outpuf disable times

Output disable times from the end of“each re

Maximum values.

Note. —

=5

7.1.4 Transition times

Tran

ing

on the
a) if th s
the d

be s

b) if th

statdd ‘(See Note 7);

¢) if both conditions a) and b) are fulfilled, then both minimum and maximum values
should be stated.

Transition times, when required, should be stated for both directions of transition (that
is, ty. and fy; should be stated).

Notes 4. — In general, values of these times that apply for each or both directions of transition of the output
signal should be given. In some cases (for example, MOS memories), provided it is known that only
one direction of transition is significant (for example, output voltage changing towards the supply
voltage), only this value need be stated.

5. — The specified conditions of measurement should include the characteristics of the input pulse and
oscilloscope (or other appropriate measuring system) and the configuration and component values of
the output loading network.
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6. — Le temps de transition peut étre considéré comme comparable au temps de propagation si sa valeur
dépasse 50% de celle du temps de propagation.
7. — On veut indiquer que, pour des temps de transition trés courts, il peut y avoir des phénoménes de

rebondissement et des problémes de couplage avec les charges couramment utilisées.

7.2 Exigences sur les entrées pour assurer un fonctionnement séquentiel correct

7.2.1 Mémoires a fonctionnement statique

Les exigences de temps suivantes s’appliquent aux mémoires: a écriture-lecture a
fonctionnement statique et sont en accord avec les principes généraux énoncés dans le
paragraphe 7.3 de la section un.

On d01t indiquer un chronogramme comprenant l’ensemble des signaux nécessaires

correspondants
indiqués au point d) du paragraphe 2.2 de cette section.

\

La séquence de temps a utiliser doit étre indiquée
nécessaires a l'utilisateur pour avoir un fonctionng
étre indiqués.

émoire doivent

7.2.1.1 Temps de cycle

mps de cycle

ion» dans le texte
ue les temps de
mémoire n’a pas
préparation et de
, doivent étre alors

’

b A = 1o ry 4 P2 LI PO ST L Y Pr= L) tanieats ini
- temps—ac—preparation—ontree—amrormatiofy H—aantorisatton;, —pour—une—v leur minimale

donnée de la durée (largeur) d’impulsion d’autorisation (voir note 8);

e) pour les mémoires complexes fonctionnant avec plus d’un signal de commande
d’autorisation, il est nécessaire d’indiquer en outre au moins un temps de préparation
supplémentaire correspondant a chaque signal d’autorisation supplémentaire.

Note 8 — Le choix de l'impulsion d’écriture ou d’autorisation comme impulsion de référence dépend de celle qui
devient inactive la premiére, et ceci doit étre en accord avec la séquence de temps indiquée dans le
paragraphe 7.2.1. Si la séquence entre les impulsions d’écriture et d’autorisation n'a pas d’importance,
cela doit étre indiqué, et 'on doit alors indiquer les temps ¢) et d).

Pour une mémoire n’ayant pas de possibilité d’autorisation, on ne donnera que les temps a) et ¢)
(c’est-a-dire deux valeurs).
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6. — The transition time is considered comparable to propagation time if its value exceeds 50% of the
value of propagation time.
7. — The object here is to state when very short transition times may be obtained, which may give rise to

overshoot and coupling problems using practical loads.

7.2 Requirements at the inputs to ensure correct sequential operation

7.2.1

7.2.1.1 Cycle times

7.2.1.2 8¢

Static memories

The following timing requirements are applicable to static read/write memories and are
in accordance with the general principles given in Sub-clause 7.3 of Section One.

A timing diagram -should be given, comprising a complete set of signals that would be
required to enable each functional operation of the memory to be set an\ measyred.
This |set of signals should be in accordance with the control signals i
of Syb-clause 2.2 of this section.

Thie timing sequence to be used should be stated and all u . Fto
be khown by the user for correct operation of the memory sho

In| general, the following times should be stated:

and)\ wi pprop iathe-write cycle time and/or

Refad cycle time, write cycle tim
writetread cycle time.

Minimum values.

Note. |— In Sub-clauses 7.2.1. 2.1 51 S ” “select” are being used synonymgusly,
since no formal de 1t10r1 BEER e gver the term “enable/select” occurs, the tegm to
be used is that pwhi jate to\ths memory being specified. It should be noted that the get-up

and hold times [given jo X 21 1.3 assume that the memory does not have a [latch

facility operated If it does, then set-up and hold times referencdd to
end-of— N

¢ referenced to simply “write or enable/select”.
t-up times

M
a) aq rite, or address set-up time before enable/select (see Notg 8);
b) er

¢) data-i ime before end-of-write, for a stated minimum value of enable/s¢lect
pllsé duratlon width) (see Note 8), or

d) data-in  set-up time before end-of-enable/select, for a stated minimum value of
enable/select pulse duration (width) (see Note 8);

e) for complex memories having more than one enable or select control signal, at least
one additional set-up time for each additional enable or select signal is required.

Note 8. — The choice of write or enable/select as the reference pulse depends on which one becomes inactive
first, and this should be in accordance with the timing sequence given in Sub-clause 7.2.1. If the
relative sequence in which write and enable/select become inactive is irrelevant, this should be stated
and values for both ¢} and d) should be given.

For a memory having no enable/select facility, values of a) and ¢) only are required (that is, rwo
times are required).
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Par analogie avec les temps de préparation, valeurs minimales pour les temps suivants:

a) temps de maintien adresse/fin d’écriture ou adresse/fin d’autorisation (voir

b) temps de maintien autorisation/fin d’écriture ou écriture/fin d’autorisation (

note 9);

voir note 9);

¢) temps de maintien entrée d’information/fin d’écriture ou entrée d’information/fin

d’autorisation (voir note 9);

d) pour les mémoires complexes fonctionnant avec plus d’un signal de commande

d’autorisation, il est nécessaire d’indiquer en outre au moins un temps

de maintien

supplémentaire correspondant d chaque signal d’autorisation supplémentaire.

(c’est-a-dire deux valeurs).

2.1.4 Temps de recouvrement d’écriture
Valeur minimale.

e et le temps de main
¢ de ces grandeurs dans

Note. — Dans certaines mémoires,
d’écriture sont les mémes;

un chronogramme comprenant un ensemble complet
réaliser chaque opération fonctionnelle de la mémoire et en

s le paragraphe 2.2 d) de cette section.

nsemble de signaux doit étre en accord avec les signaux dg

bnd de celle qui

indiquée dans le

§ d’importance,

temps a) et c)

tien adresse/fin
bes cas.

ure-lecture a
ncés dans le

de signaux
effectuer la
commande

Le séquencement a utiliser doit étre indiqué, ainsi que tous les intervall

ps de temps

nécessaires a l'utilisateur pour un fonctionnement correct de la mémoire. En
doit indiquer les temps suivants:

Mémoires a entrée de validation a [Pexclusion des mémoires a entré
multiplexées

a) Temps de préparation

— Temps de préparation adresse/autorisation.
— Temps de préparation lecture/autorisation.
~ Temps de préparation sélection boitier/autorisation, s'il y a lieu.

général, on

es d’adresse
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7.2.1.3 Hold times

7.2.1.4 Wiite recovery time

7.2.1.5 Pulse durations (widths)

7.2.2

By analogy with set-up times, minimum values for the following:

a) address after end-of-write hold time or address hold time after end-of-enable/select

(see Note 9);

b) enable/select hold time after end-of-write or write hold time after end-of-enable/select

(see Note 9);

¢) data-in hold time after end-of-write or data-in hold time after end-of-enable/select (see

Note 9);

d) for complex memories having more than one enable or select control signal, at least

one_additional hold time for each additional enable or select signal is reguired.

Note 9] — The choice of write or enable/select as the reference pulse depends on why
first, and this should be in accordance with the timing sequence giver( i
relative sequence in which write and enable/select become inactive is jrrelegant\this sho

times are required).

Minimum value.

Note. - In some memories, write recovery tiz
one of the quantities need be stated 1

Migimum values for thg following:

~ wrife pulse duration (
— whe¢re appropriate

7.2{1.2).
Dyngmic memo;e

Thg are applicable to dynamic read/write memories, 3
are if principles given in Sub-clause 7.2 of Section One
this ¢

A Id be given, comprising a complete set of signals that would
requi functional operation of the memory to be set up and measuf
This [set of should be in accordance with the control signals included

Sub-clause-2.2 d) of this section.

\olg/ time are the same and

on (width) (see Item d) of Sub-cla

bnly

usc

ind
of

be

mn

The Timing sequence to be used and all time intervals that need fo be known by the
user for correct operation of the memory should be stated. In general, the following

times should be stated.

7.2.2.1 Memories with enable input, excluding memories with multiplexed address inputs

a) Set-up times

— Address set-up time before enable.
- Read set-up time before enable.
— Chip-select set-up time before enable, where appropriate.
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—~ Temps de préparation écriture/autorisation.
— Temps de préparation entrée information/écriture.
— Temps de préparation entrée information/autorisation.

Valeurs minimales.
b) Temps de maintien

— Temps de maintien adresse/autorisation.
Temps de maintien lecture/autorisation.

Temps de maintien sélection boitier/autorisation, s’il y a lieu.

Temps de maintien écriture/autorisation, s’il y a lieu.

— Temps de maintien entrée information/autorisation.

748-2 © CEI

—TFemps—demaintierentrée—mfornmationécriture:
Valeurs minimales.
¢) Temps de cycle

— Temps de cycle de lecture.
— Temps de cycle d’écriture.
- Temps de cycle de lecturé-modification-¢
— Temps de cycle de lecture-écriture,

Valeurs minimales.

- Temps de transition en mode de sélection lecture-écriture, selon le cas.

Valeurs minimales et maximales.
7.2.2.2 Mémoires a entrées d’adresse multiplexées
a) Temps de préparation

- Temps de préparation adresse lignes/sélection d’adresse lignes.

— Temps de préparation adresse colonnes/sélection d’adresse colonnes.

— Temps de préparation lecture/sélection d’adresse colonnes.

1985

- Temps de préparation entrée information/sélection d’adresse colonnes, s'il y a lieu.

— Temps de préparation entrée information/écriture.
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— Write set-up time before enable.
— Data-in set-up time before write.
- Data-in set-up time before enable.

Minimum values.
b) Hold times

— Address hold time after enable.

— Read hold time after enable.

— Chip-select hold time after enable, where appropriate.
-~ Write hold time after enable, where appropriate.

— Data-in hold time after enable

—| Data-in hold time after write.
Minimum values.

¢) Qycle times

Read cycle time.

Write cycle time.

Read-modify-write cycle time, where appropriaté -

Read-write cycle time, where appropriate.

N

Minimum values.

d) PRulse durations (widths)

4 Read pulse duration (width).
Write pulse duration (width).

l
i
=
oo
=
a

5=
=]
=
w0
(¢}
o
[=
=
=]
=)

fm

Minimum and,

e) Hrecharge @
linimum va

Read-write mode select transition times, as appropriate.

Minimum and maximum values.

7.2.22  Memories with multiplexed address inputs
a) Set-up times

— Row-address set-up time before row-address-select.

— Column-address set-up time before column-address-select.

— Read set-up time before column-address-select.

— Data-in set-up time before column-address-select, where appropriate.
~ Data-in set-up time before write.
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— Temps de préparation écriture/sélection d’adresse colonnes.
— Temps de préparation écriture/sélection d’adresse lignes.
- Temps de préparation sélection boitier/sélection d’adresse colonnes, s’il y a lieu.

Valeurs minimales.
b) Temps de maintien

— Temps de maintien adresse colonnes/sélection d’adresse lignes.

— Temps de maintien lecture/sélection d’adresse colonnes.

— Temps de maintien écriture/sélection d’adresse colonnes.

— Temps de maintien écriture/sélection d’adresse lignes.

— Temps de maintien entrée information/sélection d’adresse colonnes.
— Temps de maintien entrée information/sélection d’adresse lignes.

— Temps de maintien entrée information/écriture.
— Temps de maintien sélection boitier/sélection adresse lig

Valeurs minimales.
¢) Temps de délai entre signaux d’entrée

- Temps de de1a1 entre 51gna1 de sélection .--« It inactif et

- Temps de dela1 entre 51gnal de selec 1on A ¢ tif et signal

Valeurs minimales.

d) Temps de cycle

- Temps de cycle de lect

Pimpulsion de sélection d’adresse lignes.
eur) d’impulsion de sélection d’adresse colonnes.

f) Tcmp.) e préwnu’ilionnemenl

- Temps de préconditionnement de sélection d’adresse lignes.

— Temps de préconditionnement de sélection d’adresse colonnes a sélection d’adresse
lignes.

- Temps de préconditionnement de sélection d’adresse colonnes.

Valeurs minimales et, s’il y a lieu, maximales.

g) Intervalle de temps de rafraichissement

Valeur maximale.


https://iecnorm.com/api/?name=97055120e8a2d88b9b78eb56c74c1493

748-2 © TEC 1985 — 157 —

—~ Write set-up time before column-address-select.
— Write set-up time before row-address-select.
— Chip-select set-up time before column-address-select, where appropriate.

Minimum values.

b) Hold times

Column-address hold time after row-address-select.
Read hold time after column-address-select.

Write hold time after column-address-select.

Write hold time after row-address-select.

Data-in_hold time after column-address-select.

— |Data-in hold time after row-address-select.
— |[Data-in hold time after write.

— [Chip-select hold time after row-address-select, where appropri
Miinimum values.
¢) Delay time between input signals

— |Delay time between column-address-select
row-address-select signal becoming active.
— |Delay time between column-addres e hecoming

row-address-select signal beco

Miinimum values.

d) Cycle times

— |Read cycle time.

— [Read-mo
~ [Page cycleMi

Where appropriate, minimum and/or maximum values.

1nactive

active

and

and

f) Precharge times

— Row-address-select precharge time.
— Column-address-select to row-address-select precharge time.

— Column-address-select precharge time.
Minimum and, where appropriate, maximum values.
g) Refresh time interval

Maximum value.
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h) Temps de transition

— Temps de transition de sélection d’adresse lignes.
— Temps de transition lecture-écriture, s’il y a lieu.
— Temps de transition d’autorisation (sélection boitier).

Valeurs minimales et maximales.

7.3 Capacités d’entrée et de sortie

Valeurs typique et maximale des capacités d’entrée et de sortie dans des conditions
spécifiées.

8. Puissance ou courant fourni par chaque alimentation (cas du fonctionnement statique)

Valeurs maximales du courant dans chaque borne d’aliment s,-cpnditions de

pire cas, pour le mode actif et pour la position attente si ¢ différentes.
Donner également les valeurs typiques dans les conditions Jpnnement.
9.| Puissance ou courant fourni par chaque alimentation (cas U fonne ynamique)
Courbe(s) donnant les valeurs typiques : i~yar Palimeptation (des
alimentations) en fonction de la fréquerice e itio o5 1 ions,| ou valeurs
typiques a deux fréquences de répétition \d’im iQ écifiées. it jetre indiqué
pour des conditions spécifiég
S’il y a lieu, les informatigns “ci-de i ssi étre données pourn les entrées

d’horloge lorsqu’elles jouent

14

eur limite spécifique, mécanique ou d’enyironnement,
ircuit intégré (voir aussi D’article 7, chapitre|] VI, de la

11,

1.

maximal de charges spécifiées qui peuvent étre connectées a cHaque sortie.
Cette information peut étre donnée pour plusieurs types de charges.

11.2  Marges de protection contre les perturbations

Des informations permettant de calculer les marges de protection contre les
perturbations concernant les mémoires sont données dans les articles 5 et 6 (voir aussi le
paragraphe 13.2 de la section un).

11.3 Interconnexions de circuits similaires

Des exemples de fonctionnements logiques (par exemple: OU-ciblé) qui peuvent étre
effectués en interconnectant des mémoires semblables doivent &tre donnés.
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h) Transition times

— Row-address-select transition times.
- Read/write transition times, as appropriate.
— Enable (chip select) transition times.

Minimum and maximum values.

7.3 Input and output capacitances

Typical and maximum values of input and output capacitances under specified
conditions.

8. Power dr current drawn from each supply (static operation)

Magkimum values of current into each supply terminal under wor,
for beth active and standby modes if these are significantly diffeke
The typical values under nominal operating conditions should 2

9. Power or current drawn from each supply (dynamic operation

Cuive(s) showing the typical values of current(reqaire
versuy the pulse repetition frequency, or typica
frequgncies. This (these) should b€ “giver
condifions.

Wheere appropriate, the above infop
pui:]I power supplies.

ere appropriate, t
10. Mecha

ental ratings applicable to the integrated cirquit
lause 7, Chapter VI, of Publication 747-1.)

The¢ “maximum number of specified loads that can be driven from each output. This
information may be given for more than one type of load.

11.2  Noise margins

Information about the memory that enables noise margins to be calculated is given in
Clauses 5 and 6 (see also Sub-clause 13.2 of Section One).

11.3  Interconnections of similar unis

Examples of logic operations (for example, wired-OR) that may be performed by
interconnecting similar memory units should be stated.
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11.4  Type de circuit de sortie

Les informations doivent étre données sur le type de circuit de sortie, par exemple:
trois-états, collecteur ouvert, drain ouvert, «push-pull».

11.5 Interconnexions avec d’autres types de circuits

S’il y a lieu, des détails sur les interconnexions avec d’autres circuits, par exemple:
amplificateurs de lecture, «buffers», doivent étre donnés.

12. Précautions de manipulation

Voir la Publication 747-1, chapitre IX.

B. — Mémoires d lecture seule d contenu programmable par utilisgteur
Le contenu de cette sous-section est destiné a caractériser

pure seule a
contenu programmable et reprogrammable, ces dernicres étap

—_—

[ ]

e digital doit

e connexion
numéros des
des bornes
hvec tous les

Comme information supplémentaire, on peut reproduire le schéma électrique complet
COomprenant 1e5  CICMEMs  parasites [Mportants, Mais sans indiquer neécessairement  les
valeurs des composants du circuit.

Le schéma synoptique doit étre suffisamment détaillé pour permettre Iidentification des
difféerentes unités fonctionnelles a lintérieur de la mémoire (par exemple: décodage
d’adresse, autorisation d’adressage, circuits «buffers» de sortie, circuits de programmation
et d’effacement, etc.) ainsi que celle de leurs connexions externes.

L
2.2 Identification des bornes

Les bornes suivantes doivent étre identifiées sur le schéma synoptique:
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11.4 Type of output circuit

Information should be given regarding the type of output circuit, for example,

three-state,

open-collector, open-drain, push-pull.

11.5 Interconnections to other types of circuits

Where appropriate, details of the interconnections to other circuits, for example, sense
amplifiers, buffers, should be given.

12. Handling precautions

The mat

— either ul
— or electr

1.

2.1

22

Circuit

See—Publication 747-1_Chapter IX

erial in this sub-section is intended to cover programk
read-only memories, the latter being:

raviolet erasable and electrically programmable,
cally erasable and electrically programmable.

identification and description

B. — Field-programmable read-only memories

eprogranmable

The provisions of Clause 1 of Sectn apply, together with [the

following addition to Sub-clause 1.2 (Technolog¥):

Block

conngctions
necesrary.

“This statement should e inelude a e Yype of storage cell: diode mafrix,
fusible link, 1 S

2. Functiopal specif iéio

diagram

circuit information of the digital integrated cirfuit

dentify the function of each external connection and, where
can also show the terminal numbers. If the encapsulation |has

wfection to them from external terminals should be indicated. [The
apy associated external electrical elements should be stated, where

As additional information, the complete electrical diagram can be reproduced, but not
necessarily with indications of the values of the circuit components.

The block diagram should be sufficiently detailed to enable the individual functional
units within the memory (for example, address decode, chip enable, “buffer” output

circuits, programming/erasing control circuits, etc.) to be - identified, together with their
external connections.

Identification of terminals

The following terminals should be identified on the block diagram:
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a) bornes d’alimentation, c’est-a-dire les bornes prévues pour étre connectées aux
alimentations;

1

b) bornes d’entrée ou de sortie, c’est-a-dire les bornes vers lesquelles ou a partir
desquelles les signaux circulent. Le terme «signal» comprend a la fois I'impulsion et
des formes d’onde plus complexes;

¢) bornes d’entrée/sortie, c’est-a-dire les bornes qui peuvent, a différents instants, faire
office de bornes d’entrée ou de sortie;

d) bornes de sortie en troisiéme état, c’est-d-dire les bornes de sortie qui peuvent é&tre
commandées de facon 4 présenter un état a haute impédance.

e) bornes a fonctions multiples, c’est-a-dire les bornes utilisables a différents instants
pour différentes fonctions, par exemple programmation et effacement.

A3  Description fonctionnelle

Les fonctions réalisées par le circuit doivent étre informations

suivantes doivent étre données:
émoire;;

Lmémoire;

rcommande et

celle-ci;

; il faut leur

L ;:
ajoutervce

— effacement

1 Yl Lo . Ve o ~ " 54 £ 1 .| A
t——Condittons—de—fonctionnement—recommundees—(dans—a—gammre—des—temperatures de

fonctionnement spécifiée)
Voir l'article 4 de la section un du chapitre HI
4.2 Caractéristiques électriques statiques
On doit indiquer les caractéristiques électriques suivantes:
a) Courants d’entrée et de sortie

— Pour les circuits intégrés bipolaires, les exigences de I'article 5 et du paragraphe 5.3
de la section un du. chapitre III s’appliquent.
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a) supply terminals, that is, terminals intended to be connected to the power supplies;

b) input or output terminals, that is, terminals into which or out of which signals are
passed. The term ‘“‘signal” includes both pulse and more complex waveforms;

¢) input/output terminals, that is, terminals that may function at different times as input
or output terminals;

d) three-state output terminals, that is, output terminals that may be controlled to give a
high-impedance condition;

e) multi-functional terminals, that is, terminals that may be used at different times for

dif 4 famoatione Lop ayorala e gpogaagaatin g o d qeocing
e U CH O ST O C XM PO progratinm g —ana—Crastiig:

2.3 Functipnal description

Th¢ functions performed by the circuit should be specifies
informpation should be stated:

a) thg total number of bits of information capable of being
b) thg number of bits per word capable of being stored i
¢) th¢ method of addressing for read mode;

d) th¢ function(s) performed by each terminal
sighal required, and the necessar

e) th¢ method of programming;

f) thg
g) oufput level in the

3. Ratings| (limiting values)

Thg provisio

ing
should be added:
a) in uty
cy(
b) ne
(Whe

4, Read

4.1 Recommended operating conditions (within the specified operating temperature range)

See Clause 4 of Section One, Chapter III.
4.2 Static electrical characteristics
The following electrical characteristics should be stated:

a) Input and output currents

- For bipolar integrated circuits, the requirements of Clause 5 and Sub-clause 5.3 of
Chapter III, Section One, apply.
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- Pour les circuits intégrés MOS, les exigences de l'article 6 et des paragraphes 6.2.1

et 6.2.2 de la section un du chapitre III s’appliquent.

b) Tensions d’entrée et de sortie

— Pour les circuits intégrés bipolaires, les exigences de l'article 5 et du paragraphe 5.1

de la section un du chapitre III s’appliquent.

— Pour les circuits intégrés MOS, les exigences de l'article 6 et du paragraphe 6.1 de

la section un du chapitre III s’appliquent.

¢) Tension(s) d’écrétage a lentrée

Les exigences du paragraphe 5.2 de la section un du chapitre I1I s’appliquent.

d) Courant(s) de court-circuit en sortie ?

Valeurs maximale et/ou minimale.

e) Courants de fuite d’entrée et de sortie (s’il y a lieu)

Valeurs maximales.

f) Capacités d’entrée et de sortie

Valeurs typiques et maximales dans des conditi
4B Caractéristiques électriques dynamiques

4B.1 Généralités

(sous-section A) du

chapitre 111,

ion et de températures de fomctionnement

aravstéristiques suivantes. Elles sont destinées a s’appliquer au

aphe 7.1.1 de la section deux du chapitre III s’appliquent.

igences du paragraphe 7.1.3 de la section deux du chapitre III s’appliquent.

dj lemps de lransilion

Les exigences du paragraphe 7.1.4 de la section deux du chapitre III s’appliquent.

4.4 Exigences de temps
S’il y a lieu, on doit indiquer 'un — ou tous - des temps suivants:
a) Temps de préparation
Valeur(s) minimale(s).

(Par exemple: temps de préparation adresse/autorisation.)
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- For MOS integrated circuits, the requirements of Clause 6 and Sub-clauses 6.2.1 and
6.2.2 of Chapter 111, Section One, apply.
b) Input and output voltages

- For bipolar integrated circuits, the requirements of Clause 5 and Sub-clause 5.1 of
Chapter III, Section One, apply.

— For MOS integrated circuits, the requirements of Clause 6 and Sub-clause 6.1 of
Chapter III, Section One, apply.

¢) Input clamping voltage(s)
The requirements of Sub-clause 5.2 of Chapter III, Section One, apply.
d) sjAtput short-circuit current(s)

aximum and/or minimum values.
e) Iput and output leakage currents (where appropriate)

Mlaximum values.

f) Ijput and output capacitances

Typical and maximum values under specified co Q

4.3 Dynamic electrical characteristics

4.3.1 General

The requirements of Clause 7 of Chapter I
the ponditions of supp
electfical characteristics{ app

. Two (Sub-section A), concerhing
sepiperatures applicable to dyndmic

4.3.2 TimMes characterizing

THe follow
the memory cirtai

d) Transition times

The requirements of Sub-clause 7.1.4 of Chapter III, Section Two, apply.

4.4 Timing requirements
Where appropriate, any or all of the following timing requirements should be stated:
a) Set-up times
Minimum value(s).

(For example: ““Address” before “Enable” set-up time.)
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b) Temps de maintien

Valeur(s) minimale(s).

(Par exemple: temps de maintien adresse/autorisation.)
¢) Temps de cycle de lecture

Valeurs minimale et/ou maximale.

Mode de programmation

Procédure de programmation

© CEI 1985

On doit indiquer les
I’article 4 de la section un d

d’alimentation lorsqu’'on applique [’in

Disposififs avec bornes de programmation séparées

lieu, on doit

ela doit étre

accord avec

celle pour le

ns et/ou les

npulsion  de

pmmande de

On doit donner un chronogramme et les exigences de temps suivantes:

i) Durée (largeur) de I'impulsion de programmation .... Valeurs minimale
' male.
ii) Temps de croissance de I'impulsion de program-
MAtiON ..ttt i e Valeurs minimale
.. e . male.
iiiy Temps de décroissance de I'impulsion de program-
0P 5 1) o LU PR Valeurs minimale
male.

iv) Facteur d’utilisation des impulsions (s’il y a lieu) .... Valeur maximale.

et maxi-

et/ou maxi-

et/ou maxi-
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5.

5.1

5.2

5.3

5.3.1

b) Hold times

Minimum value(s).

(For example: “Address” after “Enable” hold time.)
¢) Read cycle time

Minimum and/or maximum values.

Programming mode

Programming procedure

The recommended programming procedure should be stated.
verification method and conditions (for example, sense voltag
chafacteristics of the programme pulses, number of
programming should be stated.

If]
Recd Q

T d be'stated in accordance with Clayse 4
of Yection One of Chapter III.

W

The following
maxiimum and/or

ower su@

should be

a) p

b) 1
T

c) i oltage(s) at any terminal for programming control.

Timi

Depices” having separate programme terminal(s)

stated

when the programme pulse is applied;

the
3mic
uring

erent

with

voltage(s) at specified terminals to which| the

A timing diagram should be given, and the following timing requirements stated:

i) Programme pulse duration (width)

.................. Minimum and maximum

values.

ii) Programme pulse rise time ......................... Minimum and/or maximum
values.

iii) Programme pulse fall time ......................... Minimum and/or maximum
values.

iv) Programme duty cycle (where appropriate)........... Maximum value.
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v) Temps de préparation:

Valeurs minimales des temps de préparation suivants:

748-2 © CEI 1985

a) adresse/début d’impulsion ou d’autorisation de programmation (voir note);

b) entrée d’information/début d’impulsion ou d’autorisation de programmation (voir

note);

¢) autorisation de programmation/impulsion de programmation (s’il y a lieu).

vi) Temps de maintien:
Valeurs minimales des temps de maintien suivants:

a) adresse/fin d’impulsion ou d’autorisation de programmation (voir note)

)

b) entrée d’information/fin d’impulsion ou d’autorisation (de
note);

ogram

¢) adresse/fin d’entrée d’information;

Note. — Le choix entre «impulsion de programmatigf»

avec le chronogramme indiqué.

N

3.2 Dispositifs sans bornes de programmati

Exigences a I’étude.

Mode d’effacement (si applicab

La procédure d’effacement, et températures pour laquelle ce

tension(s) d’alimentation, lors de [I’application de

) et/ou tension(s) d’entrée aux autres bornes utilisées pour I’effacs

mation (voir

y a lieu).

nation» comme
t étre en accord

fte opération

nt, avec des

I'impulsion

I'impulsion

ment.

la—gamme—de—températures—utilisées—potr—a—procédure—deffacement—est—différent
1a-

de températures de fonctionnement, cela doit &tre spécifié.

FSH

6.1.2 Exigences de temps (pour leffacement)

6.1.2.1 Dispositifs avec bornes d’effacement séparées

On doit donner les exigences de temps suivantes:

Valeurs minimale
male.
Valeurs minimale
male.

i) Durée (largeur) de I'impulsion d’effacement

ii) Temps de croissance de I'impulsion d’effacement

e de la gamme

et maxi-

et/ou maxi-
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v) Set-up time:

M

a)
b)

¢)
vi) H

inimum values should be stated for the following set-up times:
address before programme pulse or programme enable (see Note);

data-in before programme pulse or programme enable (see Note);

programme enable before programme pulse (where appropriate).

old times:

Minimum values should be stated for the following hold times:

a/

address after end of programme pulse or programme enable (see Note).

b

d

Note.

5.3.2 Devi
Red

6. FErasing
Thg

6.1 Electri
6.1.1 Recd
The

and/d

a) po

b) erdsi

ap

¢) ing

data-in after end of programme pulse or programme enable (see

address after end of data-in;

mmende

following

or voltage(s) at specified terminals to which the erase pulse

one

erasing procedurg € range S[ on

um

is

utcurrent(s) and/or voltage(s) at any other terminal used for an erasing operatioln.

Note. — When the temperature range to be used for the erasing procedure is different from the operating

temperature range, this should be specified.

6.1.2 Timing requirements (erasure)

6.1.2.1 Devices having separate erase terminals

The following timing requirements should be stated:

i) Erase pulse duration (width) ....................... Minimum and maximum
values.
ii) Erase pulse rise time ................ .o iieenn..n, Minimum and/or maximum

values.
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iii) Temps de décroissance de I'impulsion d’effacement .. Valeurs minimale et/ou maxi-
male.
iv) Facteur d’utilisation d’effacement (s’il y a lieu)....... Valeur maximale.

v) Temps de préparation:

— adresse/début de Iimpulsion d’effacement ......... Valeur minimale;
— autorisation/début de I'impulsion d’effacement
@il yaleu) ... Valeur minimale.
vi) Temps de maintien:
— adresse/fin de I'impulsion d’effacement............ Valeur minimale,
— autorisation/fin de l'impulsion d’effacement
ity alieu) ..o Valeur minimale.

6.]1.2.2 Dispositifs sans bornes d’effacement séparées

Exigences a I’étude.
6P Meémoires effagables par ultraviolet

6.1 Conditions d’effacement recommandées

On doit indiquer les grandeurs suivantes/ ave

parente du boitier;

coudifions d’impulsion de programmation et/ou d’effacement, du|temps et de la

| par exemple pour les mémoires a lecture seule & contenu ﬁLogrammable
ent et effacables électriquement, on doit donner les informations suivantes
concernant la rétention des données:

a) nombre maximal des opérations de lecture possibles;

b) temps minimal de rétention des données.

9. Puissance ou courant fourni par chaque alimentation (cas du fonctionnement statique)

Valeurs maximales du courant dans chaque borne d’alimentation dans les conditions de
pire cas, pour le mode actif et pour la position attente si elles sont nettement différentes.
Donner également les valeurs typiques dans les conditions normales de fonctionnement.
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iii) Erase pulse fall time ......... ... .. ... ... ... . ... Minimum and/or maximum
values.

iv) Erase duty cycle (where

APPTOPTIALE) . . . et ettt eie ettt Maximum value.
v) Set-up times:

— address before start of erase pulse................ Minimum value;

— enable before start of erase pulse (where

APPIOPIIALE) . . oo v ettt e Minimum value.

vi) Hold times:
— address after end of erase pulse.................. Minimum value;
— enable after end of erase pulse (where appropriate) Minimum value.

6.1.2.2 Depices without separate erase terminals

Requirements are under consideration.
6.2 Ultraviolet erasable memories

6.2.1 Recdmmended erasing conditions

The

a) ultraviolet light wavelength;
b) ultraviolet light intensity on the trahspareqt

¢) exposure time.

7. Numbel

Thg
opera

Note.

Wh|
read-(

following quantities, with their tolerances, sho

ied

ting

a) maximum number of read operations;

b) minimum data retention time.

9. Power or current drawn from each supply (static operation)

Ma

ximum values of current into each supply terminal at worst-case conditions and for

both active and standby mode if these are significantly different from each other. Typical
values at normal operating conditions should also be given.
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Puissance ou courant fourni par chaque alimentation (cas du fonctionnement dynamique)

Courbe(s) donnant les valeurs typiques du courant exigé de I'alimentation (des
alimentations) en fonction des fréquences de répétition des impulsions, ou valeurs
typiques a deux fréquences de répétition d’'impulsions spécifiées. Celles-ci doivent étre
indiquées, pour information, dans des conditions spécifiées de fonctionnement
recommandeé.

Sl y a lieu, les informations ci-dessus doivent aussi étre données pour les horloges
lorsqu’elles jouent le role d’alimentations pulsées.

Sl y a lieu, cette information doit étre aussi donnée pour le fonctionnement en
position d’attente.

11

12

1211

Valeurs limites et caractéristiques mécaniques et autres données

mé ronnement,

r aussi la

On doit donner toute valeur limite spécifique,
applicable aux mémoires a lecture seule a contg
Publication 747-1, chapitre VI, article 7).

Informations supplémentaires

Capacité de charge de sortig

aque sortie.

contre les
mable sont

J-cablé) qui

ar exemple:

trois états, collecteur ouvert, drain ouvert, «push-pull» (totem-pole).

12.5

13.

Interconnexions a d’autres types de circuits

Des détails sur les interconnexions aux autres circuits, par exemple: amplificateurs de
lecture, «buffers», doivent étre donnés.

Précautions de manipulation

S’il y a lieu, on doit donner les informations suivantes:
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10. Power or current drawn from each supply (dynamic operation)

Curve(s) showing typical values of current required from the power supply(ies) versus
the pulse repetition frequencies or typical values at two specified pulse repetition
frequencies. These should be given for specified recommended operating conditions for
information purposes.

Where appropriate, the above information should be given for clocks acting as pulsed
power supplies.

Where appropriate, this information should also be given for standby operation.

11. Mechapical ratings, characteristics and other data

ble
on

Any specific mechanical or environmental ratings applical
read-qnly memory should be stated (see also Chapter VI,
747-1

12. Supplgmentary information
12.1 Outpyt loading capability

Th¢ maximum number of specified his

inforrhation may be given for more th

12.2  Electrical noise margigs

Information about
be calculated '

12.3  Inter¢

to

Ex4
interc

by

12.4  Type

Information should be given regarding the type of output circuit, for exam]rle

three-State;opern=cottector, open=draim, pust-putt <totem=pote):

12.5 Interconnections to other types of circuits

Where appropriate, details of the interconnections to other circuits, for example, sense
amplifiers, buffers, should be given.

13. Handling precautions

Where appropriate, the following information should be stated:
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a) les précautions de manipulation, indiquées dans la Publication 747-1, chapitre IX, pour
les mémoires a lecture seule a contenu programmable sensibles aux charges
électrostatiques; :

b) les précautions nécessaires pour éviter des tensions anormalement ¢levées pendant la
programmation;

¢) les conditions spéciales aprés programmation, par exemple recouvrir la fenétre
transparente pour éviter l'exposition a une lumiére accidentelle dans le cas de
mémoires a lecture seule effagables par ultraviolet;

d) les précautions a prendre contre les rayonnements électromagnétiques et nucléaires.

—
—

—

Cette section s’applique aux microprocesseurs comportant u
également s’appliquer 4 un ensemble de circuits jitegee
nficroprocesseur, mais ne s’applique pas nécessairemen its \intégréy considéres
dividuellement dans un tel ensemble.

Identification et description du circuit

SECTION TROIS — MICROPROCESSEURS A CIRCUIT INTEGRE

irciy Ingéghs. Elle peut
itua ne fonction

Les stipulations de larticle hapitre III s’appliqueft, ainsi que

ce qui suit:

On doit
circuits inté

spéciayx_so
exemp

vec d’autres
s d’interface
e sortie, par

iquent, ainsi

Le schéma synoptique doit &tre suffisamment détaillé pour permettre I'identification des

différentes unités fonctionnelles du microprocesseur affectées par [’exécution des
instructions, y compris les blocs fonctionnels qui sont programmables par lutilisateur (par
exemple: réseaux logiques programmables, mémoire a lecture seule, etc.). On doit
également indiquer les principales liaisons entre les unités fonctionnelles ainsi que
Iidentification de leurs connexions externes.

Identification des bornes
On doit identifier les bornes suivantes sur le schéma synoptique:

— bornes d’alimentation, c’est-a-dire les bornes devant étre connectées aux alimentations:;
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This segtion applies to microprocessors consisting of a single i
apply to hn assembly of integrated circuits designed to functi
does not pecessarily apply to the individual integrated circuits S

1. Circui{ identification and description

1.4

2.1

2.1.1

a) handling precautions, as in Publication 747-1, Chapter IX, for electrostatic sensitive
programmable read-only memories;

b) precautions necessary to avoid excessively high voltages during programming;

¢) special conditions after programming, for example, covering the transparent window to
prevent the exposure to detrimental light in the case of ultraviolet erasable read-only
memories;

d) precautions to be observed against electromagnetic and nuclear radiation.

SECTION THREE — INTEGRATED CIRCUIT MICROPROEESSORS

THe provisions of Clause 1 of Sectio 11, apply, together with:

Electtical compatibility

It| should be stated\wh i : 2 ther
particular integfated i aces
are required' : ven Vof the type of output circuit, for example,
threg-state, open-¢ S

Bloch

Tq\::/ provisions of Sub-clause 2.1 of Section. One, Chapter III, apply, together with the
following:

The block diagram should be sufficiently detailed to enable the individual functional
units within the microprocessor that are affected by the execution of the instructions to
be identified, including the functional blocks that are user-programmable (for example,
programmable logic arrays, read-only memory, etc.). The main data paths between the
functional units and the identification of their external connections should also be shown.

Identification of terminals
The following terminals should be identified on the block diagram:

- supply terminals, that is, terminals intended to be connected to the power supplies;
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— bornes d’entrée ou de sortie, c’est-a-dire bornes vers lesquelles ou a partir desquelles
les signaux se propagent. Le terme «signal» signifie aussi bien impulsion que forme
d’onde plus complexe;

— bornes d’entrée/sortie, cest-a-dire bornes qui peuvent étre a des instants differents
entrées ou sorties;

_ bornes de sortie «trois états», c'est-a-dire bornes de sortie qui peuvent &tre
commandées pour présenter un état a haute impedance.

2.2 Description fonctionnelle

On doit donner les informations suivantes:

a) longueur du mot traité (dimension en nombre de bits);

23

n/procédé séparé
mémoire a

b) longueur d’adressage pour chaque type de mémoires pour
de traitement est utilisé, par exemple: mémoire ext
lecture-écriture, mémoire a lecture seule;

longueur en bits du mot adressé dans chaque type de 201re i différent de
celui indiqué au point a);

¢) taille en bits de I’adresse;

gistres internep aussi bien
registre(s)| de travail,
pointeur de pile, rpgistres d’état

d) nombre, types et dimensions en bits
adressables par programme
accumulateur(s), registre

arithmétiques ou

¢) mode d
indirect;

exemple: immédiat, direct, relatif, indexé,

validation ou inyalidation du

adresses, par

Jeux d’instructions

On doit donner une liste compléte des instructions qui peuvent étre traitées par le
microprocesseur. Elle doit comprendre le code d’instruction, les instructions mnémoniques,
les opérations qui résultent de I’exécution de I'instruction incluant tout code de condition
ou le contenu des registres affectés, le nombre des cycles d’horloge et également, de
préférence, le nombre de cycles machine nécessaires et, s’il y a lieu, le nombre de mots
programme utilisés pour former linstruction, ainsi que les modes d’adressage possibles
pour chaque instruction.

L’information peut é&tre donnée pour chaque instruction ou chaque groupe
d’instructions semblables. On doit indiquer les différences quand celles-ci sont provoquées
par des variantes d’adressage.
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22

23

~ input or output terminals, that is, terminals into which or out of which signals pass.
The term “signal” includes pulse and more complex waveforms;

— input/output terminals, that is, terminals that may function at different times as input
or output terminals;

- three-state output terminals, that is, output terminals that may be controlled to give a
high-impedance condition.

Functional description

The following information should be given:

a) size, in bits, of word that is processed;

sing
-9nly

b) memory addressing range for each type of memory for which
procedure is used, for example, external or internal memory,
emory;

size, in bits, of word addressed in each type of memg from

that in Item a);
¢) size, in bits, of the address;

mme
index,
unit,

d) npmber, types and size in bits and wo
idressable and otherwise, for
programme counter, stack pointe
cpndition code register;

©

N rithmetic or logic operations such a$ zero
result, parity, sig
e) modes example, immediate, direct, reldtive,
indexed, indirect
) types of i i provided, for example, programme- enabled/disabled,
vectored a etwi

g hple,

W
h) W
J)
k) o

Instryction set

A comprehensive list should be given of the instructions that may be performed by the
microprocessor. This should give the instruction code, instruction mnemonic, the
operation(s) that result from the execution of the instructions including any condition
codes or register contents that are affected, the number of clock cycles and preferably
also the number of machine cycles required and, where appropriate, the number of
programme words used to form the instruction and addressing mode capabilities for each
instruction.

This information may be given for each instruction or for each group of similar
instructions. Differences should be indicated when these occur due to alternative modes
of addressing.
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Configuration de linstruction

Les formats de I'instruction utilisés doivent étre distingués, s’il y a lieu,
I'organisation en bits des mots d’instruction. Ceci doit étre donné so
diagramme:

- code opération;

— mode d’adressage;

— définition de registre;
~ opérande.

Signaux d’entrée et de sortie

© CET 1985

pour indiquer
us forme de

La fonction de chaque signal d’entree et de sortie doit étre précis

En général, on peut diviser les signaux en:

- signaux de données;
— signaux d’adresse;
— signaux de contrble et de commande.

Par ailleurs, il existe des signaux de
transfert de données va étre effectué aipsi
en provenance du microprocesseur); i
pour obliger le microprocesse

1 moment le
i-dire vers ou
réinitialisation

e information

bériphérique;

K5

— interruption (masquable);

~ interruption (non masquable);

— prise en compte de l'interruption;

— sortie signalant I'état d’attente du microprocesseur;
— non-disponibilité de la sortie;

- synchronisation;

- etc.
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2.4 Configuration of instructions

Where appropriate, the format of the instructions used should be distinguished as
follows to indicate the bit organization of the instruction words. This should be given in
the form of a diagram:

— operation code field;

— address mode field;

- register definition field;
— operand field.

2.5 Input and output signals

The function of each input and output signal should be stated.

In peneral, the signals may be divided into:

- datg signals;
— addpress signals;

— confrol signals.

As |a minimum, control signals exist that defing en,_ the,'da i be
perfoimed, the direction of transfer (that is, and
should include a reset input signal that forces the

Examples of additional control signalg th

a) Bl:[) control signals:

t
- to contro
ready sig

- interrupt—in—(maskabie):

- interrupt in (not maskable);
— interrupt acknowledge;

— wait state output;

- output disable;

— synchronization;

- etc.


https://iecnorm.com/api/?name=97055120e8a2d88b9b78eb56c74c1493

— 180 — 748-2 © CEI 1985

3. Valeurs limites

Les valeurs limites doivent couvrir le fonctionnement du microprocesseur dans la
gamme spécifiée des températures de fonctionnement. Si ces valeurs limites dépendent de
la température, cette dépendance doit étre indiquée.

3.1 Valeurs limites électriques

3.1.1 Tension(s) d’alimentation
a) Valeur(s) maximale(s) et polarité(s).

b) Valeur maximale de la tension entre une borne commune d’alimentation et le boitier
ou une borne de référence, s’il y a lieu.

¢) Séquence d’application ou de suppression des tensions dlalimentationy|s’il y a lieu.
Toute limitation dans la durée de cette séquence doit 8tfe indiquéel
3.1.2 Tensions d’entrée

Valeurs maximales par rapport 4 une borne cg
lieu).

larités s’il y a

3.1.3  Courants d'entrée (s’il y a lieu)

Valeurs maximales.

3.1.4 Tensions de sortie

Valeurs maximales par r4
lieu).

pport a 1 ¢_commune de référence (et pdlarités s’il y a

3.1.5 Courants de

et maximale du milieu ambiant ou d’un poin de référence
Onctionnement.

Mimale et maximale de stockage.

de la température et durée d’application maxinmale sur une

8.3 Dissipation de puissance

Valeur maximale.

4. Conditions de fonctionnement recommandées (dans la gamme des températures de
fonctionnement spécifiée)

4.1 Tension(s) d’alimentation

Polarité, valeur nominale et tolérance(s) pour chaque tension d’alimentation.
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3. Ratings (limiting values)

The ratings given must cover the operation of the microprocessor over the specified
range of operating temperatures. Where such ratings are temperature-dependent, this

dependence should be indicated.
3.1 Electrical limiting values

3.1.1 Power supply voltage(s)

a) Maximum value(s) and polarity(ies).

b) Maximum value of the voltage between a common supply terminal and case or

reference terminal, where appropriate.

¢) Sefuence of application and/or removal of supply voltages, whe
redtrictions on the duration of the sequence should be stated.

3.1.2  Inpdt voltages

M4aximum values, with respect to a common reference
apprdpriate).

3.1.3 Inpdt currents (where appropriate)

Maximum values.

3.1.4 Output voltages
Mdximum values, with.respect to ¢

apprqpriate).

3.1.5 OQutput currents

Mdximum .

3.2 Tempe
a) Mjni i maxi mb

ratures

b) MMiimum_and\Snaximum storage temperatures.

¢) Maxi ;! and” duration of lead temperature.

t or reference-point operating temperatures.

appropgiateN Any

yrities, where

¢ terminal (and polarities, where

3.3 Power dissiparion

Maximum value.

4. Recommended operating conditions (within the specified operating temperature range)

4.1 Power supply voltage(s)

Polarity, nominal value and tolerance(s) for each power supply voltage.
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a) Valeurs minimale et maximale des tensions au niveau bas et au niveau haut.

b) Valeurs minimale et maximale des temps de croissance et de décroissance.

¢) Valeurs minimale et, s’il y a lieu, maximale de la période d’horloge.

d) Valeurs minimale et, s’il y a lieu, maximale de la durée d’impulsion. Pour les entrées
d’horloge multiphase, cette information doit étre donnée pour chaque entrée.

e) Pour les entrées d’horloge multiphase, valeurs minimale et, s’il y a lieu, maximale des

temps séparant les phases successives des impulsions d’horloge.

4.3 Tensions d’entrée (a I'exclusion des entrées d’horloge)

Valeurs minimale et maximale des tensions au niveau bas ¢

4.4 Courants de sortie
Valeurs maximale et, s’il y a lieu, minimale, les

puis a I’état haut.

4.5 Eléments extérieurs (s’'il y a lieu)

Valeur(s) et tolérance(s) de tous les recommandés

destinés a étre utilisés avec le microp

des signaux d’entrée et de l'intervalle qui les sépare, pa
pour les séquences d’entrée nécessaires afin

arrét, etc. Celles-ci doivent é&tre reliées aux sé

Ces sequences doivent s cxprimer en cycles d hortloge et aussi, de prelere
machine.

5. Caracteristiques électriques

5.1 Caractéristiques statiques

Lit.

a I’état bas,

ou spécifiés

(ou groupe
r des valeurs

les exigences

r rapport aux
d’amener le
etour a 1’état
fuences pour

nce, en cycles

On doit indiquer les caractéristiques électriques, énumérées dans les paragraphes 5.1.1,
5.1.2, 5.1.3 et 5.1.4 ci-dessous, dans les conditions électriques spécifiées de pire cas, dans
la gamme recommandée pour les tensions d’alimentation indiquée au paragraphe 4.1 et:
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4.2  Clock inputs
a) Minimum and maximum values of low and high level voltages.
b) Minimum and maximum values of rise and fall times.
¢) Minimum and, where appropriate, maximum values of clock period.

d) Minimum and, where appropriate, maximum values of pulse duration. For multi-phase
clock inputs, this information should be given for each input.

¢) For multi-phase clock inputs, minimum and, where appropriate, maximum values of
delays between successive phases of clock pulses.

4.3 Input voltages (excluding clock inputs)

Mifjimum and maximum values of low and high level voltages.

4.4 Outpui currents

Makimum and, where appropriate, minimum values for both
voltage conditions.

igh\leveNoutput

4.5 Externl elements (where appropriate)

Valpe(s) and tolerance(s) of any external eleme ech nded
with ¢he microprocessor.

specified for fise

4.6 Set-up|and hold times

Migimum and/or maximum values,/as appropuia each input (or group of inpits)
relatie to the appropriate transition o specified values of:

- clo:llk pulse rise ang

— inpyit voltages st other ‘termin
Valfies shou@ sat ¢ ¢ the\critical timing requirements for each independpnt
functipn of the mj 3 be “established by the user.

4.7 Timing
Mini of ihput signals, and their timings relative to the clock signal(s)
for infg BQ s necessary to bring the microprocessor into a pre-determined state, for
examf ’ eset), interrupt, hold, etc. These should be related to the sequenkes

sramme instructions.

These sequences should be expressed in terms ol clock cycles and preferably also in
terms of machine cycles.

5. Electrical characteristics

5.1 Static characteristics

Each electrical characteristic of Sub-clauses 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 and 5.1.4 below should be
stated under specified electrical worst-case conditions with respect to the recommended
range of supply voltage(s), as stated in Sub-clause 4.1 and:
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a) dans la gamme des températures de fonctionnement spécifiée, ou
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b) a la température de 25°C, et aux températures de fonctionnement maximale et

minimale.

5.1.1 Courant(s) d’alimentation

a) Fonctionnement statique

Valeurs typique et maximale du courant fourni par chaque alimentation pour un
fonctionnement normal et, s’il y a lieu, pour un fonctionnement au repos, pour des

valeurs spécifiées de:

- tension(s) d’alimentation;

— fréquence d’horloge.

On doit également donner ces informations pour les entr
impulsions.

b) Fonctionnement dynamique

On doit donner également des valeurs typiques
pour une fréquence différente d’horloge, soi
de la fréquence d’horloge.

- tension(s) d’alimentation;
— tension d’entr

ee étant au niveau

On doit également donner ces informations pour les sorties

£ et gt
TULIVUIUILICT  CULIIIC CIIULITTS,

5.1.4 Courants dans le cas de sortie inopérante

imentées par

i-dessus, soit

en fonction

bas, puis au

fonctionner

euvent aussi

Pour les sorties trois-états qui peuvent &tre hors service et donc n’étre ni a I’état bas
ni & I’état haut: valeur maximale, lorsque la sortie est inopérante, pour des valeurs de:

- tension(s) d’alimentation;
— tension continue a la borne correspondante;
— tensions d’entrée pour les autres bornes.
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a) over the specified range of operating temperatures, or

b) at a temperature of 25 °C, and at maximum and minimum operating temperatures.

5.1.1 Power supply curreni(s)
a) Static operation

Typical and maximum values of current drawn from each power supply for normal
operation and, where appropriate, standby operation, for specified values of:

— supply voltage(s);

- ¢lock frequency.

Thfs information should also be given for clock inputs acting ower

supplies.

b) Dynamic operation

Typical values should also be given for the informatién™a gi at a diffedent
clgck frequency or as a curve (or curves) versus clg
5.1.2  Input currents (including clock input
Maximum value(s), where appropria unde high level input voltage
conditions, for specified values of:
— supply voltage(s);
— input voltage;
— input voltages at ot
This informa;:'on as
5.1.3
for

This unformation should also be given for thaose outputs that may also functionl as

inputs.

5.1.4  Output off-state currents

For three-state outputs that may be disabled so as to give neither a low-level nor a
high-level output condition: maximum value in the off-state condition for specified values
of:

— supply voltage(s);
— continuous voltage at the relevant terminal;
— input voltages at other terminals.
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5.1.5 Capacités

52

Valeur maximale des capacités d’entrée d’horloge,
pour des valeurs spécifiées de:
- tension(s) d’alimentation;
— tension continue appliquée a la borne considérée;
- fréquence;
— tensions d’entrée pour les autres bornes.

Caractéristiques dynamiques

Chaque caractéristique électrique du paragraphe 5.2.1

748-2 © CEI 1985

et des bornes d’entrée et de sortie,

doit étre indiquée dans les

conditions électriques spécifiées de pire cas, dans la gamme recommandée des tensions

d’alimentation, indiquée dans le paragraphe 4.1.

5.2.1 ou, si celles-ci ne peuvent faire ’objet d’'un accord e
des valeurs typiques doivent étre données:

températures spécifiées.

Dans tous les cas, on doit 4
a 25°C.

chemins différents d’information on dg

ps pour chaque chemin.

logique,

paragraphe
g’utilisateur,
haximale et

bour le pire
onnées aux

applicables

note 1):
hale;
male.

it spécifier

les sorties

5.2.1.2  Temps de transition

On doit indiquer les temps de transition dans des conditions spécifiées (voir note 1)

comme suit:

a) si la valeur typique du temps de transition est supérieure ou égale (voir note 2) a la
valeur typique du temps de propagation, on doit indiquer une valeur maximale du

temps de transition;

b) si la valeur typique du temps de transition est inférieure a 10 ns, on doit indiquer

une valeur minimale (voir note 3);
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5.1.5

5.2

521

5.2.1

5.2.1

1
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Capacitances

Maximum values of capacitances at clock input, input and output terminals, for

specified values of:

supply voltage(s);

continuous voltage at the relevant terminal;

frequency;

input voltages at other terminals.

Dynamic characteristics

Each electrical characteristic of Sub-clause 5.2.1 should be stated under specified
electfical worst-case conditions with respect to the recommended rAnge Nof supply
voltage(s) as stated in Sub-clause 4.1.

Litnit values as required in Sub-clause 5.2.1 or, if these are not
manyfacturer and user, typical values should be stated either:

‘>t0

a) oy

b) at

er the specified range of operating temperatures, or

Al the
whol

temp

h

e temperature range can be
eratures.

In|all cases, limit values applicable

P
.
a) tp

b)

IfK
for ¢

fied

ring

A .
and Tleaving the high-impedance state.

.2 Transition times

Transition times should be stated under specified conditions (see Note 1) as follows:

a) if the typical value of transition time is comparable to (see Note 2), or greater than,
the typical value of propagation time, a maximum value of transition time shouid be
stated;

b) if the typical value of transition time is less than 10 ns, a minimum value should be
stated (see Note 3);
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¢) si les conditions a) et b) sont remplies simultanément, on doit alors indiquer des
valeurs minimale et maximale.

On doit indiquer, quand cela est demandé, les temps de transition pour les deux sens
de transition (c’est-a-dire . et fiy)-

Notes 1. — Les conditions spécifiées de mesure doivent comprendre les caractéristiques de l'impulsion d’entrée et
de TPoscilloscope (ou de tout autre appareil de mesure appropri¢), ainsi que la configuration et les
valeurs des composants du réseau de charge de sortie.

2. — Le temps de transition est considéré comme comparable au temps de propagation si sa valeur dépasse
50% de la valeur du temps de propagation.
3 — On veut indiquer que, pour des temps de transition trés courts, il peut y avoir des phénomeénes de

rebondissement et des problémes de couplage avec les charges couramment utilisées.

6.| Valeurs limites, caractéristiques mécaniques et autres donnees

Toutes les valeurs limites spécifiques pour les essais daqgyironnement

applicables & un microprocesseur particulier doivent étre dog

Voir aussi larticle 7, chapitre VI, de la Publication

7.| Informations supplementaires

7.1 Facteur de charge de sortie

aque sortie.

Des. info marges de
protec c 1.3 de cette
sectio i

7.1
nnées dans

harge, etc.,

euvent étre
dorinées plus de celles figurant au paragraphe 2.3. En particulier, elles doiyvent donner
des détails sur les séquences et les modes de fonctionnement contenus dans les mises en
route et interruptions de programme.

D’autres informations indiquant en détail la fonction et les séquences de
fonctionnement de chaque entrée ou groupe d’entrées peuvent étre données en plus de
celles figurant dans les paragraphes 2.3 et 4.7. Elles peuvent comprendre des diagrammes
d’états et des diagrammes de temps.

Des informations sur les temps d’exécution des instructions peuvent étre données pour
des instructions particuliéres telles que: addition binaire ou transfert d’un registre 4 un
autre. Si un temps moyen est donné, des détails concernant les instructions utilisées et le

temps d’accés mémoire doivent étre fournis.
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¢) if both conditions a) and b) are fulfilled, then both minimum and maximum values
should be stated.

Transition times, when required, should be stated for both directions of transition (that
is, tyy and fy).

Notes 1. — The specified conditions of measurement should include the characteristics of the input pulse and

oscilloscope (or other appropriate measuring system) and the configuration and component values of
the output loading network.

2. — The transition time is considered comparable to propagation time if its value exceeds 50% of the
value of propagation time.
3. — The object here is to state when very short transition times may be obtained, which may give rise to

overshoot and coupling problems using practical loads.

6. Mechapical ratings, characteristics and other data

Agy specific mechanical or environmental ratings applicab o A\the \ paxtjdular
micrpprocessor should be stated.

See also Clause 7, Chapter VI, of Publication 747-1.

7. Suppldmentary information

7.1  Outpyt loading capability

The maximum number of specifi This

infogmation may be given _for more

7.2 Noisq margins

InIormation hou
given in Sub>glays

One).

4 is
tion

7.3 Appli

ration /dta

cerning the variations of the characteristics in Clause 5 with
edance, etc., may be given.

Fyrther ) informafion, detailing the action of each instruction, may be given to
supplement that in Sub-clause 2.3. In particular, this should give details of the sequences
and operations involved in programme branching and interrupts.

Further information detailing the function and sequences of operations of each input
or group of inputs may be given to supplement that in Sub-clauses 2.3 and 4.7. This
may include state diagrams and timing diagrams.

Information on instruction execution times may be given for particular instructions
such as binary addition or register-to-register transfer. If an average time is given, details
of the instruction used and the memory access time should be included.
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7.4 Autres informations

On doit indiquer si le circuit intégré comporte une protection interne contre les
tensions électrostatiques ou contre les champs électriques élevés.

8. Précautions de manipulation

Voir la Publication 747-1, chapitre IX.

W
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7.4 Other information

A statement should be given whether the integrated circuit contains internal protection
against high electrostatic voltages or electrical fields.

8. Handling precautions

See Publication 747-1, Chapter IX.

QQ@
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CHAPITRE 1V: METHODES DE MESURE
SECTION UN — GENERALITES

748-2 © CEIT 1985

1. Exigences geénérales
Larticle 1 de la Publication 748-1, chapitre VII, qui renvoie aux articles 1
(Introduction) et 2 (Précautions générales) de la Publication 747-1, chapitre VII,
s’applique, sauf spécification contraire.
2| Exigences spécifiques
2|1  Exigences générales pour les mesures statiques et dynam
2|]1.1 Pour chaque mesure, les tolérances sur les sourants d’alimentation

doivent étre de +1% des valeurs spécifiées, s

les mesures elles-mémes.

doit étre de

e, on laisse

ndiqué(s).

t le méme que

in cycle de

b
L

re.

correspond

pour chaque
la table de
vérifiée par

2.2 Conditions spécifiées pour les caractéristiques statiques

2.2.1 Mesure de la tension ou du courant de sortie

Les conditions suivantes doivent étre indiquées (voir note):
a) la température ambiante ou celle d’'un point de référence;
b) les valeurs des tensions ou des courants d’alimentation;

¢) les conditions a chaque borne d’entrée;
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1. Basic

CHAPTER 1V: MEASURING METHODS
SECTION ONE — GENERAL

requirements

Clause 1 of Publication 748-1, Chapter VII, which refers back to Clauses 1
(Introduction) and 2 (General Precautions) of Publication 747-1, Chapter VII, applies,
unless otherwise stated.

2. Specif
2.1 Gene

2.1.1 For
valu

2.1.2 Thd
spec

2.1.3 Where no electrical conditions are

uncg

2.1.4 Thd

Note.

¢ requirements
yal requirements for static and dynamic measurements

each measurement, supply voltages or currents
bs, unless otherwise stated.

ambient temperature of the dgvice bejn,
fied value, unless otherwise stdted.

nnected.

ipr to~Ngariyi the following measurements, it shall first be established that

of inputs, the output conforms to the details given in the relg

funqtion except when this function table is verified by the measuren

ified

the

left

nded

for
vant
nents

the uo»l \AZ-D

2.2 Specified conditions for static characteristics

2.2.1 Measurement of output voltage or current

The following conditions shall be stated (see Note):

a) ambient or reference-point temperature;

b) values of supply voltages or currents;

¢) conditions at each input terminal;


https://iecnorm.com/api/?name=97055120e8a2d88b9b78eb56c74c1493

222

— 194 —

d) les conditions 4 la borne de sortie choisie pour la mesure;

e) les conditions & toutes les autres bornes de sortie.

748-2 © CEI 1985

Note. — Les conditions de mesure pour une sortie «basse» peuvent étre différentes des conditions de mesure

pour une sortie «haute».

Mesure de la tension ou du courant d'entrée

Les conditions suivantes doivent &tre indiquées (voir note):
a) la température ambiante ou celle d’'un point de reférence;
b) les valeurs des tensions ou des courants d’alimentation;

¢) les conditions & chaque borne de sortie;

" plusieurs valeurs d’impédance d’entrée pou

d) les conditions & la borne d’entrée choisie pour la mesure;
e) les conditions a toutes les autres bornes d’entrée.

Note. — Les conditions de mesure pour une entrée «basse» peuven
pour une entrée «haute».

Certains dispositifs ayant une mémoire interne

mesure peut étre nécessaire.

quel cas

flions de mesure

hVoir une ou
plus d’une
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d) conditions at the output terminal selected for the measurement;

e) conditions at all other output terminals.

Note. — The measuring conditions for a “low” output can be different from the measuring conditions for a

“high” output.

2.2.2 Measurement of input voltage or current

The following conditions shall be stated (see Note):
a) ambient or reference-point temperature;
b) values of supply voltages or currents;

¢) conditions at each output terminal;

d) cdnditions at the input terminal selected for the measurement;

e) cqnditions at all other input terminals.

Note. |— The measuring conditions for a “low” input can be different from the A Qndibons a “high”
input.

Some devices having internal memory or hysteresis one input

impeflance value for a given input level, in which 3 8 medsurement may

be n¢cessary.

2.3 Specied conditions for dynamic chargctexi

3.

T

Applicgtion matrix for the meq

Se¢ table on the

9,
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SECTION DEUX — METHODES DE MESURE POUR LES
CARACTERISTIQUES STATIQUES

1. Tensions de sortiec au niveau haut et au niveau bas (V,, et V)

a) But

Mesurer les tensions de sortie au niveau haut et au niveau bas dans des conditions
spécifiées.

b) Schéma

Alimentation

Entrée essayée

Circuit en Su A
* p==== N
vi =T T T PN \
Autres entrées <}\
4/ (\ N

Référence
: 269/85
e tension enérateur d’impulsions

1GURE 32

mettre de réaliser, si c’est exigé, les conditions de sortie

de séquences
e de vérifier

prant.

d) Exécution

Connecter le circuit intégré, comme il est spécifié, au circuit de mesure de la figure
32; régler les tensions d’alimentation et les tensions d’entrée aux valeurs spécifiées;
appliquer les conditions exigées aux bornes de sortie.

Régler la température a la valeur spécifiée et la vérifier immédiatement avant et aprés
la mesure.

Appliquer les conditions d’entrée et, s’il y a lieu, les séquences d’impulsions d’entrée
nécessaires pour obtenir le niveau de sortie statique spécifié. Mesurer la tension de
sortie V.
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SECTION TWO — MEASURING METHODS OF STATIC CHARACTERISTICS

1. High-level and low-level output voltages (Vo and Vo))

a) Purpose

To measure the high-level and low-level output voltages under specified conditions.

b) Circuit diagram

Power supply

Input under test

Outgut bei ealure
Circuit being /\ lo
measured
G . ___ /‘
vi T ] 4
QOther inputs <</>\) , 175)
<
Reference
Z 269/85
G/ = ta; sod pulSs generator

URE 3

¢) Circuit desc

Th¢ measure provide, where required, the specified output

conditions.
Wh pulse  generator should provide a sufficient number | of
independ:t ¢.“Sequences to enable the output condition of the circuit being

Th nt- generator should be capable of acting as either a source or sink| of

d) Measurement procedure

The integrated circuit is connected as specified to the measurement circuit of Figure
32; the supply and input voltages are set to their specified values and the appropriate
conditions are applied to the output terminals.

The temperature is set to the specified value and checked immediately before and
after the measurement.

The input conditions and, where appropriate, the input pulse sequences necessary to
set up the specified static output level are applied. The output voltage V, is measured.
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Note. — Pourvu qu’on utilise les conditions de pire cas pour les tensions d’entrée, cette mesure peut vérifier en
méme temps que le circuit en essai satisfait a la fois les extrémes pour les tensions d’entrée spécifiées et
pour les tensions de sortie associées.

Exemple:
[ Val R
Conditions appliquées aleur extreme
. de mesure
Fonction
Entrée essayée |Autre(s) entrée(s) Sortie en mesure
ET-NON Viua Vina Vous
I/]HB VIHB VOLA
ET Vs Viks Vous
VILA V[HA VOLA

e) Conditions spécifiées

— Température ambiante ou température d’un poin
— Procédure d’établissement (s’il y a lieu) et séque

Valeur(s) de la (des) tension(s) d’alimentatics

Tension(s) d’entrée.
Courant(s) de sortie.

Sens des courants.

Courants d’entrée au niveau hait eive (L et 1)

a) But

Mesurer

sp@es.

b) Sch¢

au niveau haut et au niveau bas dans des conditions

Alimentation

trée en mesure

NV ——————

Circuit en mesure Résepu de sortie

Autres entrées
% Référence
7 270/85

FIGURE 33
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Note. — Provided that the worst-case combinations of input voltages are used, this measurement can
simultaneously verify that the circuit under test meets both the specified input and the associated output
voltage limits.

Example:
Applied conditions Measurement limit
Function
Input under test| Other input(s) |Output being measured
NAND I/ILA I/IHA VOHB
I/IHB I/IHB VOLA
AND I/IHB I/IHB VOHB
Vi Viga Vara

e) Specified conditions

—|Ambient or reference-point temperature.
— [Setting-up procedure (where appropriate) and sequens
—|Value(s) of the supply voltage(s).

—|[Input voltage(s).
—|Output current(s).

—~|The direction(s) of current(s).

2. High-level and low-level if

a) Purpose

TP measur@ hip

b) C

nput currents under specified conditions.

reuit diagrg

Power supply

h m Output(s)

Circuit being
measured

Output network

/AR
-/
|
I
I
B

|

|

|

|

|

Other inputs

! Reference
7 270/85

FIGURE 33
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¢) Description et exigences du circuit

S’il y a lieu, le générateur d’impulsions doit fournir un nombre suffisant de séquences
d’impulsions indépendantes pour permettre d’établir ’état logique interne spécifié.

Le matériel utilisé doit permettre de réaliser, si c’est exigé, les conditions de sortie

spécifiées.
d) Exécution

Connecter le circuit intégré, comme il est spécifié, au circuit de mesure de
page 200; régler les tensions d’alimentation et les tensions d’entrée
spécifiées; appliquer les conditions exigées aux bornes de sortie.

la figure 33,
aux valeurs

Régler la température a la valeur spécifiée et la vérifier immédiatement avant et aprés

la mesure

S’il y a lieu, appliquer les impulsions d’entrée nécessaireg”pour obtepir
spécifié.

Mesurer le courant qui en résulte 1.

Note. — Habituellement, chaque entrée est mesurée séparément,

e) Conditions spécifiées

- Température ambiante ou températurg
— Procédure d’établissement (s’il y a N
— Valeur(s) de la (des)
- Tension(s) d’entrée.

— Conditions de sortie, s’

Courant de cou

a) But

b) Sche

Alimentation

Sortie en mesure
los

Circuit en mesure

I’¢état logique

F———— |

% Référence
//, 271/85

G = source de tension et générateur d’impulsions

FIGURE 34


https://iecnorm.com/api/?name=97055120e8a2d88b9b78eb56c74c1493

748-2 © 1IEC 1985 — 203 —

¢) Circuit description and requirements

Where appropriate, the pulse generator should provide a sufficient number
independent pulse sequences to enable the specified internal logic state to be set up.

of

The measurement equipment should provide, where required, the specified output

conditions.

d) Measurement procedure

The integrated circuit is connected as specified to the measurement circuit of Figure 33,
page 201; the supply and input voltages are set to their specified values and the

appropriate conditions are applied to the output terminals.

The _temperature is set to the specified value and checked immediately before a

nd

after the measurement.

Where appropriate, the input pulses necessary to set up the spegi
applied.

The| resulting current [, is measured.
Note. — Usually, each input is measured separately.
e) Sperified conditions

— Ambient or reference-point temperature.

— Vlue(s) of the supply voltage(s).
-~ Input voltage(s).

— Qutput conditions, where approp 'ate.%

3. Short-cifcuit output currgnt (¥ 40)

a) Purpose
To measure@

b) Cirguit diagra

nrrent under specified conditions.

Power supply

Output being
Circuit being measured Ios
measured

— Sptting-up procedure (where apprdpriate) uegee eastirements.

(]

R ——

! Reference
/A 271/85

G = voltage source and pulse generator

FiGURE 34
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¢) Description et exigences du circuit

S’il y a lieu, le générateur d’impulsions doit fournir un nombre suffisant de séquences
d’impulsions indépendantes pour permettre a ia sortie du circuit en essai de vérifier la
table de fonctionnement.

L’équipement de mesure doit pouvoir permettre de réaliser un court-circuit entre la
borne de sortie et un point de référence spécifi¢ (pendant une durée spécifiée, s’il y a
lieu) et mesurer le courant de court-circuit sans réagir d’une maniére significative sur
le court-circuit lui-méme.

d) Précautions a prendre
On ne doit pas dépasser la valeur limite de la dissipation de puissance.

e) Exécution

Connecter le circuit intégré, comme il est spécifié, au circuit.de mesuxe.de|la figure 34,
page 202; régler les tensions d’alimentation et les tensions Kentré€ a rs spécifiées.

Régler la température a la valeur spécifiée et la vérifiek i i pant et apres
la mesure.

Appliquer, s’il y a lieu, les séquences d’impu ur obtenir le

niveau de sortie statique spécifié.

mesurer le

de sortie (par exemple, au moyen
niveau aussi ¢loigné [que possible

alimentation en fonctionnement statique

a)) But

» . o1 : :
Viesurer—iecourant— d almenation dans  des conditions de fonctionnement statique
spécifiées.
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c)

Circuit description and requirements

Where appropriate, the pulse generator should provide a sufficient number of
independent pulse sequences to enable the output condition of the circuit under test to
be set up according to the function table.

The measurement equipment should be capable of implementing a short-circuit between
the output terminal and a specified reference point (for a specified duration, if
appropriate) and of measuring the short-circuit current without influencing significantly
the short-circuit itself.

d) Precautions to be observed

e) Megsurement procedure

S

4. Power Tppply curre der static conditions

a) Pu

The maximum rated power dissipation should not be exceeded.

The integrated circuit is connected as specified to the measuremen
page 203; the supply and input voltages are set to their specified\valtes

Thd temperature is set to the specified value and checked
aftgr the measurement.

Where appropriate, the input pulse sequences neces
output level are applied.

Thg

shoft-circuit current I, is measured/

Bef] by
mez he

refagrence level.

Specified conditions

etting-up cedh
alue(s) o 5

|
= O N e N

ose

To measure the power supply current under specified static conditions.
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b) Schéma

Alimentation

Entrée(s) o Réseau(x)
Circuit en mesure de sortie

e e — —

b — — —

nombre suffisant
d’impulsions indépendantes du circuit en essai
table de fonctionnement.
d) Exécution

spécifié, au circuit de mesure dqg
tensions d’entrée aux valeurs spé

Connecter

— Valtur(s) de tension(s) d’alimentation.

x‘w

de séquences
de vérifier la

la figure 35;
ifiées.

vant et aprés

bur obtenir le

— Tension(s) d'emrée.
- Réseau(x) de sortie.

5. Tensions de seuil (d’entrée) et tension d’hystérésis

a) But

Mesurer les tensions de seuil (d’entrée) et déterminer la tension d’hystérésis d’un
circuit logique combinatoire 4 'aide d’une méthode de mesure telle que le résultat

reste indépendant des caractéristiques dynamiques du circuit en mesure.
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5.

b) Circuit diagram

Power supply

G = voltage source and pulse generat

FIGURE 35

¢) Cirpuit description and requirements

Output(s)
Input(s) Circuit being Output
G measured network(s)
% Reference
7 278085

Where appropriate, the pulse sufficient number |of
independent pulse sequences to enable of the circuit under fest
to pe set up according to the function table’
d) Measurement procedure

Th¢ integrated circuit 5, Speci o/the measurement circuit of Figure BS;
the| supply and ing i

The¢ temper i he, (SPE alue and checked immediately before dnd
aft¢r the me :

WHere appropfiate imy ¢ sequences necessary to set up the required stdtic

alué(s) of the supply voltage(s).

¢dure (where appropriate) and sequence of measurements.

— Input voltage(s).
—~ Output network(s).

(Input) threshold voltages and hysteresis voltage

a) Purpose

To measure the (input) threshold voltages and to determine the hysteresis voltage of a
combinatorial logic circuit by a measuring method such that the result is independent

of the dynamic characteristics of the circuit being measured.
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b) Description et exigences du circuit

Le circuit de mesure est indiqué dans la figure 36.

748-2 © CEI 1985

Alimentations

Générateur Réseau 4 o Vo Réseau
; ) . Circuit en mesure :
de signaux d’entree de sortie
Mesure a l'entrée sute e sorde_ | V]

Dispositif po@w\e%@sio s
\‘>

On doit pouye

ir effectuer\ la e
. cnerateur—doi

7

générateur de signaux. Appliquer le signal de sortie ¥V, dy
equipement de mesure, par exemple a lentrée Y d’un
également le signal d’entrée triangulaire ¥, 4 l'entrée X de I’

ntenu  a

273785

ction de la
ire dont la

e sortie, et
la

les bornes
. Connecter
circuit en
pscilloscope.
bscilloscope.

M

\

5 1T- ITN

esurer ou lire la tension d’entrée Vi, (ou Vp) quand la tension de sortie ¥V, passe

e sortie V,

revient brusquement a son niveau d’origine; ces deux valeurs sont les tensions de seuil

(d’entrée).

Le résultat est la caractéristique de transition indiquée dans la figure 37, page 210. La

tension d’hystérésis V, est donnée par:

Vhys = Vie,— Vi ou: Viep— Virne

Note. — Les figures 38 et 39, pages 210 et 212, représentent les caractéristiques de transition pour deux formes

d’onde d’entrée différentes pouvant indifféremment &tre utilisées pour cette méthode.
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b) Circuit description and requirements

The measuring circuit is shown in Figure 36.
Power supplies
v NN v
Signal generator Input network I (rZT:;cau;L:;mg o Qutput network
/\ r\\/
fnput UIN
measurement easyrement >
Voltage M ice
27p/85

Th of
the input voltagg\ V.. casguri equi ijput
signal whose wavyefors \is\ eithe uld
al§o provi Q etworks and the supply voltage(s); it shall Keep
the circuit b : & Spe

c) M|
TH put
arn| 3 then hre)
applied S si the
cifcuit the
Y-input~of an dscilloscope. The triangular input signal red
is La pplied—to—the—measurement—equipment—in—the v 3 o = of
the oscilloscope. The input voltage is measured or read as V;, (or V) when the
output voltage ¥, just switches to the opposite level or as V,_ (or V) when the
output voltage V, switches to the original level; these two values are the (input)
threshold voltages.
The result is the transition characteristic shown in Figure 37, page 211. The hysteresis
voltage ¥, results from:

Vhys = Vire— Vire or: Vire— Virne
Note. — Figures 38 and 39, pages 211 and 213, represent the transition characteristics for two different input

waveforms, either of which may be used for this method.
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d) Conditions spécifiées

— Température (T, ou T,.).
— Tension(s) d’alimentation.
— Caractéristiques du signal d’entrée:
— tension variant de fagon réguliére: linéarité, temps de croissance (f), temps de
décroissance (t), amplitude;
- tension variant par paliers: différence de tension entre chaque palier (AV), durée
de chaque palier (Af), amplitude.
t, t et At du signal d’entrée doivent étre trés supérieurs au temps de propaga-
tion #, du circuit en mesure.
— Réseaux d’entrée et de sortie (y compris les capacités parasites).

— Conditions pour les autres bornes.

274/85

D
s ————
7 t
Vir+, Vire
Vir—, Vimn -

o

t
275/85

FiG. 38. — Caractéristique de transition (cas des mesures en laboratoire).
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d) Specified conditions

— Temperature (7, or 1)
— Supply voltage(s).
— Characteristics of the input signal:
— ramp voltage: linearity, rise time (t,), fall time (7), signal amplitude;

— stepped voltage: voltage difference in each step (AV), hold time for each step
(A9, signal amplitude.
t, t and At of the input signal should be much greater than the propagation time

t, of the circuit being measured.
— Input and output networks (including stray capacitance).

— Conditions at other terminals.

Vo A

v
274/85
') :
Virs, Vite
Vir-, Vimn / X\/
t
275/85

FiGc. 38. — Transition characteristic for laboratory measurement.
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Vo k

vk
Vir+, Virp

Vir—, Vin _I__IJ_

>tenir compte.

e).

Courant total fourni par les alimentations)(for

denlJa fréquence de fonctionnement. Cette méthode est

Alimentation

T
|
%
A |
|
e -
|
—
1
1
Réseau(x) U Réseau(x) C
de chmande enc:‘:gl;':re de charge =
d’entrée de sortie
G
a(D

063(79

FIGURE 40
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ok
vi A !

Vit+, Vire

Vir_, Vimn T i

] '_’_.II 1|..‘_‘ _
Note. - The precision of the measurement is a function of the amplitude of th€
account.
Fig. 39. — Transition characteristic under 3

SECTION THREE —

1. Total current drawn from the

a) Putpose

Thjs method is inten
from the
regetitive inp i

b) Cigcuit diagr

Power supply

>
—————e

into

uit

————
I
}
1
1
Input Circuit Output Cc
driving being loading =
network(s) measured network(s) _T
G
n(D
7 063179

FIGURE 40
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¢) Description et exigences du circuit

Le (les) réseau(x) de commande d’entrée, les conditions pour les autres entrées et le
(les) réseau(x) de charge de sortie doivent étre tels que spécifiés.

La forme d’onde de I’(des) impulsion(s) d’entrée doit étre spécifiée.

L’'impédance du condensateur C doit étre suffisamment faible dans la gamme de
fréquences de mesure.

L’ampéremétre doit pouvoir mesurer le courant total moyen.

d) Précautions a prendre
Aucune précaution spéciale n’est nécessaire.

e) Exécution

Régler la température a la valeur spécifiée.

Connecter le circuit intégré au circuit de mesurg} la)\(Igs) tension(s)
d’alimentation, le (les) signal (signaux) d’entrée et les<{conditions utres entrées
aux valeurs spécifiées; mesurer le courant ddlmentationN/da gamme des
fréequences de mesure.

/) Conditions spécifiées

réseau(x) de

a travers la ligne d’horloge

Cette méthode est destinée a mesurer la puissance nécessaire pour ¢pmmander le
circuit a travers la (les) ligne(s) d’horloge.
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¢) Circuit description and requirements

The input driving network(s), the conditions at other inputs and the output loading
network(s) shall be as specified.

The
The

The

input pulse waveform(s) shall be as specified.
impedance of capacitor C shall be low over the measurement frequency range.

ammeter shall be a suitable instrument to measure the mean total current.

d) Precautions to be observed

No

special precautions are required.

e) Measurement procedure

ThL temperature is set to the -speciﬁed value.

The integrated circuit is connected to the circuit of measurement;

the

values; the supply current shall be measured over the meas

J) SHecified conditions
— Ambient or reference-point temperature.

— Bupply voltage(s).

— Input pulse conditions:

(*«

2. Power $up

a) Py
Th

~ (Characteristics of input driving or d output Qd ¢ network(s).

input signal(s) and the conditions at the other inputs shall &

amplitude;
width;

rise time;
fall time;

is.mrethod is intended to measure the power required to drive the circuit thro

(s),

ifted

ngh

the clock line(s).
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b) Schéma
Alimentation
IH Iz T
,___I |
A Vv —
O 1 i
Réseau S o Réseau
c | de commande o Circuit intégré de charge
-1 d'entrée en mesure de sortie
de I'horloge
@
(>$’G [od C,
(D b At % — ( -
77% 277/85
FIGURE 41

¢) Description et exigences du circuit

6urnir toute la puissand
éseau se comporte comme un
consommation de
d’entrée de I'horloge doit étre
charger le circuit en mesure n’af

puissancg

s entrées et
nde d’entrée
€ nécessaire
convertisseur
résiduelle.

fecte pas la
es exemples
s figures 42

D
o— o Réseau o
polarisation
|
F
>
’
7b, 065/79 066179
FiGURE 42 FIGURE 43
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b) Circuit diagram

Power supply

I 1, '
I
. [_—, T
\_/ |
c Clock input S Integrated Output
= driving o circuit loading
network being measured network
o
- C, C.
D (O 9T =

c¢) Ci

Th
net
sh4
net
Th|
thd
clo

giv

work shall be as specified. The
11 be capable of supplying all

FIGURE 41

the
are

—O o Bias 5
network
>
7/;;/ 065/79 066/79
FiGURE 42 FIGURE 43
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L’impédance du condensateur C doit étre faible a la fréquence de mesure.

Les capacités de C, et C, comprennent les capacités parasites du support d’essai et
doivent étre telles que spécifiées.

La forme d’onde de I'impulsion d’horloge & la sortie du réseau de commande d’entrée
de T’horloge doit étre telle que spécifiée. L’oscilloscope est utilisé pour vérifier cette
condition.

L’interrupteur S est utilisé pour isoler le circuit en mesure afin que deux mesures de
la puissance consommée par le réseau de commande d’entrée de 1’horloge puissent étre
effectuées.

L’ampéremétre doit étre un instrument permettant la mesure du courant moyen total
fourni par le réseau de commande d’entrée de I’horloge.

Le voltmeétre doit 8tre un instrument permettant la_mesure de la—tension 3 la sortie de

I’alimentation.

les \interrelations entre ces
pour chaque

Si deux ou plusieurs impulsions d’horloge sont nécessaipe
impulsions doivent étre telles que spécifiées, et les
ligne d’horloge séparément.

d) Précautions a prendre
Aucune précaution spéciale n’est nécessaire

e) Execution

Connecter le circuit intég
les conditions sur les autre

mentation et

bulsions afin
er la forme

r le courant
ure par:

réseau de
arge )de sortie.

— Conditions pour les impulsions d’horloge:

amplitude;

largeur;

— temps de croissance;

temps de décroissance;

facteur d’utilisation (50%, sauf spécification contraire);
gamme de fréquence de répétition.

- Interrelations entre les différentes impulsions, s’il y a lieu.
— Valeurs de C, et C,.
— Conditions pour les autres entrées.
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d)

e)

J

Mgasurement procedure

The impedance of capacitor C shall be low at the measurement frequency.

The capacitances C, and G, include the stray capacitances of the test fixture and shall

be as specified.

The clock pulse waveform at the output of the clock input driving network shall be as

specified. The oscilloscope is used to verify this condition.

Switch S is used to isolate the circuit being measured so that two measurements of

the power consumed by the clock input driving network can be made.

The ammeter shall be a suitable instrument to measure the mean total current drawn

by the clock input driving network.

The voltmeter shall be a suitable instrument to measure the voltag e out|put

terminal of the power supply.

If [two or more clock pulses are required, the interrelationship
shall be as specified, and the measurements shall be performed
lings separately.

Precautions to be observed

N¢ special precautions are required.

TIT temperature is set to the speg
e

The integrated circuit is connected to, the\mvasure circyit; the supply voltages
the conditions at the other inputs g ; aspecified values.

The clock input drivj

degired pulse. The o e pulse waveform.

With switch 8 ope
is [ measure e
required to dri ing _megasured is then calculated by:

Charactecistics \of clock input driving network and output loading network.

— Clock pnlcp conditions:

génerator are adjusted to give

and

the

flowing into the clock input driving network
gsed and current I, is measured. The pawer

amplitude;

width;

rise time;

fall time; _

duty cycle (50%, unless otherwise specified);
repetition frequency range.

— Interrelationships between different pulses, where appropriate.
— Values for C, and C.
— Conditions at other inputs.
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3. Impédances d’entrée et de sortie [E , @

3.1 Mesure de courant: capacités d'entrée et de sortie pour un fonctionnement en grands
signaux  [6]
a) But

Mesurer en grands signaux les capacités d’entrée et de sortie d’'un circuit intégré
digital dans des conditions spécifices.

Note. — Cette méthode peut ne pas étre applicable a la mesure des capacités d’entrée et de sortie d’un circuit
intégré qui a une faible résistance paralléle d’entrée ou de sortie.

b) Schéma
Alimentation
A(\( aN
Visualisation \/
pour la mesure
du courant (
)
Réseau 1hdi v
—  de commande A ! A ]
d'entrée cosran
£ Circuit intégré

— en mesure

G - -
N ~
Q % 777, 278/85
FIGURE 44
@ |
Z ‘ i
068/79

FiG. 45. — Forme d’onde du courant mesuré.

t
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3. Input and output impedances E ,
3.1 Current measurement: input and. output capacitances for large-signdl operation [El

a) Purpose

To measure under large-signal conditions the input capacitance or output capacitance
of a digital integrated circuit under specified conditions.

Note. — This method may be not suitable for measuring the input or output capacitance of an integrated
circuit that has a very low input or output parallel resistance.

NN

b) Ci cui: dl«'usl “rr

Current
measuring
display
input ) G
— driving iene r ° -
network c Integrated
—— circuit

being measured
;D S e
T IO
V\V{I; 273/85

FiGURE 44

et

t

068(79
FiG. 45. — Measured current waveform.
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¢) Description et exigences du circuit

La méthode consiste dans le choix d’un condensateur qui, pour une forme d’onde de
tension appliquée, donne la méme réponse de courant de pointe que la capacité
d’entrée (de sortie) du circuit intégré en mesure.

Le générateur d’impulsions de tension fournit la forme d’onde de commutation. Le
courant de pointe I,, représenté dans la figure 45, page 220, est mesuré avec le
dispositif de mesure du courant,

Le temps de transition de I'impulsion de commande appliquée au circuit intégré en
mesure doit &tre inférieur a:

ou:
C.n = plus faible valeur possible de la capacité a mesurer

V = amplitude spécifiée de la tension de I'impulsion de commande

I,.. = valeur maximale spécifiée du courant continu dans la borne d’gs

L’'impédance de sortie du réseau de commande d’gftré i nment faible
pour que, dans la gamme des capacités a mesurer,\une vax rapport de 2

de transition
de plus de 5%.

L’'impédance d’entrée du dispositif d¢’ me . doit é&tre fhible devant
I'impédance d’entrée (de sortie) du ¢irQN

d) Précautions d prendre

circuit de mesure et régler la (le§) tension(s)

mande et les conditions sur les autres bornes| aux valeurs
Jimpdlsion de commande 4 la borne d’essai eff régler son

gar substitution la valeur du condensateur qui donne la méme valeur du
de pointe I,. ‘

f) Conditions spécifiées

— Température ambiante ou. température d’'un point de référence.
— Tension(s) d’alimentation.
~ Conditions de I'impulsion de commande & la borne d’essai:

amplitude;

largeur;

temps de croissance;
temps de décroissance;
- fréquence de répétition.

— Conditions pour les autres bornes.
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¢)

d)

e)

Circuit description and requirements

The method consists of the selection of a capacitor which gives the same current peak
response to a voltage waveform as the input (output) capacitance of the integrated

circuit being measured.

The pulse generator provides the required switching waveform. The peak current I, as
shown in Figure 45, page 221, is measured by the current measuring device.

The transition time of the driving pulse applied to the integrated circuit being
measured shall be less than:

Cmin

Vv

I
Tmax

Cpin|= minimum expected value of the capacitance to be measured
14 specified voltage amplitude of the driving pulse

I..x |= maximum specified value of the direct current into the terminal under test

Thq output impedance of the input driving network shall N at,
within the range of capacitance to be measured, a 2 tg iatisa'd ; i lce
appllied at the test terminal does not change the transiti i st
terthinal by more than 5%.

Th¢ input impedance of the current measuring he
inpput (output) impedance of the cirenit being

Prdcautions to be observed

Nd special precautions are requireg

Mdasurement procedure

Th

Th ply
voltage(s) a

Th es.

Thq
Thg

Th
det

is

Sp ni[ﬁor] conditions.

— Ambient or reference-point temperature.

— Supply voltage(s).

— Driving pulse conditions at the test terminal:
- amplitude;
— width;

rise time;

fall time;

repetition frequency.

— Conditions at other terminals.
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3.2 Mesure de tension: capacités d’entrée et de sortie équivalentes, résistances d’entrée et de
sortie équivalentes [11]

On peut utiliser deux méthodes de mesure:
— I'une basée sur une méthode de mesure de tension en grands signaux;
— Yautre basée sur une méthode de pont en petits signaux.

Notes 1. — La préférence doit étre donnée a la méthode en grands signaux.
2. — La méthode utilisée doit étre spécifiée lorsqu’il existe des valeurs données pour ces caractéristiques.

3.2.1 Méthode en grands signaux
a) But

Mesurer la capacité d’entrée équivalente et la capacité de sortie équivalente et/ou la
résistance d’entrée équivalente et la résistance de sortie équivalente Wun(-¢jrcuit intégré
5 conditions

spécifiées.
Note. — La mesure de la capacité d’entrée équivalente (ou de 1 aci je équt t) reste possible
si le circuit intégré a une résistance d’entrée (ou de S inifex a Pimpédance

d’entrée (ou de
capacité ne soit
pratiques et sa

sortie) shunte la capacité d’entrée (ou de sortie) de
possible. Dans ce cas cependant, la capacité

b) Schéma

1 i

—
Circuit
o Circuit de charge
= enmesure | | |additionnel,
si spécifié

L
olN\

L |

NE
N

L.____._.___-___...___...__..’______._____ —_

—©
| Kool ®
/ d'entrée N\ L,
NN o
\> | p Wy Oscilloscope
I
| ,
G | Jonctionen T R. 274
() I | adaptée /L]J C.
| o o)
| L, N \NAYS
.
%/A 279/85
FIG. 46. — Mesure de la capacité équivalente d’entrée ou de la capacité équivalente de sortie

et/ou de la résistance d’entrée équivalente ou de sortie d’un circuit intégré.
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3.2 Voltage measurement: equivalent input and output capacitances, equivalent input and output
resistances

Two methods of measurement may be used:
— one based on a large-signal voltage measurement method;

— the other based on a small-signal bridge method.

Notes 1. — Preference shall be given to the large-signal method.
2. — When stating values of these characteristics, the method used shall be specified.
3.2.1 Large-signal method
a) P EpOSe

Tqg measure the equivalent input capacitance and equivalent output or

th¢ equivalent input resistance and equivalent output resistance ted

cincuit when switched from one defined level to another, under 3%

Nofe. — Measurement of the equivalent input capacitance or equival e if
the integrated circuit has an input or output (respectively) han
the characteristic impedance of the line used for this me oW input resisthnce
or output resistance will shunt the input or oupput capaciance no measuremen{ of
capacitance is possible. In this case, however, i in pracical
applications and its measurement is replaced by, eastirémext Jof

b) Cifcuit diagram s
N\ ( ) | i
re——-—— -— -_— - — e |
| | o Additiona
| L s | Circuit loading
ST 7 1| moasurea | | 4 St
if specifie
| Matched R Z : P
junecti 1 ==
N > e | | ]
|
Q 77, | %’/A
I
/\|\ ~ b |
' Y ~ |
— difiving | A - |
nefwo \ L i
I T n
\ B » | Oscilloscope
| Z Zizz |
|
! 4
] | Matched R, A~ |
C)J—L | T-junction C. |
I o\ )\
| L, N2 N2,
|
e e s e . e —— — — —— —— s S— — — — -~
%A 279/85
F1G. 46. — Measurement of equivalent input capacitance or equivalent output capacitance

and/or equivalent input or output resistance of an integrated circuit.
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